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Tiivistelm& - Sammandrag - Abstract

Useita pyyhkaisyelektrodeja (101a , 101b, 101c) ja useita yllapitoelektrodeja (102a, 102b, 102c) on asetettu keskendén
yhdensuuntaisina ensimmaisen lasisubstraatin (103) sisdpuoliselle pinnalle. Kukin pyyhkaisyelektrodi ja kukin yll&pitoelektrodi
muodostavat parin. Ensimméisen lasisubstraatin paalle on muodostettu elektrodit peittava eristekerros (104) ja suojakerros (105) tassa
jarjestyksessa. Useita pyyhkéisyelektrodeihin ja yllépitoelektrodeihin ndhden suorassa kulmassa olevia dataelektrodeja (107; 207) on
asetettu toisen lasisubstraatin (108) sisépuoliselle pinnalle, joka on asetettu ensimmaisté lasisubstraattia vastapaata siten, etta niiden
vélissa on purkaustila. Téallaisen rakenteen omaavassa vaihtosdhkdtyyppisessa kaasupurkausnaytéssa (100) ainakin yksi mainituista
useista pyyhkéisyelektrodeista ja mainituista useista yllépitoelektrodeista on jaettu useisiin ryhmiin, ja eri ryhmissa oleville elektrodeille
syodtetdédn erivaiheiset pulssit (SCN1, SCN2, SCNn) ja aiheutetaan siten ylldpitopurkaus. Pyyhkaisyelektrodit ja yllapitoelektrodit voivat
olla kampamaiset piikkeineen. Kampamaiset pyyhkaisyelektrodit ja kampamaiset yllapitoelektrodit ovat keskenaén vastakkain, ja niiden
vélissé on pieni rako silla tavoin, ettd niiden piikit ovat kesken&éan lomittain. Tallaisessa tapauksessa dataelektrodit on asetettu
pyyhkaisyelektrodien piikkeja vastapaéata ja niiden pituussuunnassa.

Ett flertal svepelektroder (101a, 101b, 101c) och ett flertal uppréatthallande elektroder (102a, 102b, 102c) &r sinsemellan parallelit
placerade pa en Inre yta av ett forsta glassubstrat (103). Varje svepelektrod och varje uppréatthallande elektrod bildar ett par. Pa det
forsta glassubstratet har man bildat ett dielektriskt lager (104) och ett skyddslager (105) i ndmnd ordning, vilka téacker elektroderna. Ett
flertal dataelektroder (107; 207) ar stéllda vinkelrétt till svepelektroderna och de uppréatthallande elekiroderna och &r beldgna pa en
inneryta av ett andra glassubstrat (108) som ar belaget mitt emot till det forsta glassubstratet sa, att det mellan dem finns ett
urladdningsrum. | ett gasurladdningsvisningsdon (100) av véxelstromstyp med denna struktur &r atminstone en av namnda flertal av
svepelektroder och namnda flertal av uppréatthallande elektroder indelade i flera grupper och elektroderna i de olika grupperna tillférs
pulser (SCN1, SCN2, SCNn) av olika fas sa, att en uppratthallande urladdning astadkoms. Svepelektroderna och de uppréatthallande
elektroderna kan vara kamformiga med taggar. De kamformiga svepelekiroderna och de kamformiga uppratthallande elektroderna star
sinsemellan mitt emot varandra med ett litet gap mellan dem s3, att deras taggar star sinsemellan omlott. | ett sddant fall ar
dataelektroderna placerade mitt emot taggarna till svepelekiroderna och i deras léangdriktning.
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Kaasupurkausndyttdlaite ja menetelmd sen ohjaamiseksi

Esilld oleva keksintd liittyy kaasupurkausndyttdlaittee-
seen, joka ndyttdd merkin tai kuvan valonsdteilyn avulla
kdyttden kaasupurkausta ja joka on tarkoitettu kéytettd-
vdksi kuvanndyttodlaitteessa, kuten televisiossa tai ilmoi-
tustenndyttopaneelissa, sekd menetelm&&n sen chjaamiseksi.
Esilld oleva keksintd 1liittyy erityisesti kaasupurkaus-
laitteeseen, jota kaytetddn vaihtosdhkdtyyppisen plasma-
nayttépaneelin muodossa (josta on seuraavassa kidytetty
lvhennetermis "PDP" (plasma display panel)), sekd menetel-~

mddn sen ohjaamiseksi.

Kaasupurkausnayttdlaitteissa on suuri ndyttdalue huolimat-
ta sen pienestd syvyydestd, ja ne toteuttavat varindytdn.
Naiden etujen vuoksi kaasupurkausndyttdlaitteiden kaytto
on nopeasti laajenemassa. Kaasupurkausndyttblaitteita on
saatavissa useita tyyppejd. Erds kuvanndyttddn soveltuva
kaasupurkauslaitetyyppi on vaihtosdhkétyyppinen PDP., T&-
mantyyppisissa kaasupurkausndyttdlaitteissa, jotka on esi-
tetty japanilaisissa julkisiksi tulleigsa hakemusjulkai-
suissa numerot 59-79938 ja 61-39341 sekd japanilaisessa

patenttijulkaisussa numero 62-31775, on muistitoiminto.

Tavanomainen vaihtos&hkotyyppinen PDP 1000 selitetdén
lyhyesti kuvioihin 1A ja 1B viitaten. Kuvio 1A on vaih-
tosdhkétyyppisen PDP:n 1000 tasokuvanto, joka esittaa
erdstd elektrodien sovitelmaa. Kuvio 1B on vaihtosdhko-
tyyppisen PDP:n 1000 poikkileikkauskuvanto, joka on otettu

viivaa 1B-1B' my&ten kuviossa 1A.

Kuten kuviossa 1B on esitetty, vaihtos&hkotyyppinen PDP
1000 kdsitt&dd ensimmaisen lasisubstraatin 3 ja toisen
lasisubstraatin 8, jotka ovat toisiaan vastapddtid. Ensim-

mdinen lasisubstraatti 3 ja toinen lasisubstraatti 4 muo-
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dostavat yhdessd vaihtosahkdtyyppisen PDP:n 1000 ulko-
kuoren. Ensimmdisen lasisubstraatin 3 sisdpuoliselle pin-
nalle on asetettu ensimmdinen elektrodiryhmd, johon kuuluu
useita pyyhkdisyelektrodeja (ensimmdiset purkauselektro-
dit) 1 ja useita yllapitoelektrodeja (toiset purkauselek-
trodit) 2. Ensimmidisen lasisubstraatin 3 pinnalle on ase-
tettu eristekerros 4, joka peittdi ensimmdisen elektrodi-
ryhmén, ja eristekerroksen 4 pddlle on asetettu suojaker-
ros 5. Toisen lasisubstraatin 8 sisdpuoliselle pinnalle on
asetettu toinen elektrodiryhm&, johon kuuluu useita data-
elektrodeja (kolmannet purkauselektrodit, joita kutsutaan

myds "osoite-elektrodeiksi") 7.

Kuten kuviossa 1A on esitetty, pyyhkdisyelektrodit la - 1n
(téssd on esitetty vain la, 1b ja 1lc) ja yllapitoelektro-
dit 2a - 2n (tdssd on esitetty vain 2a, 2b ja 2c) on ase-
tettu yvhdensuuntaisiksi vuorotellen. Dataelektrodit 7a -
7m (tassd on esitetty vain 7a ja 7b) on asetettu yhden-
suuntaisiksi siten, ettd ne ristedvit kohtisuorasti pyyh-
kdisyelektrodien la - 1n ja yllapitoelektrodien 2a - 2n
kanssa. Vierekkdiset pyyhkdisyelektrodit ja yllapitoelek-
trodit (esimerkiksi la ja 2a) muodostavat parin. Pariin
kuuluvan pyyhkdisyelektrodin ulkoneva alue ja pariin kuu-
luvan ylldpitoelektrodin ulkoneva alue ovat toisiaan vas-
tapdsdtd alueella S (kuvio 1lA), missd yll&pitopurkaus ta-

pahtuu. Aluetta S kutsutaan "purkausalueeksi".

Toinen elektrodiryhmd, johon dataelektrodit 7a - 7m kuulu-
vat, on suojakerrosta 5 vastapddtd ja niiden vélissd on
purkauskaasun tayttdm& purkaustila 6. Eristekerros 4 on
muodostettu boorilasista tai muusta sellaisesta, ja suoja-

kerros 5 on muodostettu MgO:sta tal muusta sellaisesta.

Kuten kuviossa 2 on esitetty, pyvhkdisyelektrodit la - 1n,
ylldpitoelektrodit 2a - 2n ja dataelektrodit 7a - 7m on
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sovitettu ortogonaalisesti ristikoksi. Pyyhkdisyelektrodit
la - 1n on kytketty pyyhkéisyelektrodien ohjauspiiriin 10,
yllapitoelektrodit 2a - 2n on kytketty ylldpitoelektrodien
ohjauspiiriin 11, ja dataelektrodit 7a - 7m on kytketty

dataelektrodien ohjauspiiriin 12,

Toinen tavanomainen vaihtosadhkdtyyppinen PDP 2000 selite-
tadn kuvioihin 3A ja 3B viitaten. Kuvio 3A on vaihtosidhks-
tyyppisen PDP:n 2000 tasokuvanto, joka esittdi elektrodien
sovitelmaa, ja kKuvio 3B on vaihtos8hkotyyppisen PDP:n 2000
poikkileikkauskuvanto, joka on otettu viivaa 3B-3B' myéten
kuviossa 3A. Kuviossa 3A kirjain P tarkoittaa kuvaelement-
tialuetta (pixel area), ja kirjain S tarkoittaa purkaus-
aluetta. Kuvioissa 3A ja 3B samoilla osilla kuin kuvioissa

1A ja 1B on samat viitenumerot.

Kuten kuviossa 3B on esitetty, vaihtosdhkdtyyppinen PDP
2000 kasittdd kolme fosforikerrostyyppid R, G ja B, jotka
s8teilevdt punaista, vihredtd ja sinistd valoa ja jotka
sijaitsevat toisen lasisubstraatin 8 gsisdpuolisella pin-
nalla varindytén aikaansaamiseksi. Fosforikerrokset R, G
ja B sijaitsevat asemallisesti vastaavissa kohdissa kuin
kuviossa 1A esitetyt purkausalueet S, ja ne herdtetadn
sdteilemddn valoa niiden vastaanottaessa purkausalueilla S
aiheutetun purkauksen kehittdmia ultraviolettisiteitsi.

Menetelmd t&dllaisten vaihtos&hkotyyppisten PDP:iden 1000
ja 2000 ohjaamiseksi on esitetty esimerkiksi japanilaises-
sa patenttijulkaisussa numero 62-61278 ja japanilaisessa
julkiseksi tullessa hakemusjulkaisussa numero 4-170581.
Viimeksi mainitussa julkaisussa ohjausmenetelms on kuvattu

menetelmdnd pistematriisindyttopaneelin ohjaamiseksi.

Tavanomainen menetelmd vaihtosdhkotyyppisen PDP:n (1000
tai 2000) ohjaamiseksi selitet&an kuvioon 4 viitaten.
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Ensin kirjoitusjaksolla suoritetussa Kirjoitustoiminnassa
ainakin vhdelle dataelektrodille, joka on valittu data-
elektrodeista 7a -~ 7m (esimerkiksi dataelektrodi 7a) ja
joka vastaa pyyhkdisyelektrodin la mukaista kuvaelementtia
kuvan nayttémiseksi, sybdtetddn positiivinen kirjoituspuls-
si, jonka amplitudi on +Vw ja joka on esitetty aaltomuoto-
na DATA kuviossa 4. Samanaikaisesti pyyhk&isyelektrodille
la sydtetddn negatiivinen pyyhkdisypulssi, jonka amplitudi
on -Vsg, joka on esitetty aaltomuodossa SCN1. T&lla ohjauk-
sella purkaus tapahtuu dataelektrodin 7a ja pyyhk&@isyelek-
trodin la risteyskohdassa W1l (kuvio 1A), ja siten positii-
vinen varaus varastoituu suojakerrcksen 5 pinnan alueelle,
joka sijainniltaan vastaa risteyskohtaa Wl. Toisin sanoen

tamd alue toimii kirjoituselementtina.

Seuraavaksi ainakin yvhdelle dataelektrodille, joka on va-
littu dataelektrodeista 7a - 7m (esimerkiksi dataelektrodi
7a) ja joka vastaa pyyhkdisyelektrodin la mukaista kuva-
elementtid Lkuvan nayttimiseksi, sybtetdidn positiivinen
kirjoituspulssi, jonka amplitudi on +Vw ja joka on esitet-
ty aaltomuodossa DATA. Samanaikaisesti pyyhkdisyelektro-
dille 1b sydtetdan negatiivinen pyyhkdisypulssi, jonka
amplitudi on -Vs, joka on esitetty aaltomuotona SCN2.
Tdllda ohjauksella purkaus tapahtuu dataelektrodin 7a ja
pyyhkédisyelektrodin 1lb risteyskohdassa W2 (kuvio 1lA), ja
siten positiivinen varaus varastoituu suojakerroksen 5
pinnan alueelle, joka sijainniltaan vastaa risteyskohtaa

W2. Toisin sancen tamd alue toimii kirjoituselementtiné.

Sen vaiheen aikana, jolloin pyyhkdisyelektrodeille la - 1ln
sybtetddn negatiiviset pyyhkdisypulssit, joiden amplitudi
on -Vs ja jotka on esitetty vastaavasti aaltomuotoina SCN1
~ SCNn, ainakin yhdelle wvalitulle dataelektrodille, joka
vastaa asianomaisen pyyvhkaisyvelektrodin mukaista kuvaele-

menttid kuvan ndyttdmiseksi, sydtetddn tdalla tavoin posi-
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tiivinen Kkirjoituspulssi, jonka amplitudi on +Vw. Suoja-
kerroksen 5 pinnalla olevalle ennalta m&dridtylle alueelle

(kirjoitussoluun) varastoituu siten positiivinen varaus.

Kirjoitustoimintoa seuraa ylldpitojaksolla (sustaining
period) suoritettu ylldpitotoiminto. Yllapitotoiminnossa
kaikille ylldpitoelektrodeille 2 sydtetddn negatiivinen
ylldpitopulssi, jonka amplitudi on -Vs ja joka on esitetty
aaltomuodossa SUS, ja kaikille pyyhkédisyelektrodeille 1
sybtetddn negatiiviset yll&pitopulssit, joiden amplitudi
on -Vs ja jotka on esitetty vastaavasti aaltomuodoissa
SCN1 - SCNn. Pulssien sydttd ylldpitoelektrodeille 2 ja
pulssien sydttd pyyhkdisyelektrodeille 1 suoritetaan vuo-
rotellen. Ensimmdisen yllépitopulssin sydttédminen kullekin
ylldpitoelektrodille 2 purkaa suojakerrokseen 5 varas-
toituneen positiivisen varauksen, ja siten tapahtuu yll&-
pitopurkaus silld purkausalueella S, joka kuuluu samaan
purkaussoluun kuin kulloinkin kyseessd oleva risteyskohta.
Negatiivisen ylldpitopulssin vuorottainen syottd kullekin
ylldpitoelektrodille 2 ja kullekin pyyhkdisyelektrodille 1
jatkaa ylléapitopurkausta kulloinkin KkKyseessd olevalla
purkausalueella S. Merkit ja kuvat ndytetddn tidllaisen

yllapitopurkauksen aiheuttaman valons&dteilyn avulla.

Poistojaksolla (erasing period) suoritetussa poistotoimin-
nossa kaikille yllapitoelektrodeille 2 sydtetdin negatii-
vinen poistopulssi, jonka amplitudi on -Ve ja leveys on
pieni t, ja joka on esitetty aaltomuodossa SUS. (Seuraa-
vassa pienen leveyden omaavaa pulssia on kutsuttu "kapeak-
si pulssiksi".) Tdlld syotdlla tapahtuu poistopurkaus, ja
siten yll&pitopurkauksen suojakerrckseen 5 varastoima va-
raus poistetaan kokonaan. Tamdn johdosta yllépitopurkaus
ei jatku, vaikka ylléapitopulssi sybtetddn. Ylldpitotoimin-
to siis paattyy.
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Ylldpitoelektrodeille sydtetyn poistopulssin amplitudin
itseisarvo on tavallisesti pienempi kuin ylldpitopulssin
tai sen leveys on pienempi kuin yll&pitopulssin. Poisto-
toiminnolle tarkoitetun marginaalin suurentamiseksi pois-~
topulssin sekd@ amplitudin itseisarvon ettd poistopulssin
leveyden ei tarvitse olla pienempi kuin yllépitopulssilla.
Vaihtoehtoisesti voidaan sybtt&8ad useita poistopulsseja,

joiden leveydet ovat pienet mutta erisuuret.

Kirjoitus-, yllapito- ja poistotoimintojen stabiloimiseksi
kukin kirjoitus-, ylldpito- ja poistopulssi syotetdisn
jyrkd&n nousun ja laskun omaavana. Jannitteen muutokselle
vaadittava nousu- ja laskuaika asetetaan yleensd niinkin

lyhyeksi kuin useita satoja nanosekunteja.

Ylldpitopurkauksen suorittamisella saatavan valon lumi-
nanssin maardd ylldpitopulssin amplitudi, pyyhkadisyelek-
trodien la - 1In ja suojakerroksen 5 pinnan vdlinen kapasi-
tanssi, yllapitoelektrodien 2a - 2n ja suojakerroksen 5
pinnan vdlinen kapasitanssi ynnd muut sellaiset. Kunkin
pulssin amplitudin mé&rddvdt kuitenkin olennaisesti vaih-
tosdhkdétyyppisen PDP:n ominaisuudet eikd niitd siten voi
mielivaltaisesti muuttaa. VaihtosdhkOotyyppisen PDP:n ra-
kennetta, elektrodien materiaalia, purkauskaasun tyyppia,
tiivistyspainetta ja muita sellaisia ei voi muuttaa wvaih-
tosdhkotyyppisen PDP:n valmistamisen jdlkeen. N&din ollen
valon luminanssia voidaan s&&4t&dd yksinkertaisesti muutta-
malla ylldpitopurkausten toistokertojen lukumdiardi (toisin

sanoen pulssien lukumddrdd) aikayksikkod kohti.

Seuraavassa edelld kuvatut toiminnot on selitetty yksi-
tyiskohtaisesti viitaten kuvioihin 5A - 5G. Kuviot 5A - 5G
esittdvdt seindmidvarausten olemassaolevia ja siirtyvii
tiloja purkaussolussa edelld kuvattujen toimintojen kus-

sakin vaiheessa.
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Kuviot DA - 5G ovat tavallisen vaihtosadhkdétyyppisen PDP:n
poikkileikkauskuvantoja, joka PDP on samanlainen kuin ku-
vioissa 1B - 3B esitetyt vaihtosdhkétyyppiset PDP:t. Kuvi-
oissa 5A - 5G toisen lasisubstraatin 8 sisdpuolisen pinnan
dataelektrodi 7 on peitetty toisella eristekerroksella 9,
ja fosforikerrokset R, G ja B (kuviossa 5A on esitetty
vain R) sijaitsevat toisen eristekerroksen 9 pdalla. Kuvi-
oissa 5A - 5G esitetyn vaihtosdhkétyyppisen PDP:n rakenne
on sama kuin kuvioissa 1B ja 3B vaihtosahk&tyyppisen PDP:n
1000 ja 2000 rakenne edelld kuvattuja kohtia lukuunotta-
matta. Elementeilld, jotka ovat samat kuin vaihtosdhkd-
tyyppisissd PDP:issd 1000 ja 2000, on samat viitenumerot.

Kuvio 5A esittdd alkutilaa ennenkuin vaihtosdhkotyyppinen
PDP kytketddn virralliseksi. Vaihtosdhkdtyyppisen PDP:n

purkaussolussa ei ole seindmdvarausta.

Kuten kuviossa 5B on esitetty, kirjoitusjaksolla sen jal-
keen kun vaihtosdhkOtyyppinen PDP on kytketty virrallisek-
si, dataelektrodille 7 sydtetddn kirjoituspulssi, jonka
amplitudi on +Vw (V), ja pyyhkdisyelektrodille 1 sybtetddn
negatiivinen pyyhkaisypulssi, jonka amplitudi on -Vs (V).
Kirjoittaminen tapahtuu silloin dataelektrodin 7 ja pyyh-
kdisyelektrodin 1 risteyskohdassa. Toisen eristekerroksen
9 pinnan alueeseen, joka vastaa dataelektrodia 7, varas-
toituu negatiivinen sein&mdvaraus, Jja suojakerroksen 5
pinnan alueeseen, joka vastaa pyyhkdisyelektrodia 1, va-

rastoituu positiivinen seinadmdvaraus.

Kuten kuviossa 5C on esitetty, yllépitojaksolla yllapi-
toelektredille 2 syttetd&n negatiivinen yllapitopulssi,
jonka amplitudi on -Vs (V). Suojakerroksen 5 pinnan aluee-
seen, joka vastaa ylldpitoelektrodia 1, varastoituu posi-
tiivinen seindmdvaraus. Positiivisen seindmdvarauksen ke-

hittamd@ jannite superponoituu yllédpitopulssin jénnittee-
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seen ja sydotetdidn pyyhkdisyelektrodia 1 vastaavan suoja-~
kerroksen 5 pinnan alueen ja yll&pitoelektrodia 2 vastaa-
van suojakerroksen 5 alueen védlille. N&in ollen ylldpito-
purkaus tapahtuu edelld mainittujen kahden alueen vdlilla.
Tdmdn johdosta pyyhkdisyelektrodia 1 vastaavaan suojaker-
roksen 5 alueeseen varastoituu negatiivinen seindmdvaraus
ja yllédpitoelektrodia 2 vastaavaan suojakerroksen 5 aluee-

seen varastoituu positiivinen seindmévaraus.

Lisdksi vyllapitojaksolla, Kkuten kuviossa 5 on esitetty,
pyvhkaisyelektrodille 1 sybtetddn negatiivinen yllapito-
pulssi, jonka amplitudi on -Vs (V). Silloin jédnnite, jonka
on Kehittdnyt negatiivinen seindmdvaraus, jonka yllapito-
purkaus on varastoitunut pyyhkdisyelektrodia 1 vastaavaan
suojakerroksen 3 alueeseen, ja jadnnite, jonka on kehit-
tdnyt positiivinen seindmdvaraus, Jjoka on varastoitunut
yvlldpitoelektrodia 2 wvastaavaan suojakerroksen 5 aluee-
seen, superponoituvat yllédpitopulssin jaAnnitteeseen ja
sydtetddn pyyhkdisyelektrodia 1 vastaavan suojakerroksen 5
alueen ja yll&pitoelektrodia 2 vastaavan suojakerroksen 5
alueen valille. Yllapitopurkaus tapahtuu siten j&lleen
edelld mainittujen kahden alueen vdlilla, mutta vastakkai-
sessa suunnassa. Tamdn johdosta yll&pitoelektrodia 2 vas-
taavaan suojakerroksen 5 alueeseen varastoituu negatiivi-
nen seindmdvaraus, ja pyyhkdisyelektrodia 1 wvastaavaan
suojakerroksen 5 alueeseen varastoituu positiivinen va-

raus.

Edelleen ylldpitojaksolla, kuten kuviossa 5C on jilleen
esitetty, yll&pitoelektrodille 2 sydtetddn negatiivinen
yllapitopulssi, jonka amplitudi on -Vs (V). Silloin jénni-
te, jonka on kehittdnyt negatiivinen seindmdvaraus, jonka
yvlldpitopurkaus on varastoitunut yllidpitoelektrodia 2
vastaavaan suojakerroksen 5 alueeseen, ja jannite, jonka

on kehittdnyt positiivinen seindmdvaraus, joka on varas-
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toitunut pyyhkdisyelektrodia 1 vastaavaan suojakerroksen 5
alueeseen, superponoituvat yllé&pitopulssin jdnnitteeseen
ja sybtetdan pyyhkdisyelektrodia 1 vastaavan suojakerrok-
sen 5 alueen ja ylldpitoelektrodia 2 vastaavan suojaker-
roksen 5 alueen vdlille. N&in ollen yllé&pitopurkaus tapah-
tuu jélleen edelld mainittujen kahden alueen v&1illa.
Taman johdosta pyyhkidisyelektrodia 1 vastaavaan suojaker-
roksen 5 alueeseen varastoituu negatiivinen seindmivaraus,
ja pyyhkdisyelektrodia 2 vastaavaan suojakerroksen 5 alu-

eeseen varastoituu positiivinen seindmdvaraus.

Talla tavoin ylléapitopurkaus (varausten siirtyminen) ta-
pahtuu toistuvasti yllédpitojaksolla, kuten kuvioissa 5C ja
5D on esitetty, ja fosforikerroket R, G ja B heritetaan
toistuvan ylléapitopurkauksen kehittdmidlla ultraviolettiva-

lolla ja t&l1l& tavoin suoritetaan nayttd.

Kuten kuviossa D5E on esitetty, poistojaksolla yll&pito-

elektrodille 2 sybtetddn negatiivinen kapea poistopulssi,

'jonka amplitudi on -Vs (V). Silloin jannite, jonka on

kehittanyt negatiivinen seinam&varaus, jonka yll&pitopur-
kaus on varastoitunut yllédpitoelektrodia 2 vastaavaan
suojakerroksen 5 alueeseen, ja jadnnite, jonka on kehit-
tdnyt positiivinen seindmdvaraus, joka on varastoitunut
pyyhkdisyelektrodia 1 vastaavaan suojakerroksen 5 aluee-
seen, superponoituvat negatiivisen kapean poistopulssin
jannitteeseen ja sydtetddn pyyhkidisyelektrodia 1 vastaavan
suojakerroksen 5 alueen ja ylldpitoelektrodia 2 vastaavan
suojakerroksen 5 alueen v&lille. N&in ollen poistopurkaus
tapahtuu j&dlleen edelld mainittujen kahden alueen v&lilla.
Koska tdllaista poistopurkausta kuitenkin yll&pidetaidn
lyhyen ajan kapeasta pulssista johtuen, niin purkaus pdit-
tyy puolitiehen. N3in ollen asettamalla kapean poistopuls-
sin leveys optimiksi seinsmdvaraus pyyhkdisyelektrodia 1

vastaavassa suojakerroksen 5 alueessa ja seindmidvaraus
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vlldpitoelektrodia 2 vastaavassa suojakerroksen 5 alueessa
voidaan neutraloida. Sen jdlkeen ylldpitopurkausta ei ta-
pahdu, vaikka yllapitopulssi sydtetddn, ellei kirjoitus-
pulssia jadlleen sydtetd. Ndin ollen purkauksessa pidetdédn
tauko. Seinidmidvarauksen jdanndstaso kuviossa 5 on pienempi
kuin seindmé&varauksen jadd&nndstaso kuviossa 5B, koska sei-
namdvaraus on osittain havitetty yllapitopurkauksen aika-

na’

Kuten kuviossa 5F on esitetty, kirjoitusjaksolla data-
elektrodille 7 sydtetddn positiivinen pulssi, jonka ampli-
tudi on +Vw (V) ja pyyhkdisyelektrodille 1 syOtetdan nega-
tiivinen pyyhké8isypulssi, jonka amplitudi on -Vs (V).
Silloin kirjoituspurkaus tapahtuu toisen eristekerroksen 9
dataelektrodia 7 vastaavan alueen ja pyyhkdisyelektrodia 1
vastaavan suojakerroksen 5 alueen valilla. Tdllainen kir-
joituspurkaus varastoi negatiivisen seindmd@varauksen toi-
sen eristekerroksen 9 dataelektrodia 7 wvastaavaan aluee-
seen ja varastoi positiivisen sein&mdvarauksen toisen
eristekerroksen 9 pyyhkdisyelektrodia 1 vastaavaan aluee-~-
seen kuviossa 5E esitetyn seindmdvarauksen j&dnndksen 1li-
sdksi. Tamdn johdosta varaustaso Kkuviossa 5E tulee yhtd-
suureksi kuin wvaraustaso kuviossa 5B. Toistamalla t&114
tavoin kuvioissa bBF, 5C, 5D ja 5E kuvattua toimintaa kuva

saadaan naytetyksi.

Edelld kuvatussa tavanomaisessa esimerkissd on kuvattu
menetelmd vaihtosdhkdtyyppisen PDP:n ohjaamiseksi, jossa
dataelektrodit 7 on peitetty toisella eristekerroksella 9
ja jossa fosforikerrokset R, G ja B on muodostettu toiseen
dielektriseen kerrokseen 9. Samaa menetelm#d voidaan kidyt-
tdd sellaisen vaihtosdhkdtyyppisen PDP:n ohjaamiseksi,
jossa nayttd suoritetaan suoraan purkauksen emittoimaa
valoa hyvadksikdyttden ja jossa siten ei ole mitdsn fosfo-

rikerrosta. Samaa menetelmdd voidaan kaytt&ad myds sellai-
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sen vaihtosahkdtyyppisen PDP:n ohjaamiseksi, jossa data-
elektrodit 7 on valittdmidsti peitetty fosforikerroksella
ilman toista eristekerrosta 9. Tadllaisessa tapauksessa
fosforikerros toimii samalla tavoin kuin toinen eristeker-
ros 9. Samaa menetelmdi voidaan vield kayttadd sellaisen
vaihtosahkdtyyppisen PDP:n ohjaamiseksi, jossa dataelek-
trodit 7 ovat paljsana purkaustilaan 6 p&din ilman toista
eristekerrosta 9 tai fosforikerrosta. T&llaisessa tapauk-
sessa, vaikka toisen eristekerroksen 9 dataelektrodeja 7
vastaavaan alueeseen ei ole varastoitunut seindmivarausta,
sitd vastaava seindm@varaus varastoidaan pyyhkédisyelektro-

dia 1 vastaavaan suojakerroksen 5 alueeseen.

Tavanomainen pyyvhkdisyelektrodien ohjauspiiri 30 on seli-
tetty kuvioihin 6 ja 7 viitaten. Kuvio 6 on pyyhkdisyelek-
trodien 30 ohjauspiirien piirikaavio. Pyyhk&isyelektrodien
ohjauspiiri 30 kdsittdd suurjannitteen kestdvét p-kanavai-
set MOSFET:it 13 ja samoin suurjannitteen kestdvidt n-kana-
vaiset MOSFET:it 14. p-kanavaiset MOSFET:it 13 on vastaa-
vasti kytketty pyyhkdisyelektrodeihin l1a - 1n niiden nie-
luelektrodilla (drain electrode) ja n-kanavaiset MOSFET:it
14 on myds vastaavasti kytketty pyyhkdisyelektrodeihin la
- 1ln niiden nieluelektrodilla. Kunkin p-kanavaisen MOS-
FET:in 13 l&hde (source) on kytketty mashan ja kunkin n-
kanavaisen MOSFET:in 14 l&8hde on kytketty -200 V:n suur-
jédnniteldhteeseen. Kukin p-kanavainen MOSFET 13 ja kukin
n-kanavainen MOSFET 14 muodostavat suurjdnnitteen kestdvin

vuorovaihejdrjestelmdn lahtdasteen.

p-kanavaiset MOSFET:it 13 on kytketty pyyhkaisylogiikka-
piiriin 16 suurjénnitteen kestdvan tasonsiirtopiirin (L/S,
level shift circuit) 15 kautta ja n-kanavaiset MOSFET:it
14 on kytketty pyyhkdisylogiikkapiiriin 16 suoraan.
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Pyyhkdisylogiikkapiiri 16 k&sittdd siirtorekisterin 17,
ensimmdisen ver&jan 18, toisen verdjé&n 19 ja invertterin
20. Yhteisjohdin, joka on signaalitason vertailupohjana
signaalitasolle pyyhkdisylogiikkapiirissd 16, on kytketty

=200 V:n suurjédnniteldhteeseen.

Kuvio 7 on ajoituskaavio, joka kuvaa toimintaa pyyvhkdisy-

elektrodin ohjauspiirissa 30.

Kun pyyvhkaisydatasignaali SI ja kellosignaali CLK sydte-
tdidn siirtorekisteriin 17, pyyhkdisydatasignaali SI lue-
taan sis&dn kellosignaalin CLK laskevalla reunalla. Siir-
torekisterin 17 ulostulojen taso tulee alas yksitellen ja
pyyhkdisysignaali tulostetaan. Vain sind aikana, kun sam-
mutussignaalin BLK taso on alhaalla, pyyhkdisysignaali
pddsee ensimmdisen verdjan 18, toisen ver&jan 19, invert-
terin 20 ja tasonsiirtopiirin 15 lapi ja sybtetdidn kulle-
kin p-kanavaiselle MOSFET:ille 13 ja kullekin n-kanavai-
selle MOSFET:ille 14. Pyyhkiisypulssi sybtetdidn siten
pyyhkdisyelektrodille la - 1ln yksi kerrallaan.

Yllapitojaksolla, kun yllapitosignaali SU sydtetdin toi-
selle verdjdlle 19, ylldpitopulssi sydtet3&n kaikille

pyvyhkdisyelektrodeille la -~ 1ln samanaikaisesti.

Kuviossa 6 esitetyn pyyhkaisyelektrodien ohjauspiirin 30
koon pienentédmiseksi pyyhké&isyelektrodien ohjauspiiri 30
on tavallisesti jaettu tarkoituksenmukaiseen mdarain loh-

koja monoliittisen IC:n muodostamiseksi.

Edelld kuvatuilla tavanomaisilla vaihtos&hkotyyppisilli

PDP:illa on seuraavat ongelmat.

(1) Ehdot pyyhkdisytoiminnan asettamiseksi ovat tiukat,
kuten edelld on kuvattu. Jos ehdot on asetettu sopimatto-
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masti, niin kuvan oikeata toistoca ei pystytd suorittamaan
jadanndsvarauksen vaikutuksen vuoksi. Eri purkaussolut ha-
jottavat helposti potentiaalin purkausalueessa §, ja pur-

kausominaisuudet muuttuvat ajan mittaan.

Lisdksi koska poistopulssin leveys on suuri, niin poisto-
pulssin leveyden vaihtelu voi viivastdd poistopurkauksen
alkamista, kun poistopulssi sydtetddn. Tdllaisessa tapauk-
sessa purkausalueeseen S varastoitua varausta ei pystytéa
taysin poistamaan.

Yksityiskohtaisemmin sanottuna poistopulssin leveyden t.
ja amplitudin -Ve vaihtelu ei voi olla suuri. N&din ollen
jos ominaisuudet on hajotettu eri purkaussoluihin, niin
joissakin purkaussoluissa poistopurkaus voidaan suorittaa
liiallisena tai riittamdttémansd. Koska suojakerrokseen 5
varastoitua varausta ei tdysin poisteta tdllaisista pur-
kaussoluista, niin pyyvhkdisytoiminnolle ei saada aikaan
riittavadd marginaalia. Purkauksen liiallinen poistaminen
merkitsee sitd, ettd sen jdlkeen kun suojakerrokseen 5
varastoitunut varaus on poistettu, varastoituu vastakkai-
sen napaisuuden omaava varaus. Purkauksen riittdmaton
poisto merkitsee sitd, ettd suojakerrokseen 5 varastoitua

varausta ei pystytd pienentdmdin nollaksi.

(2) Jos positiivinen varaus, joka on varastoitunut suoja-
kerroksen 5 alueeseen, joka vastaa pyyhkdisyelektrodin ja
dataelektrodin risteyskohtaa (esim. W1 tai W2 kuviossa
1A), siirtyy purkausalueeseen S, niin osa-alueeseen S,
siirtyvdn varauksen taso on osa-alueeseen S, siirtyvin
varauksen tasosta eridva, koska osa-alue S; on ldhempdnad
risteyskohtaa W1l kuin osa-alue $,. N&in ollen varausjakauma
purkausalueessa S ei ole yhtendinen. Taman johdosta kun
poistopulssi sydtetdédn, varauksen taso ei ole yhtendinen

suojakerroksen 5 alueella, joka vastaa purkausaluetta S.
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Poistotoiminto ei siis wvoi olla yhtendinen koko purkaus-

alueella S.

(3) Jos varindyton tapauksessa purkausalueessa S toisiaan
vastapddti olevien pyyhkdisyelektrodien ja ylldpitoelek-
trodien leveyksid pienennetdidn olennaisesti nelidmdisen
kuvaelementtialueen P aikaansaamiseksi, niin myds purkaus-
alue S pienenee. Té&mdn johdosta erityisesti suurissa vari-
nayttdlaitteissa ei pystytd saavuttamaan riittdvdid lumi-

nanssia.

(4) Vvaikka purkaus on asetettu suoritettavaksi 60 kertaa
sekunnissa, kuten henkildkohtaisessa tietokoneessa, tele-
visiossa ja muissa sellaisissa yleensd tehdddn, niin lu-
minanssi on liian suuri, jos vaihtosdhkétyyppisen PDP:n
hydtysuhde on suuri. Ndin ollen kuvat voidaan nayttda suu-

rella luminanssilla mutta ei pienelld luminanssilla.

(5) Yllapitojakson aikana kulkeva purkausvirta keskittyy,
jos yllépitopulssin taso muuttuu, Kkuten kuviossa 4 on
esitetty. Ndin ollen purkausvirran huippuarvo Ip on liian
suuri Kkeskiarvoon Ia verrattuna. T&m&n johdosta piiri
virtaldhteen sydbttdmiseksi wvaatii suuren Kkapasitanssin
omaavan kondensaattorin virran tasoittamiseksi sekd kyt-
kintransistorin suuren huippuvirran sydttamiseksi. Lisdksi
tdllaisen suuren huippuvirran haitallisen vaikutuksen pii-
rin toimintaan estdmiseksi tarvitaan h8iridénpoistopiiri ja

monikerrossubstraatti.

(6) Tavanomaisessa pyyhkdisyelektrodien ohjauspiirissi 30
tarvitaan suurjédnnitteen kestadvdn vuorovaihejirjestelmin
ldhtoaste, joka kdsittdd p-kanavaisen MOSFET:in 13 ja n-
kanavaisen MOSFET:in 14, kutakin pyyhkdisyelektrodia la -
1n kohti. Tarvitaan myds suurjénnitteen kestdvid tasonsiir-

topiiri 15. N&in ollen pyyhkdisyelektrodien ohjauspiirin
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30 sisdllyttaminen IC:hen on vaikeata. Vaikka pyyhkdisy-
elektrodien ohjauspiiri 30 sisdllytetddn IC:hen, niin
mikropiirin pinta-ala on riittévdn suuri lisdtdkseen val-
mistuskustannuksia. Jos pyyhkdisyelektrodien la - 1ln véa-
1i11l4 tapahtuu oikosulku, niin pyyhkdisyelektrodien oh-

jauspiiri 30 vikaantuu.

(7) Kuviossa 5F esitetty kirjoitustoiminta vaatii kirjoi-
tuspurkauksen, joka aiheutetaan tilassa, jossa seindmdva-
rauksen jaannds on jédljelld sen jalkeen kun Kuviossa 5E
esitetty poistojakso on pddttynyt. Seindmdvarauksen jaan-
nds vaikuttaa kuitenkin kirjoituspulssin jdnnitettda wvas-
taan olevassa suwunnassa, joten kirjoituspurkaus on vai-
keampi toteuttaa kuviossa 5B esitettyyn tilaan verrattuna.
Vaikka kirjoituspurkaus tapahtuu, niin suojakerroksen 5
pyyhkaisyelektrodia 1 vastaavan alueen seindmdvarauksen ja
suojakerroksen 5 yllédpitoelektrodia 2 vastaavan alueen
seindmdvarauksen vdlinen ero on liian pieni yll&apitopur-
kauksen kaynnistamiseksi helposti. T&mén johdosta jois-

takin purkaussoluista ei emittoidu valoa.

Siind tapauksessa ettd vaihtosd&hkdtyyppinen PDP kytketdan
virralliseksi toiminnan aloittamiseksi tilassa, jossa sei-
namavaraus on jo jakautunut kuten kuviossa 5G on esitetty,
nimittdin tilassa, jossa negatiivinen seindmdvaraus on va-
rastoitunut toisen suojakerroksen 5 dataelektrodeja 7 vas-
taavaan alueeseen, ja jossa positiivinen seindmédvaraus on
varastoitunut suojakerroksen 5 pyyhkaisyelektrodeja 1 vas-
taavaan alueeseen, seindmdvaraus vaikuttaa kirjoituspuls-
sin jé@nnitettd vastaan vaikuttavassa suunnassa. Ndin ollen
kKirjoituspurkaus ja ylldpitopurkaus tapahtuvat kumpikin
vaikeasti, ja purkaustoimintoa ei suoriteta, ennenkuin
kuvioissa 5G esitetyt seindmdvaraukset ovat luonnostaan
poistuneet. Tamé&n johdosta naytdn nousuaika vaihtosdhko-

tyyppisen PDP:n virralliseksi kytkemisen j&@lkeen, toisin
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sanoen aika, joka vaihtosadhkdtyyppiselld PDP:114 vaaditaan
normaalin naytén suorittamiseksi vaihtosdhkotyyppisen

PDP:n virralliseksi kytkemisen jdlkeen, pitenee.

Kuvio 8 on tavanomaisen kuvannidyttdpaneelin 40 tasokuvanto
kuten PDP:n, nestekidendyttdpaneelin (LCD, liquid crystal
panel), elektroluminenssilamppua (EL, electroluminescent
lamp) kayttdvdan paneelin tai fluoresenssindyttoputkea
kayttdavan paneelin. Kuten kuviossa 8 on esitetty, t&llai-
seen paneeliin kuuluu litted kotelo 21, jossa on suorakul-
mainen etuseind 22, Kuvanndyttdalue DA on sijoitettu suo-
rakulmaiseen etuseinddn 22, Littedn kotelon sisipuolelle
21 on suljettu tiiviisti ndyttdelektrodit. Etuseind 22 on
muodostettu lasilevystd. Mosaiikkimainen suuri Kkuvapinta
muodostetaan sovittamalla useita téllaisia kuvannayttod-
paneeleja 40 ristikkoon useille vaakariveille ja useille
pystyriveille. Td&dllaista suurta kuvanpintaa kédytetdén

televisiossa tai mainosten nidyttdpaneelissa.

Muodostettaessa suuri kuvapinta useiden tdllaisten kuvan-
ndyttopaneelien 40 avulla paneelit 40 sovitetaan kaksi-
ulotteisesti siten, ettd kahden viereisen paneelin 40
vdlissd ei ole rakoa. Koska etuseind 22 on kuitenkin muo-
dostettu lasista, niin ei-ndytttalue 23, joka on muodol-
taan suorakulmainen kehys ja ymp&drdi kuvanndyttdaluetta,
toisin sanoen littedn kotelon 21 ja tiivistemateriaalin
kuten sulatelasitteen sivuseind, ndkyy etuseinidn 22 1l&pi.
Ndin ollen tdllainen ei-ndyttdalue 23 esiintyy valttamatta
suurella kuvapinnalla valoa sdteilemdttdmind tummina wvii-
voina ristikossa. Tdllainen ristikko huonontaa kuvan laa-

tua merkitsevisti,.

8iind tapauksessa, ettd yhdessd kuvanndyttOpaneelissa 40
on vain pieni mddra kuvaelementtejd, esimerkiksi kaksi,

tummat viivat eivdt ole kovin hdiritseviid etdidltia katsot-
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taessa, koska viivat ovat hajallaan suurella kuvapinnalla.
Nayttdlaitteilla joita kdytetddn suuren tarkkuuden omaa-
vissa kuvannayttdlaitteissa ja sisakdyttddn tarkoitetuissa
kuvanndyttdlaitteissa kuitenkin kdytetddn suurta mdiAardi
hyvin tihedssd olevia kuvaelementteja. Tédllaisessa tilassa
kahden vierekkdisen kuvanndyttdpaneelin 40 vidlinen raja-
pinta on silminndhtdvad tummana ristikkona ja toistettu

kuva on lisdksi vadristynyt.

Esilld olevan keksinnén yhden ndkdkohdan mukaan kaasupur-
kausndyttdlaite kdsittdd ensimmdisen substraatin ja toisen
substraatin, jotka on asetettu toisiaan vastapddtd ja joi-
den vdlissd on purkaustila ja jotka muodostavat ulkokuo-
ren, ensimmdisen elektrodiryhmédn, johon kuuluu useita
pyyhkdisyelektrodeja ja useita yll&pitoelektrodeja, jotka
on asetettu keskendidn yhdensuuntaisina ensimmidisen subst-
raatin sisdpuoliselle pinnalle, missd kukin mainituista
useista pyyhkaisyelektrodeista ja kukin mainituista useis-
ta yllépitoelektrodeista muodostavat parin, eristekerrok-
sen, joka peittdd ensimmdisen elektrodiryhmén, sekd toisen
elektrodiryhmén, johon kuuluu useita dataelektrodeja ja
useita poistoelektrodeja, jotka on asetettu keskenid3n
yhdensuuntaisina toisen substraatin sisdpuoliselle pinnal-
le ensimmidiseen elektrodiryhmdin ndhden kohtisuorassa
suunnassa, missada kKukin mainituista useista dataelektro-
deista ja kukin mainituista useista poistoelektrodeista

muodostavat parin.

KeksinnOn toisen ndkOkohdan mukaan menetelmd kaasupurkaus-
nayttdlaitteen ohjaamiseksi ké&sittdd vaiheet, joissa en-
simmdiseen elektrodiryhmddn kuuluville mainituille useille
pyyhkdisyelektrodeille ja useille ylldpitoelektrodeille
syOtetddn vuorotellen jédnnitepulssi ja aiheutetaan siten
yllapitopurkaus kunkin parin muodostavan pyyhk&isyelektro-
din ja ylldpitoelektrodin vdlills, ja aiheutetaan poisto-
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purkaus mainittujen useiden ylldpitoelektrodien ja mainit-
tujen useiden poistoelektrodien v&1illd ja poistetaan

siten jaanndsvaraus.

Keksinnén erdidn toisen ndkokohdan mukaan kaasupurkausndyt-
tHlaite kidsittdd ensimmdisen substraatin ja toisen subst-
raatin, jotka on asetettu toisiaan vastapdatd ja joiden
vdlissd on purkaustila ja jotka muodostavat ulkokuoren,
ensimmdisen elektrodiryhmdn, johon kuuluu useita pyyhkdi-
syelektrodeja ja useita yllapitoelektrodeja, jotka on ase-
tettu ensimmdisen substraatin sisdpuoliselle pinnalle,
missd kukin mainituista useista pyyhkdisyelektrodeista ja
kukin mainituista useista ylldpitoelektrodeista muodosta-
vat parin, eristekerroksen, joka peittdd ensimmdisen elek-
trodiryhmdn, sekd toisen elektrodiryhmé&n, johon kuuluu
useita dataelektrodeja, jotka on asetettu keskendin yhden-
suuntaisina toisen substraatin sisdpuoliselle pinnalle
ensimmdiseen elektrodiryhmddn nadhden kohtisuorassa suun-
nassa. mainituilla useilla pyyhkdisyelektrodeilla ja mai-
nituilla useilla yll&apitoelektrodeilla kullakin on kampa-
mainen muoto piikkeineen. Pyyhkdisyelektrodi ja yllapi-
toelektrodi kussakin parissa ovat keskenddn vastakkain ja
niiden valissd on pieni rako silld tavoin, ettd niiden
piikit ovat keskendédn lomittain. Mainitut useat dataelek-
trodit on asetettu mainittujen useiden pyyhkdisyelektrodi-

en piikkeja vastapdatd ja niiden pituussuunnassa.

Keksinndn erddssd suoritusmuodossa toinen elektrodirvhma
kdsittdd useita poistoelektrodeja, jotka on asetettu yh-
densuuntaisiksi mainittujen useiden dataelektrodien kans-

sa.

Keksinndn erddssd suoritusmuodossa mainitut useat poisto-

elektrodit on muodostettu katodimateriaalista.
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Keksinntn vield yhden ndkdékohdan mukaan kaasupurkausndyt-
tdolaite kdsittdd ensimmidisen substraatin ja toisen subst-
raatin, jotka on asetettu toisiaan vastap&d&dtad ja joiden
vdlissd on purkaustila ja jotka muodostavat ulkokuoren,
ensimmdisen elektrodiryhmén, johon kuuluu useita pyyhkdi-
syelektrodeja ja useita yllapitoelektrodeja, jotka on ase-
tettu keskenddn yhdensuuntaisina ensimmdisen substraatin
sisdpuoliselle pinnalle, missd kukin mainituista useista
pyvhkédisyelektrodeista ja kukin mainituista useista ylla-
pitoelektrodeista muodostavat parin, eristekerroksen, joka
peittdd ensimmdisen elektrodiryhmdn, sekd toisen elektro-
diryhmdn, johon kuuluu useita dataelektrodeja, jotka on
asetettu keskendidn yhdensuuntaisina toisen substraatin
sisdpuoliselle pinnalle ensimmdiseen elektrodiryhmdan
ndhden kohtisuorassa suunnassa. Ainakin yksi mainituista
useista pyyhkaisyelektrodeista ja mainituista useista
vlldpitoelektrodeista on kukin jaettu useisiin alueisiin
ja missa 1liitdnté&navat, jotka on vastaavasti kytketty
mainittuihin alueisiin, on johdotettu ulkokuoren ulkopuo-
lelle.

Keksinntn vield yhden ndkodkohdan mukaan menetelmd kaasu-
purkausndyttdlaitteen ohjaamiseksi kdsitt&da vaiheen, jossa
ainakin yksi mainituista useista pyyhkdisyelektrodeista ja
mainituista useista ylldpitoelektrodeista jaetaan useisiin
ryhmiin ja sydtetddn erivaiheiset pulssit mainitulle aina-
kin yhdelle mainituista useista pyyhkdisyelektrodeista ja
mainituista useista ylldpitoelektrodeista eri ryhmissd ja

aiheutetaan siten yll&pitopurkaus.

Keksinnén vield vhden ndkdkchdan mukaan menetelmd kaasu-
purkausnayttolaitteen ohjaamiseksi kdsittdad vaiheen, jossa
sybtetddn poistopulssi, jolla on hetkellinen jdnnite, joka
muuttuu hitaasti joko suurenevalla tavalla tai pienenevil-

13 tavalla, mainitulle ainakin yhdelle useista pyyhkdisy-
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elektrodeista ja mainituista useista yllapitoelektrodeista
ja suurennetaan siten pyyhkdisyelektrodien ja yllédpito-
elektrodien valistd jadnnitettd hitaasti poistotoiminnan

suorittamiseksi.

Keksinndn erddssd suoritusmuodossa aikavdli, joka wvaadi-
taan poistopulssin hetkellisen ja&nnitteen muuttumiseen
10 %:n ja 90 %:n vdlillad sen amplitudista, on asetettu

olemaan 10 ups:n ja 10 ms:n valilla.

Keksinntn vield yhden ndkokohdan mukaan kaasupurkausndyt-
tdlaite k8sittdd useita dataelektrodeja, useita pyyhkdisy-
elektrodeja, jotka on asetettu mainittuihin useisiin data-
elektrodeihin ndhden kohtisuoraan suuntaan, useita suur-
jé&nnitteen kestavia kytkentdlaitteita, joilla kullakin on
ensimmidiset piddelektrodit, jotka on kytketty mainittuihin
useisiin pyyhkdisyelektrodeihin vastaavasti ja riippumat-
tomasti, useita estosuunnassa johtavia diodeja, jotka on
vastaavasti kytketty rinnan mainittuihin useisiin kytken-
tdlaitteisiin, pyyhké&isylogiikkapiirin, joka on kytketty
kunkin mainituista useista kytkentdlaitteista ohjauselek-
trodiin, sekd suurjdnnitteen kestdvdn vuorovaihepiirin,
jonka wulostulo on kytketty kunkin mainituista useista
kytkentdlaitteista toiseen pddelektrodiin ja yhteisjohti-
meen, joka on signaalitason vertailupohjana pyyhkdisylo-

giikkapiirissa.

Keksinndn erddssd suoritusmuodossa mainituista useista
kytkentdlaitteista kukin on suurjannitteen kestava n-kana-
vainen MOSFET ja ettd kukin mainituista useista estosuun-
nagssa Jjohtavista diocdeista on loisdiodi, joka on muodos-

tettu KRuhunkin n-kanavaiseen MOSFET:iin.
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Keksinndn erdidssid suoritusmuodossa mainituista useista
kytkentédlaitteista kukin on suurjadnnitteen kestdva bipo-

laarinen npn-transistori.

Keksinntn vield yhden ndkdékohdan mukaan menetelmd kaasu-
purkausnayttdlaitteen ohjaamiseksi kasittad kirjoitusvai-
heen, jossa mainituille useille dataelektrodeille sy&te-
tdadn kirjoituspulssi ja mainituille useille pyyhkdisyelek-
trodeille sybtetddn pyyhkdisypulssi, jonka napaisuus on
pdinvastainen kuin kirjoituspulssin napaisuus, yll&pito-
vaiheen, jossa mainituille useille yll&pitoelektrodeille
ja mainituille wuseille pyyhkdisyelektrodeille sy&tetdén
vllapitopulssi, ja poistovaiheen, jossa sydtetdin poisto-
pulssi. Ennen kirjoitusvaihetta suoritetaan aloitusvaihe,
jossa ennalta madardtyille, mainittujen useiden dataelek-
trodien, mainittujen useiden yll&dpitoelektrodien ja mai-
nittujen useiden pyyhkdisyelektrodien muodostamasta ryh-
mastd valituille elektrodeille sydtetddn ennalta madratyn

napaisuuden omaava aloituspulssi.

Keksinndn er&d&ssd suoritusmuodossa aloitusvaihe k&sittdad
vaiheen, jossa ainakin yhdelle mainituista useista pyyh-
kdisyelektrodeista ja mainituista useista yllapitoelektro-
deista sy®dtetddn aloituspulssi, jonka napaisuus on pdin-
vastainen kuin kKirjoitusvaiheessa sydtetyn pyyhkdisypuls-

sin napaisuus.

Keksinntdn erddssd suoritusmuodossa mainituille useille
dataelektrodeille sydtetdsn aloituspulssi, jonka napaisuus
on pdinvastainen kuin kirjoitusvaiheessa sydtetyn kirjoi-

tuspulssin napaisuus.

Keksinndn er#d&ssd suoritusmuodossa aikavdli, joka wvaadi-

taan aloituspulssin hetkellisen jénnitteen muuttumiseen
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10 %:n ja 90 %:n valilld sen amplitudista, on asetettu

olemaan 5 ps:n ja 10 ms:n vdlilla.

Keksinndn erdidssd suoritusmuodossa aloitusvaihe késittaa
vaiheen, jossa mainituille useille pyyhkédisyelektrodeille
ja mainituille useille yll&pitoelektrodeille syotetddn
apupulssi, jonka napaisuus on sama ja amplitudi on sama
kuin mainittujen useiden dataelektrodien aloituspulssin

napaisuus ja amplitudi.

Keksinndtn erdidssa suoritusmuodossa aloitusvaihe kasittaa
vaiheen, joissa mainituille useille dataelektrodeille
sybtetddn apupulssi, jonka napaisuus on sama ja amplitudi
on sama kuin mainituille useille pyyhkdisyelektrodeille ja
mainituille useille yllapitoelektrodeille sydtetyn aloi-

tuspulssin napaisuus ja amplitudi.

Keksinntdn erdidsséd suoritusmuodossa aikavali, joka wvaadi-
taan aloituspulssin hetkellisen ja&nnitteen muuttumiseen
10 3:n ja 90 %:n vdalilla sen amplitudista, on asetettu

5 ps:n ja 10 ms:n valille.

Keksinndn vield yhden ndkokohdan mukaan kuvannidyttdlaite
kdsittdd suuren Kkuvapinnan, joka kédsitt84 useita kuvan-
nayttbpaneeleja, jotka on sovitettu kaksiulotteisesti ja
jotka kukin kdsittdvat useita nayttdyksikditd useissa vaa-
kariveissd ja useissa pystyriveissd ja jotka mainitut use-
at nayttdyksikot kukin toimivat kuvaelementtinid (pixel).
Mainitut useat ndyttdyksikoét on sovitettu tasavdlein vaa-
karivien suunnassa ja pystyrivien suunnassa kussakin mai-
nituista kuvanndyttopaneeleista, ja nayttdyksikkd sen vas-
taavan kuvanndyttdpaneelin reuna-alueella, joka on vie-
reistd kuvanndyttdpaneelia l&himpand, on lyhyempi Kkuin
muut ndyttoyksikdt ainakin joko vaakarivien tai pystyrivi-

en suunnassa.
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Keksinndn wvield yhden ndk&kohdan mukaan kuvanndyttdlaite
kdsittdd kuvannidyttdpaneelin, joka kdsittdd tasaisen ulko-
kuoren, jossa on suorakulmainen valoa l&dpdisevd etuseind
ja elektrodit ndyttdd varten suljettuina kuvanndyttdpanee-
lin sisédpuolelle, jossa lisaksi on kuvanndyttdalue, jota
ympdrdi ei-kuvanndyttdalue, joka on suorakulmaisen kehyk-
sen muotoinen ja joka on asetettu etuseindlle, sekd suora-
kulmaisen ldpindkyvan levyn, joka on laminoitu etuseinén
ulkopinnalle. Ei-ndyttodaluetta vastaavan ldpindkyvdn levyn
etupinnan reuna-alueen muoto on sellainen, ettd se sallii

reuna-alueen toimivan linssina.

Tdssd selitetty keksintd tekee siis mahdolliseksi seuraa-
vat edut: (1) on saatu aikaan kaasupurkausndyttdlaite
poistotoiminnon suorittamiseksi varmalla tavalla sekd me-
netelmd sen suorittamiseksi, (2) on saatu aikaan kaasupur-
kausndyttodlaite sekd suuren luminanssin omaavan kuvan ettd
pienen luminanssin omaavan kuvan toteuttamiseksi sekid
menetelmd sen suorittamiseksi, (3) on saatu aikaan mene-
telmd Kaasupurkausndyttdlaitteen ohjaamiseksi purkausvir-
ran huippuarvon pienentdmiseksi ylldpitojakson aikana, (4)
saatu aikaan menetelmd kaasupurkausndyttdlaitteen ohjaami-
seksi riitt8vadn suuren toleranssin aikaansaamiseksi pois-
topulssin leveyden ja amplitudin vaihtelulle riittavéan
marginaalin aikaansaamiseksi poistotoiminnolle, vaikka
ominaisuudet ovat hajautuneet eri purkaussoluihin, (5) on
saatu aikaan kaasupurkausndyttdlaite varustettuna ohjaus-
piirilla, joka on helposti sisdllytetty IC:hen ja jonka
vikaantuminen on vdltetty, wvaikka pyyhkdisyelektrodien
vdalillid tapahtuisi oikosulku, (6) on saatu aikaan menetel-
md kaasupurkausniyttdlaitteen ohjaamiseksi kaasupurkaus-
nidyttdlaitteen nousuajan lyhenta@miseksi ndytttd suoritet-
taessa sen jdlkeen kun laite on kytketty virralliseksi, ja
estetddn sellaisen purkaussolun kehittyminen, jossa ei

tapahdu mitddn valonsateilyd, ja (7) on saatu aikaan kaa-



10

15

20

25

30

35

24

supurkausndyttdlaite, jonka mosaiikkimaiselle suurelle
ndyttdruudulle kunkin kuvanndyttdpaneelin suuresta maaris-
td kuvanndyttdpaneeleja, jotka on sovitettu ristikkoon
hyvin tihedsti suuren nadyttdruudun muodostamiseksi, ei-
ndyttdalue ei vaikuta visuaalisesti epdsuotuisalla taval-

la, ja kuvat siten saadaan nidytetyksi vadristyméttdHmina.

Namd ja muut esilld olevan keksinndn edut kiyvidt alan
asiantuntijoille ilmeisiksi luettaessa ja ymmarrettdessid
seuraavassa esitetty yksityiskohtainen selitys, jossa on

viitattu oheisiin piirustuksiin.

Kuvio 1A on tavanomaisen vaihtos&hkétyyppisen PDP:n taso-

kuvanto, joka kuvaa elektrodien sovitelmaa.

Kuvio 1B on kuviossa 1A esitetyn vaihtos#dhkOtyyppisen
PDP:n poikkileikkauskuvanto, joka on otettu kuvion 1A

viivaa 1B-1B' my&ten.

Kuvio 2 on kaaviokuva, joka esitt&d elektrodien sovitelmaa
kuviossa 1A esitetyssd tavanomaisessa vaihtosdhkdtyyppi-
sessd PDP:ssd.

Kuvio 3A on erdidn toisen tavanomaisen vaihtosahkétyyppisen

PDP:n tasokuvanto, joka kuvaa elektrodien sovitelmaa.

Kuvio 3B on kuviossa 3A esitetyn vaihtosdhkdtyyppisen
PDP:n poikkileikkauskuvanto, joka on otettu kuvion 3A
viivaa 3B-3B' mydten.

Kuvio 4 on ajoituskaavio, joka esittdi menetelmda tavan-

omaisen vaihtosdhkOtyyppisen PDP:n ohjaamiseksi.

Kuviot 5A - 5G ovat tavallisen vaihtos8hkétyyppisen PDP:n

poikkileikkauskuvantoja, jotka esittédvat seinimivarausten
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olemassaolevia ja siirtyvid tiloja purkaussolussa vaih-

tosadhkdtyyppisen PDP:n toimiessa.

Kuvio 6 on tavanomaisen pyyhkéisyelektrodien ohjauspiirin

piirikaavio.

Kuvio 7 on kuviossa 6 esitetyn pyyhkdisyelektrodien oh-

jauspiirin toimintaa kuvaava ajoituskaavio.

Kuvico 8 on tavanomaisen kuvanndyttépaneelin tasokuvanto.

Kuvio 9A on vaihtosdhkOtyyppisen PDP:n elektrodien sovi-
telmaa esittdva osittainen tasokuvanto ensimmiisessi esil-

14 olevan keksinndn mukaisessa esimerkisséi.

Kuvio 9B on kuviossa 9A esitetyn vaihtosdhkdtyyppisen
PDP:n poikkileikkauskuvanto, joka on otettu kuvion 9A
viivaa 9B-9B' mydten.

Kuvio 9C on kuviossa 9A esitetyn vaihtosahkotyyppisen
PDP:n poikkileikkauskuvanto, joka on otettu kuvion 9A

viivaa 9C-9C' mydten.

Kuviot 10A ja 10B ovat ajoituskaaviot, jotka kuvaavat me-
netelmdsd kuviossa 9A esitetyn vaihtosdhkotyyppisen PDP:n

ohjaamiseksi.

Kuvio 11A on vaihtosadhkdtyyppisen PDP:n elektrodien sovi-
telmaa esittdvd osittainen tasokuvanto toisessa esilli

olevan keksinndn mukaisessa esimerkissi.

Kuvio 11B on Kkuviossa 11A esitetyn vaihtosidhkétyyppisen
PDP:n poikkileikkauskuvanto, joka on otettu kuvion 11A

viivaa 11B-11B' my&ten.
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Kuvio 12 on ajoituskaavio, joka kuvaa menetelmdd kuviossa

11A esitetyn vaihtos&hkOtyyppisen PDP:n ohjaamiseksi.

Kuvio 13A on vaihtosahkdtyyppisen PDP:n elektrodien sovi-
telmaa esittdva osittainen tasokuvanto toisen esimerkin

muunnoksessa.

Kuvio 13B on kuviossa 13A esitetyn vaihtosdhkétyyppisen
PDP:n poikkileikkauskuvanto, joka on otettu kuvion 13A
viivaa 13B~13B' my&ten.

Kuvio 14A on vaihtosdhkdtyyppisen PDP:n elektrodien sovi-
telmaa esittdvd osittainen tasokuvanto toisen esimerkin

toisessa muunnoksessa.

Kuvio 14B on Kkuviossa 14A esitetyn vaihtosdhkdbtyyppisen
PDP:n poikkileikkauskuvanto, joka on otettu kuvion 14A

viivaa 14B-14B' my&ten.

Kuvio 15A on vaihtosdhkOtyyppisen PDP:n elektrodien sovi-
telmaa esittdvéd osittainen tasokuvanto vield yhdesssd toi-

sen esimerkin muunnoksessa.

Kuvio 15B on Kkuviossa 15A esitetyn vaihtos&hk&dtyyppisen
PDP:n poikkileikkauskuvanto, joka on otettu kuvion 15A
viivaa 15B-15B' my&Gten.

Kuvio 16A on vaihtosdhkOtyyppisen PDP:n elektrodien sovi-

telmaa esittdvad osittainen tasokuvanto.

Kuvio 16B on KkKuviossa 16A esitetyn vaihtosdhkétyyppisen
PDP:n poikkileikkauskuvanto, joka on otettu kuvion 16A
viivaa 16B-16B' myoten.
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Kuvio 17A on vaihtosdhk&tyyppisen PDP:n elektrodien sovi-
telmaa esittdvd osittainen tasckuvanto kolmannessa esilla

olevan keksinnén mukaisessa esimerkissé.

Kuvio 17B on kuviossa 17A esitetyn vaihtosdahkotyyppisen
PDP:n poikkileikkauskuvanto, joka on otettu Kkuvion 17A

viivaa 17B-17B' mydten.

Kuvio 18 on ajoituskaavio, joka kuvaa menetelmidsd wvaih-
tosdhkdtyyppisen PDP:n ochjaamiseksi esilld olevan keksin-

ndn neljdnnessd esimerkissa.

Kuvio 19 on ajoituskaavio, joka kuvaa menetelm33d wvaih-
tosdhkdtyyppisen PDP:n ohjaamiseksi esilld olevan keksin-
ndn neljdnnen esimerkin muunnoksessa.

Kuvio 20 on ajoituskaavio, joka kuvaa menetelmdd vaihto-
sahkotyyppisen PDP:n ohjaamiseksi esilld olevan keksinndn

viidennessd esimerkissi.

Kuvio 21 on graafinen esitys, joka kuvaa vaihtosahkdtyyp-
pisen PDP:n ominaisuuksia, mitd8 tulee aikavdliin, joka
vaaditaan poistopulssin jé&nnitteen muuttumiseen tiettyjen

tasojen valilla.

Kuvio 22 on kaavio, joka kuvaa pyyhkdisypiirid poistopuls-

sin kehittdmiseksi viidennessi esimerkissia.

Kuviot 23A, 23B ja 23C ovat ajoituskaavioita, jotka kuvaa-
vat eri menetelmid poistopulssin sydttdmiseksi wviidennen

esimerkin eri muunnoksissa.

Kuvion 24 on pyyhkéisyelektrodien ohjauspiirin piirikaavio
Kuudennessa esillid olevan keksinndén mukaisessa esimerkis-

Sa‘
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Kuvio 25 on ajoituskaavio, joka kuvaa menetelmdsd kuviossa
24 esitetyn pyyhkdisyelektrodien ohjauspiirin ohjaamisek-

si.

Kuvio 26 on pyyhkdisyelektrodien ohjauspiirin piirikaavio
kuudennen esilla olevan keksinnén mukaisen esimerkin muun-

noksessa.

Kuvio 27 on ajoituskaavio, joka kuvaa menetelmdd vaihto-
sdhkotyyppisen PDP:n ohjaamiseksi esilld olevan keksinndn

seitsemdnnessid esimerkissdi.

Kuviot 28A - 28G ovat vaihtosdhkdtyyppisen PDP:n poikki-
leikkauskuvantoja, jotka esittdvat seindmdvarausten ole-
massaolevia ja siirtyvid tiloja purkaussolussa vaihtos#dh-

kdtyyppisen PDP:n toimiessa seitsemdnnessd esimerkissé.

Kuvio 29A on ajoituskaavio, joka kuvaa menetelm#i aloitus-

pulssin sybttamiseksi seitsemé@nnen esimerkin muunnoksessa.

Kuvio 28B on poikkileikkauskuvanto, joka kuvaa kuviossa
29A esitetyllsd aloituspulssilla syOtetyn elektrodin tilaa.

Kuviot 30A ja 30B ovat ajoituskaaviot, jotka kuvaavat
menetelmdd aloituspulssin sydbttamiseksi seitsemdnnen esi-

merkin muissa muunnoksissa.

Kuvio 31 on graafinen esitys, joka kuvaa wvaihtosdhkétyyp-
pisen PDP:n ominaisuuksia seitsemdnnesséd esimerkissi, mita
tulee aikavdliin, jdka vaaditaan aloituspulssin jannitteen

muuttumiseen tiettyjen tasojen valilli.

Kuviot 32A ja 32B ovat ajoituskaaviot, jotka kuvaavat
menetelmdd aloituspulssin sydttdmiseksi seitseminnen esi-

merkin muissa muunnoksissa.
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Kuviot 33A ja 33B ovat ajoituskaaviot, jotka kuvaavat
menetelmdd aloituspulssin sydtté@miseksi seitseménnen esi-

merkin muissa muunnoksissa.

Kuvio 34 on ajoituskaavio, joka kuvaa menetelmidd aloitus-
pulssin sydttémiseksi vield yhdessd seitseménnen esimerkin

muunnoksissa.

Kuvio 35 on ajoituskaavio, joka kuvaa menetelmdd aloitus-
pulssin sydttdmiseksi vield yhdessd seitsemannen esimerkin

muunnoksissa.

Kuvio 36 on ajoituskaavio, joka kuvaa menetelmdid aloitus-
pulssin syottémiseksi vield yhdessd seitsemdnnen esimerkin

muunnoksissa.

Kuvio 37 on osittainen tasokuvanto, joka kuvaa kuvannadyt-
tdlaitteen rakennetta kahdeksannessa esilld olevan keksin-

ndn mukaisessa esimerkissa.

Kuvio 38 on kuvanniyttdlaitteen isometrinen projektioku-
vanto yhdeks&nnessada esillda olevan keksinndn mukaisessa

esimerkisséa.

Kuvio 39 on kuviossa 38 esitettyyn kuvanndyttblaitteeseen

kuuluvan kuvanndyttopaneelin isometrinen projektiokuvanto.

Kuvio 40 on poikkileikkauskuvanto, joka kuvaa kuviossa 39
esitetyn kuvannidyttdpaneelin rakennetta.

Kuvio 41 on poikkileikkauskuvanto, joka kuvaa kuvanndytt6-

paneelin rakennetta yhdeks&nnen esimerkin muunnoksessa.

Kuvio 42 on osittainen tasokuvanto, joka Kuvaa kuvanndyt-

topaneelin rakennetta yhdeksidnnessi esimerkissi.
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Esilld oleva keksintd on seuraavassa selitetty kuvaavien

esimerkkien avulla viitaten oheisiin piirustuksiin.

Esimerkki 1

Vaihtosdhkdétyyppinen PDP ensimmdisessd esilld olevan kek-~
sinndn mukaisessa esimerkissd on selitetty viitaten kuvi-
oihin 9A - 9C ja 10A - 10B. Kuvio 9A on vaihtosdhkdtyyppi-
sen PDP:n 100 elektrodien sovitelmaa esittdva osittainen
tasokuvanto ensimm@isessd esimerkissda. Kuvio 9B on vaih-
tosdhkdtyyppisen PDP:n 100 poikkileikkauskuvanto, joka on
otettu kuvion 9A viivaa 9B-9B' mydten, ja kuvio 9C on
vaihtosdhkdtyyppisen PDP:n 100 poikkileikkauskuvanto, joka
on otettu kuvion 9A viivaa 9C-9C' my&ten.

Kuten kuvioissa 9B ja 9C on esitetty, vaihtosdhkOtyyppinen
PDP 100 k&sittdd ensimmidisen lasisubstraatin 103 ja toisen
lasisubstraatin 108, jotka ovat toisiaan vastapddtid. En-
simmdinen lasisubstraatti 103 ja toinen lasisubstraatti
108 muodostavat yhdessd vaihtosdhkotyyppisen PDP:n 100
ulkokuoren. Ensimmidisen lasisubstraatin 103 sisdpuoliselle
pinnalle on asetettu ensimmdinen elektrodiryhm&, johon
kuuluu useita pyyhkdisyelektrodeja (ensimmédisid purkaus-
elektrodeja) 101, ja useita ylldpitoelektrodeja (toisia
purkauselektrodeja) 102. Ensimmiiselle lasisubstraatille
103 on asetettu ensimmdisen elektrodiryhmén peittidva eris-
tekerros 104 ja eristekerroksen 104 pddlle on asetettu
suojakerros 105. Toisen lasisubstraatin 108 sis&puoliselle
pinnalle on asetettu toinen elektrodiryhmid, johon kuuluu
useita dataelektrodeja (kolmansia purkauselektrodeja,
joita Kkutsutaan myds "osoite-elektrodeiksi") 107, sekd

useita poistoelektrodeja 109.

Kuten kuviossa 9A on esitetty, pyyhkdisyelektrodit 10la -
101ln (tdssd on esitetty vain 10la, 101b ja 10Q01lc) ja ylla-
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pitoelektrodit 102a ~ 102n (tdssd on esitetty vain 102a,
102b ja 102c¢) on muodostettu samansuuntaisiksi vuorotel-
len. Dataelektrodit 107a - 107m (tdssd on esitetty wvain
107a ja 107b) ja poistoelektrodit 109a - 109m (t&éssd on
esitetty vain 109a ja 109b) on mucdostettu samansuuntai-
siksi wvuorotellen siten, ettd ne menevdt kohtisuorasti
ristiin pyyhkidisyelektrodien 10la - 10ln ja yllapitoelek-
trodien 102a - 102n kanssa. Vierekkdiset pyyhkdisyelektro-
di ja yllapitoelektrodi (esimerkiksi 10la ja 102a) muodos-
tavat parin, ja vierekkdiset dataelektrodi ja poistoelek-
trodi (esimerkiksi 107a ja 1l09a) muodostavat parin. Pyyh-
kadisyelektrodin ulkoneva alue ja ylldpitoelektrodin ul-
koneva alue, jotka muodostavat parin, ovat toisiaan vas-
tapddta alueessa S (kuvio 9A), jossa yllépitopurkaus ta-

pahtuu. Aluetta S kutsutaan "purkausalueeksi”.

Dataelektrodit 107a - 107m ja poistoelektrodit 109a - 109m
ovat liuskanmuotoiset ja ne on muodostettu tyydyttdvan
johtavuuden omaavasta materiaalista kuten Ag, Ni, ITO tai
Sn0,. Kukin poistoelektrodi 109a - 109m on asetettu siten,

ettd ne menevdt vastaavan purkausalueen S keskiosan yli.

Toinen elektrodiryhmd, johon kuuluvat dataelektrodit 107a
- 107m ja poistoelektrodit 109a - 109m, on suojakerrosta
105 vastapddtda, ja ndiden vidliin on asetettu tdynnid pur-
kauskaasua oleva purkaustila 106. Eristekerros 104 on
muodostettu boorilasille tai muulle sellaiselle ja suoja-

kerros 105 on muodostettu MgO:sta tai muusta sellaisesta.

Edelld kuvatussa esimerkissd suojakerros 105 on muodostet-
tu dielektrisen kerroksen 104 p&dlle, mutta suojakerros
105 voidaan eliminoida, jos eristekerros 104 pystyy kestd-
mdan purkausta riittdvdsti. Substraatit 103 ja 108 voidaan
muodostaa lasin asemesta keraamista, mik&dli saadaan aikaan

riittdava lujuus. Ainakin toisen substraateista 103 tai 108



10

15

20

25

30

35

32

taytyy olla 1lépindkyvd substraatti purkausvalon sallimi-

seksi kulkea sen 1&pi.

Menetelmd vaihtosahkdtyyppisen PDP:n 100 ohjaamiseksi on
selitetty seuraavassa viitaten kuvioihin 10A ja 10B. Kuvi-
ot 10A ja 10B ovat ajoituskaaviot, jotka kuvaavat menetel-
md3 vaihtosahkdtyyppisen PDP:n 100 ohjaamiseksi.

Ensin ainakin yhdelle dataelektrodille, joka on wvalittu
dataelektrodeista 107a - 107m (esimerkiksi dataelektrodil-
le 107a), joka vastaa Kuvaelementtid kuvan ndyttimiseksi
pyyhkdisyelektrodin 10la mukaan, syttetddn positiivinen
kirjoituspulssi, jonka amplitudi on +Vw ja joka on esitet-
ty aaltomuodossa DATA kuviossa 10A. Samanaikaisesti pyyh-
kdisyelektrodille 10la syotetd&n negatiivinen pyyhkdisy-
pulssi, jonka amplitudi on -Vs ja joka on esitetty aalto-
muodossa SCN1. Tdlld ohjauksella dataelektrodin 107a ja
pyvhkdisyelektrodin 10la risteyskohdassa W1l (kuvio 92a)
tapahtuu purkaus, ja siten positiivinen varaus varastoituu
suojakerroksen 105 pinnan alueeseen, jonka sijainti vastaa
risteyskohtaa Wl. Toisin sanoen t#dllainen alue toimii kir-

joitussoluna.

Seuraavaksi ainakin yhdelle dataelektrodille, joka on
valittu dataelektrodeista 107a - 107m (esimerkiksi data-
elektrodille 107a), joka vastaa kuvaelementtid kuvan ndyt-
tamiseksi pyyhKkaisyelektrodin 101b mukaan, sydtetdin posi-
tiivinen kirjoituspulssi, jonka amplitudi on +Vw ja joka
on esitetty aaltomuodossa DATA. Samanaikaisesti pyyhk&disy-
elektrodille 101b sydtetddn negatiivinen pyyhk&isypulssi,
jonka amplitudi on -Vs ja joka on esitetty aaltomuodossa
SCN2. Té&lld ohjauksella dataelektrodin 107a ja pyyhkdisy-
elektrodin 101b risteyskohdassa W2 (kuvio 9A) tapahtuu
purkaus, ja siten positiivinen varaus varastoituu suoja-

kerroksen 105 pinnan alueeseen, jonka sijainti vastaa ris-



10

15

20

25

30

35

33

teyskohtaa W2. Toisin sanoen tdllainen alue toimii kirjoi-

tussoluna.

Sen vaiheen aikana, jolloin pyyhkdisyelektrodeille 10la -
101ln sydtetddn negatiiviset pyyhkaisypulssit, joiden amp-
litudi on ~Vs ja jotka on esitetty aaltomuodoissa SCN1 -
SCNn, positiivinen kirjoituspulssi, jonka amplitudi on
+Vw, syOtetddn t&dlld tavoin ainakin yhdelle wvalitulle
dataelektrodille, joka vastaa kuvaelementtia kuvan naytta-
miseksi vastaavan pyyhkaisyelektrodin mukaan. Siten suoja-
kerroksen 105 pinnan ennalta mddrdtylle alueelle (kirjoi-

tussoluun) varastoituu positiivinen varaus.

Kirjoitustoimintoa seuraa ylldpitotoiminto. Ylladpitotoi-
minnossa kaikille ylldpitoelektrodeille 102 sydtetdsdn ne-
gatiivinen yllapitopulssi, jonka amplitudi on -Vs ja joka
on esitetty aaltomuodossa SUS, ja kaikille pyyhkdisyelek-
trodeille 101 sydtetddn negatiiviset yllédpitopulssit, joi-
den amplitudi on -Vs ja jotka on esitetty vastaavasti aal-
tomuodoissa SCN1 - SCNn. Pulssin syOttd yllépitoelektro-
deille 102 ja pulssin sydttd pyyhkéisyelektrodeille 101
suoritetaan vuorotellen. Ensimmdisen yllapitopulssin sydt-
tdminen kullekin yllépitoelektrodille 102 purkaa suojaker-
rokseen 105 varastoituneen positiivisen wvarauksen, ja
siten samaan purkaussoluun kuin kulloinkin kyseessi oleva
risteyskohta kuuluvassa purkausalueessa $ tapahtuu yll&pi-
topurkaus. Negatiivisen yll&pitopulssin sybttdminen vuoro-
tellen kullekin yllédpitoelektrodille 102 ja kullekin pyyh-
kdisyelektrodille 101 jatkaa yllapitopurkausta kulloinkin
kyseessd olevassa purkausalueessa S. T&llaisen ylléapito-
purkauksen aikaansaaman valons&dteilyn avulla saadaan ndy-

tetyksi merkkejd ja kuvia.

Poistotoiminnossa kaikille yllapitoelektrodeille 102 syo-
tetddn positiivinen poistopulssi, jonka amplitudi on +Va
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ja joka on esitetty aaltomuodossa SUS. Samanaikaisesti
kaikille poistoelektrodeille 109 sydtetdidn negatiivinen
poistopulssi, jonka amplitudi on -Ve ja joka on esitetty
aaltomuodossa EXT. T&alla ohjauksella ylldpitoelektrodien
102 ja poistoelektrodien 109 v&lilla tapahtuu poistopur-
kaus, ja siten yll&pitopurkauksen suojakerrokseen 105
varastoima varaus tulee tdysin poistetuksi. Tadmidn johdosta
yllipitopurkaus ei jatku, vaikka ylldpitopulssi sydtetdéan.
Yllapitotoiminto siis padttyy.

Kuten edelld on selitetty, poistotoiminnossa poistopurkaus
tapahtuu ylldpitoelektrodien 102 ja poistoelektrodien 109
valilla, jotka ovat toisiaan vastapddtd ja joiden vdaliin
on asetettu purkaustila 106. Tassd kohdassa purkaus aiheu-
tetaan myds poistoelektrodien 109 ja niitd vastapdata
olevien pyyhkdisyelektrodien wvdlill&a. Nain ollen, kun
purkaus pddttyy, suojakerroksella 105 on pintapotentiaali,
joka on yhtasuuri kuin purkauksen pysédyttamiseksi tarvit-
tava potentiaali, sekd pyyhkdisyelektrodin 101 ulkonevassa
alueessa ettd yllédpitoelektrodin 102 ulkonevaa aluetta
vastaavassa alueessa kussakin purkausalueessa S. Toisin
sanoen pyyvhkdisyelektrodin 101 ulkonevaa aluetta vastaa-
valla suojakerroksen 105 alueella ja yllapitoelektrodin
102 ulkonevaa aluetta vastaavalla suojakerroksen 105 alu-
eella on sama potentiaali kussakin purkausalueessa S.
Tdallainen yhtendinen potentiaali eliminoi pulssin jdnnit-
teen tal pulssinleveyden tarkan asettelun tarpeen. Poisto-

toiminto voidaan siis suorittaa tarkasti.

Poistoelektrodit 109, joille sy®tetddn negatiivinen puls-
si, toimivat katodina. Jos poistoelektrodit 109 on muodos-
tettu katodeissa yleensd kdytettdvastd katodimateriaalis-
ta, niin vakaa purkausilmi® voidaan saada aikaan, vaikka
poistotoiminnon aikana sydtettdvad pulssi on matala. Toisin
sanoen, Kkuten kuviossa 10A on esitetty, ainakin jompikum-
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pi, joko negatiivinen poistopulssi, jonka amplitudi on -Ve
ja joka on esitetty aaltomuodossa EXT, tai positiivinen
pyvhkdisypulssi, jonka amplitudi on +Va, voi olla matalam-
pi. Poistotoiminto wvoidaan ndin ollen suorittaa luotetta-
vasti pienemm&dlld tehonkulutuksella. Parhaana pidettyihin
poistoelektrodien 109 materiaaleihin kuuluvat metallit Al,
Ni ja LaB, sekd sellaiset oksidit kuten La,,Sr_,,Co0; ja

La ,5r;_,)MnO,.

Kuviossa 10B esitetyssd ohjausmenetelmdssd poistoelektro-
deille 109 sydtetddn negatiivinen poistopulssi, jonka
amplitudi on -Ve, mutta amplitudin +Va omaavan positiivi-
sen poistopulssin syottd yllapitoelektrodeille 102 on
eliminoitu. T&dllainen sydttotapa on riittdvd suojakerrok-
sessa 105 olevan jddnndsvarauksen poistamiseksi, jos pois-
toelektrodit 109 on muodostettu jostakin edelld mainitusta
materiaalista. Tdllaisessa tapauksessa yllépitoelektrodeja
102 sydtetddn negatiivisella pulssilla mutta ei positiivi-
sella pulssilla. Tamd yksinkertaistaa vaihtos&hkoOtyyppisen

PDP:n ohjauspiirin rakennetta ja pienentdd tehonkulutusta.

Kuten edelld on selitetty, vaihtosahkdtyyppisessd PDP:ssid
100 pyyhkdisyelektrodit 101 ja yllapitoelektrodit 102 on
peitetty eristekerroksella 104 ja suojakerroksella 105.
Dataelektrodit 107 ja pyyhkdisyelektrodit 109 on muodos-
tettu suojakerrosta 105 vastapddtd purkaustilan 106 olles-
sa asetettuna niiden vdliin. Tdllaisella rakenteella pois-
topulssit voidaan sy6ttdd ylldpitoelektrodeille 102 ja
poistoelektrodeille 109 poistotoiminnon aikana purkauksen
aiheuttamiseksi yll&pitoelektrodien 102 ja poistoelektro-
dien 109 v&lilla. Suojakerroksessa 105 oleva j&&nndsvaraus
voidaan siten tdysin poistaa. Tdmdn johdosta suojakerrok-
sen 105 pintapotentiaali, joka on saavutettu yll&pitopur-
kauksen jalkeen, voi olla yhtendinen kussakin purkausalu-

eessa S, valkka purkauksen pysdyttéamiseksi wvaadittava
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potentiaali vaihtelee eri purkaussolujen kesken tai vaikka
tadmd potentiaali muuttuu ajan mittaan. Ndin ollen elimi-
nomalla jaanndsvarauksen vaikutus saadaan aikaan luotetta-
vampi wvaihtosdhkdétyyppinen PDP, joka toistaa merkit ja
kuvat tarkasti. Koska poistotoiminnon suorittaa ylldpi-
toelektrodien 102 ja poistoelektrodien 109, jotka ovat
toisiaan vastapddtd ja joiden vidliin on muodostettu pur-
kaustila 106, vdlille aiheutettu purkaus, niin ei ole
valttamatodntd pienentdd poistopulssin leveyttd kuten ta-
vanomaisessa PDP:ssd. Kapean pulssin leveyden wvaihtelun

aiheuttama riittdmdtdn poisto voidaan siten vdlttas.

Esimerkki_ 2

Vaihtosdhkotyyppinen PDP toisessa esilld olevan keksinndn
mukaisessa esimerkissd on selitetty kuvioihin 11A, 11b ja
12 viitaten. Kuvio 11A on vaihtosdhkétyyppisen PDP:n 200
elektrodien sovitelmaa esittdavd@ osittainen +tasokuvanto
toisessa esilld olevan keksinndn mukaisessa esimerkissa.
Kuvio 11B on vaihtosdhkotyyppisen PDP:n 200 poikkileik-
kauskuvanto, joka on otettu kuvion 11A viivaa 11B-11B'

nmydten.

Kuten kuviossa 11B on esitetty, vaihtosdhkétyyppinen PDP
200 k&sittdd ensimmdisen lasisubstraatin 203 ja toisen
lasisubstraatin 208, jotka ovat toisiaan vastap&ditid. En-
simmdinen lasisubstraatti 203 ja toinen lasisubstraatti
208 muodostavat yhdessid vaihtosdhk&tyyppisen PDP:n 200
ulkokuoren. Ensimmdisen lasisubstraatin 203 sisdpuoliselle
pinnalle on asetettu ensimmdinen elektrodiryhm&, johon
kuuluu useita kampamaisia pyyhkdisyelektrodeja (ensimmdi-
sid purkauselektrodeja) 201, joissa on piikit, ja useita
kampamaisia yllédpitoelektrodeja (toisia purkauselektrode-
ja) 202, joissa on piikit. Ensimmdisen lasisubstraatin 203

pinnalle on asetettu ensimmdisen elektrodiryhmin peittiva
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eristekerros 204 ja eristekerroksen 204 pddlle on asetettu
suojakerros 205. Toisen lasisubstraatin 208 sis3puoliselle
pinnalle on asetettu toinen elektrodiryhm&, johon kuuluu
useita dataelektrodeja (kolmansia purkauselektrodeja, joi-
ta kutsutaan myds "osoite-elektrodeiksi") 207. Dataelek-
trodit 207 ovat suojakerrosta 205 vastapddtd ja niiden va-

liin on asetettu purkaustila 206.

Kuten kuviossa 11A on esitetty, pyyhkdisyelektrodit 20la -
201ln (tassd on esitetty vain 20la ja 201b) ja ylléapito-
elektrodit 202a - 202n (t&ssd on esitetty vain 202a ja
202b) on sijoitettu wvuorotellen. Vierekkdin olevat pyyh-
kdisyelektrodi ja yllapitoelektrodi (esimerkiksi 20la ja
20Q02a) on asetettu toisiaan vastapddtd ja niiden vAliin on
asetettu pieni rako siten, ettd niiden piikit ovat keske-

nddn lomittain.

Dataelektrodit 207a - 207m (tdssd on esitetty vain 207a -
207c) on sijoitettu pyyhkaisyelektrodien 20la - 201n piik-
kejd vastap&ddtd ja ndiden piikkien pituussuunnassa. Kuten
kuviossa 11B on esitetty, purkaustilaan 206 on muodostettu
useita eristeseiniad 210 purkaustilan 206 jakamiseksi usei-
siin sopivan koon omaaviin alueisiin (esimerkiksi 206a,
206b ja 206c). (Kuviosta 11lA eristeseinat 210 on eliminoi-
tu yksinkertaisuuden wvuoksi.) Eristekerros 204 on muodos-
tettu boorilasista tai muusta sellaisesta ja suojakerros
105 on muodostettu MgO:sta tai muusta sellaisesta.

Menetelmd vaihtosahkOtyyppisen PDP:n 200 ohjaamiseksi on
selitetty seuraavassa viitaten kuvioon 12. Kuvio 12 on
ajoituskaavio, joka kuvaa menetelmda vaihtos&hkétyyppisen
PDP:n 200 ohjaamiseksi.

Ensin kirjoitustoiminnossa ainakin yhdelle dataelektrodil-

le, joka on valittu dataelektrodeista 207a - 207m (esimer-
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kiksi dataelektrodille 207a) ja joka vastaa kuvaelementtia
kuvan ndyttadmiseksi pyyhkdisyelektrodin 20la mukaan, syd-
tetddn positiivinen kirjoituspulssi, jonka amplitudi on
+Vw ja joka on esitetty aaltomuodossa DATA Kuviossa 12.
Samanaikaisesti pyyhkdisyelektrodille 20la sydtetddn nega-
tiivinen pyyhkéisypulssi, jonka amplitudi on -Vs ja joka
on esitetty aaltomuodossa SCN1l. Tdlld ohjauksella yhtendi-
nen kirjoituspurkaus tapahtuu tdysin siind risteysalueessa
Wl (kuvio 11A), jossa dataelektrodi 207a on pyyhkdisyelek-
trodia 210a vastapd&dtd. Positiivinen varaus varastoituu
siten suojakerroksen 205 pinnan alueeseen, jonka sijainti
vastaa risteysaluetta W1l, nimittdin pyyhkdisyelektrodin
20la piikkid. Toisin sanoen tdllainen alue toimii kirjoi-

tussoluna.

Seuraavaksi ainakin vyhdelle dataelektrodille, joka on
valittu dataelektrodeista 207a - 207m (esimerkiksi data-
elektrodille 207a) ja joka vastaa kuvaelementtia kuvan
nidyttdmiseksi pyyhkdisyelektrodin 201b mukaan, sy&tetddn
positiivinen kirjoituspulssi, jonka amplitudi on +Vw ja
joka on esitetty aaltomuodossa DATA. Samanaikaisesti pyyh-
kdisyelektrodille 201b sydtetddan negatiivinen pyyhkaisy-
pulssi, jonka amplitudi on -Vs ja joka on esitetty aalto-
muodossa SCN2. T&1lla ohjauksella yhtendinen kirjoituspur-
kaus tapahtuu tdysin siind risteysalueessa W2 (kuvio 11A),
jossa dataelektrodi 207a on pyyhkdisyelektrodia 20la vas-
tapdatd. Positiivinen varaus varastoituu siten suojaker-
roksen 205 pinnan alueeseen, jonka sijainti wvastaa ris-
teysaluetta W2, nimittdin pyyhkdisyelektrodin 201bh piik-

kid. Toisin sanoen tdllainen alue toimii kirjoitussoluna.

Sen vaiheen aikana, jolloin pyyhkdisyelektrodeille 20la -
201n sydtetddn negatiiviset pyyhkdisypulssit, joiden amp-
litudi on -Vs ja jotka on esitetty aaltomuodoissa SCN1 -

SCNn, positiivinen kirjoituspulssi, jonka amplitudi on
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+Vw, sybOtetddn t&dlld tavoin ainakin yhdelle wvalitulle
dataelektrodille, joka vastaa kuvaelementtid kuvan nadytta-
miseksi wvastaavan pyyhkdisyelektrodin mukaan. Yhtendinen
kirjoituspurkaus tapahtuu siten siind risteysalueessa,
jossa dataelektrodi 207 ja pyyhkéisyelektrodi 201 ovat
toisiaan vastapddata. Taman johdosta pyyhkdisyelektrodien
201 kutakin piikkid vastaavaan suojakerroksen 205 pinnan
alueeseen (kirjoitussoluun) varastoituu yhtendisesti posi-

tiivinen varaus.

Kirjoitustoimintoa seuraa yll&pitotoiminto. Yll&pitotoi-
minnossa kaikille yllapitoelektrodeille 202 sydtetddn ne-
gatiivinen yllédpitopulssi, jonka amplitudi on -Vs ja joka
on esitetty aaltomuodossa SUS, ja kaikille pyyhkdisyelek-
trodeille 201 syOtetddn negatiiviset ylldpitopulssit, joi-
den amplitudi on =-Vs ja jotka on esitetty vastaavasti aal-
tomuodoissa SCN1 - SCNn. Pulssin sydttd yllépitoelektro-
deille 202 ja pulssin sydttd pyyhkdisyelektrodeille 201
suoritetaan vuorotellen. Ensimmdisen yllédpitopulssin syot-
téminen kullekin ylldpitoelektrodille 202 purkaa suojaker-
rokseen 205 varastoituneen positiivisen varauksen, ja
siten siind purkausalueessa S (kuvio 11A, joka kuuluu
samaan purkaussoluun kuin kulloinkin kyseessd oleva ris-
teysalue (esimerkiksi alue W1l), tapahtuu yll&apitopurkaus.
Negatiivisen ylldpitopulssin sydttdminen vuorotellen kul-
lekin ylldpitoelektrodille 202 ja pyyhkédisyelektrodeille
201 jatkaa yllapitopurkausta purkausalueessa S. Tdllaisen
yllapitopurkauksen aikaansaaman valonsdteilyn avulla saa-

daan ndytetyksi merkkeja ja kuvia.

Koska pyyhkdisyelektrodit 201 ja ylldpitoelektrodit 202 on
sovitettu siten, ettd niiden piikit ovat keskendidn lomit-
tain, niin yllépitopurkaus tapahtuu yhtendisesti koko pur-
kausalueessa S eikd osien S1 ja S2 v&lilld ole mit&sn
eroa. Ndin ollen varauksen siirtdminen yll&pitotoiminnon
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(yllapitopurkauksen) aikana suoritetaan yhtendisesti kus-

sakin purkausalueessa S.

Poistotoiminnossa ylldpitoelektrodeille 202 sydtetddn
positiivinen poistopulssi, jonka amplitudi on +Va ja joka
on esitetty aaltomuodossa SUS. Samanaikaisesti kaikille
dataelektrodeille 207 sydtetddn negatiivinen poistopulssi,
jonka amplitudi on -Ve ja joka on esitetty aaltomuodossa
DATA., Talld ohjauksella dataelektrodien 207 ja yllédpito-
elektrodien 202 v&lilld tapahtuu poistopurkaus, ja siten
ylldpitopurkauksen suojakerrokseen 205 varastoima varaus
poistetaan kokonaan. Tamdn johdosta yll&dpitopurkaus ei
jatku, vaikka yll&pitopulssi sydtet&ddn. Ylldpitotoiminto
siis padttyy.

Kuten edelld on selitetty, poistotoiminnossa poistopurkaus
tapahtuu yll&apitoelektrodien 202 ja dataelektrodien 207
valilld, jotka ovat toisiaan vastapddtd ja joiden vdliin
on asetettu purkaustila 206. T&dssd kohdassa suojakerrok-
sessa 205 kussakin purkausalueessa S oleva jidanndsvaraus
poistetaan kokonaan ja yhtendisesti. Toisin sanoen suoja-
kerroksessa pyyhk&isyelektrodia 201 ja dataelektrodia 207
vastaavan suojakerroksen 205 alueen valinen jannite voi
olla sama kuin ylldpitoelektrodia 202 ja dataelektrodia
202 vastaavan suojakerroksen 205 alueen vidlinen jannite
kussakin purkausalueessa S. Lisdksi koska poistopurkaus
tapahtuu toisiaan vastapddtd olevien dataelektrodien 207
ja yllépitoelektrodien 202 v&lilld, niin ei ole vdltt&mi-
tontd kayttdd kapeata poistopulssia. N&in ollen kapean
pulssin leveyden vaihtelun aiheuttama viive poistopurkauk-
sen aloittamisessa voidaan estdid. Poistotoiminnon luotet-

tavuus siis paranee.

Seuraavassa on kuvioihin 13A ja 13B viitaten selitetty

vaihtosdhkdétyyppinen PDP esilli olevan Keksinndn mukaisen
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toisen esimerkin muunnoksena. Kuvio 13A on vaihtosdhko-
tyyppisen PDP:n 250 elektrodien sovitelmaa esittdvd osit-
tainen tasokuvanto tdssd muunnoksessa. Kuvio 13B on ku-
viossa vaihtosahkdtyyppisen PDP:n 250 poikkileikkauskuvan-
to, joka on otettu viivaa 13B-13B' mydten. Elementeilla,
jotka ovat samat kuin Kkuvioissa 11A ja 11B, on samat vii-

tenumerot.

Vaihtos&dhkotyyppisessd PDP:ssd 250 kolme fosforikerros-
tyyppi& R, G ja B, jotka vastaavasti emittoivat punaista,
vihredtd ja sinistd valoa, on asetettu toisen lasisubst-
raatin 208 sisdpuoliselle pinnalle. Vaihtosdhkotyyppisen
PDP:n 250 rakenne on sama kuin vaihtosdhkdtyyppisen PDP:n
200 lukuunottamatta fosforikerroksia R, G ja B. Fosfori-
kerrokset R, G ja B ovat kukin olennaisessa asemallisessa
vastaavuussuhteessa kolmen purkausalueen S Kkanssa yhden
kuvaelementin (pixel) alueella P (kuvio 13A), joka on
olennaisesti nelidmdinen, ja ne herdtetddn sdteilemddn
valoa niiden vastaanottaessa alueessa S tapahtuvan pur-

kauksen kehittamid ultraviolettisdteitai.

Koska vaihtosahkOtyyppisen PDP:n 250 dataelektrodit 207
sijaitsevat pyyhKdisyelektrodien 201 piikkejd vastapaata
ja niiden pituussuunnassa, niin kukin purkausalue S on
laajentunut. Valon luminanssi suurenee tamd&n laajenemisen
mukaan. Vaikka fosforikerrokset R, G ja B eivdt peitsd
dataelektrodeja 207 kuviossa 13B, fosforikerrokset R, G ja
B voivat tdysin peittdd dataelektrodit 207.

Seuraavassa on kuvioihin 14A ja 14B viitaten selitetty
vaihtosdhkétyyppinen PDP 260 esilld clevan keksinndn mu-
kaisen toisen esimerkin erddnd toisena muunnoksena. Kuvio
14A on vaihtosahkotyyppisen PDP:n 260 elektrodien sovi-
telmaa esittdvd osittainen tasokuvanto. Kuvio 14B on vaih-

tosdhkdtyyppisen PDP:n 260 poikkileikkauskuvanto, joka on
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otettu viivaa 14B-14B' mySten. Vaihtosadhkdtyyppisen PDP:n
260 rakenne on sama kuin vaihtosdhk&tyyppisen PDP:n 200,
ja se on myds varustettu ensimmdisessid esimerkissd kuva-

tuilla poistoelektrodeilla 209.

Poigtoelektrodit 209 on muodostettu yhdensuuntaisiksi
toisen lasisubstraatin 208 sisdpuoliselle pinnalle siten,
ettd ne ovat vastaavien dataelektrodien 207 vieressa.
Poistoelektrodit 209 on sovitettu yllapitoelektrodien 201
piikkejd vastapiatd ja niiden pituussuunnassa. Vaihtosih-
kdtyyppisen PDP:n 260 rakenne on sama kuin vaihtosdhko-
tyyppisen PDP:n 200 edelld kuvattua seikkaa lukuunottamat-
ta. Elementeilld, jotka ovat samat kuin vaihtos&hkotyyppi-
sen PDP:n 200 elementit kuvioissa 11A ja 11B, on samat

viitenumerot.

Vaihtosdhkdtyyppisen PDP:n 260 kayttdmiseksi varindytossa
toisen lasisubstraatin 208 sisdpuoliselle pinnalle on
muodostettu fosforikerrokset R, G ja B siten, ettd ne ovat
asemallisessa vastaavuussuhteessa vastaavien purkausaluei-

den S kanssa kuten kuviossa 13A on esitetty.

Vaihtosdhké6tyyppistd PDP:td 260 ohjataan samalla menetel-
mdlla kuin kuvioiden 10A ja 10B yhteydessd on selitetty.
Menetelmdan yksityiskohtainen selitys on ndin ollen jitetty
tdstd pois.

Vaihtosdhk&tyyppisessd PDP:ssd 260 poistoelektrodit 209 ja
yllapitoelektrodien 202 piikit on asetettu keskendian yh-
densuuntaisiksi ja toisiaan vastapddta ja niiden v&liin on
asetettu purkaustila 206. T&dllaisesta rakenteesta johtuen
poistoelektrodien 209 ja yllapitoelektrodien 202 v&alinen
purkaus tapahtuu yhtendisesti koko alueessa E (kuvio 14B).
Tamdn johdosta pyyhkédisyelektrodien 201 piikkia vastaavan
suojakerroksen 205 alueen pintapotentiaalin ja yllapito-
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elektrodin 202 piikkiid vastaavan suojakerroksen 205 alueen
pintapotentiaalin védlinen ero kussakin purkausalueessa S
voidaan eliminoida luotettavammin. Koska ei ole v&alttémé-
tontd sydttdd sekd negatiivisia ettd positiivisia pulsseja
dataelektrodeille 207, niin pulssit dataelektrodeille 207

syOttavad piirid voidaan yksinkertaistaa.

Seuraavassa on KkKuvioihin 15A ja 15B wviitaten selitetty
vield yksi vaihtosdhkdtyyppisen PDF:n 270 muunnos. Kuvio
15A on vaihtosdhkdtyyppisen PDP:n 270 elektrodien sovi-
telmaa esittidva osittainen tasokuvanto. Kuvio 15B on vaih-
tosdhkdtyyppisen PDP:n 270 poikkileikkauskuvanto, joka on
otettu viivaa 15B-15B' mydten. Elementeilld, jotka ovat

samat kuin kuvioissa 11A ja 11B, on samat viitenumerot.

Kuten kuviossa 15A on esitetty, vaihtosdhkdtyyppisessi
PDP:ssd 270 seké& pyyhkdisyelektrodeissa 201 ettd yllépi-
toelektrodeissa 202 on piikit. Puolet yhden pyyhkidisyelek-
trodin (esimerkiksi 20la) piikistd ja puolet yhden yll&-
pitoelektrodin (esimerkiksi 202a) piikistd, jotka ovat
toistensa vieressd, muodostavat purkausalueen a. Samalla
tavoin puolet ylldpitoelektrodin 202a piikistd ja puolet
pyyhkdisyelektrodin 20la toisesta piikistd muodostavat
purkausalueen b. T&dllaisesta rakenteesta johtuen niiden
piikkien lukumddrd, jotka on tarpeen muodostaa, pienenee
puoleen. N&in ollen pyyhkdisyelektrodien 201 ja yllépi-
toelektrodien 202 muodostaminen helpottuu ja valmistuksen
saanto kasvaa.

Kuviot 16A ja 16B esittdvidt vaihtosdhkétyyppista PDP:ta
280 vield yhdessd toisen esimerkin muunnoksessa. Vaihto-
sdhkétyyppiselld PDP:11& 280 on sama rakenne kuin vaihto-
sédhkotyyppiselld PDP:11a 270 ja se on myds varustettu
poistoelektrodeilla 209', Kuvio 16A on vaihtosidhkdtyyp-

pisen PDP:n 280 elektrodien sovitelmaa esittdvi osittainen
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tasokuvanto. Kuvio 16B on vaihtosdhkdtyyppisen PDP:n 280
poikkileikkauskuvanto, joka on otettu viivaa 16B-16B' my&-
ten. Elementeilld, jotka ovat samat kuin kuvioissa 11A ja

11B, on samat viitenumerot.

Kuten kuviossa 16A on esitetty, kukin poistoelektrodi 209’
on muodostettu siten, ettd se peittdd sekd purkausalueen a
pddn ettd purkausalueen b pdin. Kukin poistoelektrodi 209’
voi olla muodostettu Kahdesta ohuesta johtimesta, jotka
kuviossa 16A on esitetty kaksipistekatkoviivalla. Koska
ndihin kahteen johtimeen sy&tetddn sama jannite, niin
poistoelektrodit 209', jotka kuviossa 16A on esitetty
vhtendiselld viivalla, on helpompi valmistaa, mika lisas

valmistuksen saantoa.

Vaihtosdhkdtyyppisid PDP:itd 270 ja 280 ohjataan samalla
menetelmdlld kuin vaihtosdhkdtyyppistd PDP:tad 200. Lienee
tarpeetonta sanca, ettd fosforikerrokset R, G ja B voidaan
muodostaa vaihtosdhkotyyppisiin PDP:ihin 270 ja 280 samal-

la tavoin kuin kuviossa 13B.

Kuten t&h&8n mennessd on selitetty, toisessa esilld olevan
keksinndn mukaisessa esimerkissd pyyhkédisyelektrodeissa
201 ja yllapitoelektrodeissa 202 on piikit, jotka ovat
keskenddn lomittain ja joiden vdliss&a on pieni rako. Data-
elektrodit 207 on sovitettu pyyhkdisyelektrodien 201 piik-
kejd vastapddtd ja niiden pituussuunnassa. Tadllaisella
rakenteella kirjoituspurkauksen kehittdmd Kkirjoitusvaraus
jakautuu yhtendisesti suojakerroksen 205 pinnan alueelle,

Jjoka vastaa pyyhkdisyelektrodien 201 kutakin piikkii.

Edelleen varauksen siirto pyyhkdisyelektrodien 201 ja yl-
lapitoelektrodien 202 vdlilla yll&pitotoiminnon (ylldpito-
purkauksen) aikana suoritetaan yhtendisesti kussakin alu-
eessa, jossa pyyhkdisyelektrodin 201 ja ylldpitoelektrodin
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202 kaksi vierekkdistd piikkid ovat keskenddn lomittain.
Poistotoiminto voi siten yhtendisesti ja tdysin poistaa
jaanntsvarauksen suojakerroksen 205 pinnan alueesta, joka
vastaa kutakin purkausaluetta.

Kun positiiviset ja negatiiviset pulssit sydtetddn data-
elektrodeille 207 ja yllépitoelektrodeille 202 poistopur-
kauksen aiheuttamiseksi, niin purkaus aiheutuu helposti
dataelektrodien 207 ja ylldpitoelektrodien vdlilld. Tamdn
johdosta ero pyyhkédisyelektrodia 201 vastaavan suojaker-
roksen 205 alueen pintapotentiaalin ja yllédpitoelektrodia
202 vastaavan suojakerroksen 205 alueen pintapotentiaalin
valilld kussakin purkausalueessa voidaan luotettavasti

pienentdd nollaksi.

Muodostettaessa pyyhkidisyelektrodit 201 ja ylladpitoelek-
trodit 202 sellaisiksi, joissa on piikit, ja sovittamalla
piikit keskenddn lomittain, ylldpitopurkaus ja poistopur-
kaus tapahtuvat vhtendisesti lomittaisen pyyhkdisyelektro-
din ja yllapitoelektrodin kahta vierekkdistd piikkid vas-
taavassa suojakerroksen 205 pinnan alueessa. Tdman johdos-
ta yllédpitotoiminto ja poistotoiminto suoritetaan luotet-
tavasti. N&in ollen voidaan toteuttaa tyydyttdva Kkuvan
laatu, ja suuren luminanssin omaava varikuva saadaan ndy-
tetyksi tehokkaasti.

Esimerkki 3

Vaihtos&dhkdétyyppinen PDP 300 kolmannessa esilld olevan
keksinndén mukaisessa esimerkissd on selitetty kuvioihin
17A ja 17B viitaten. Kuvieo 17A on vaihtosahkdtyyppisen
PDP:n 300 elektrodien sovitelmaa esittdvad osittainen taso-
kuvanto kolmannessa esimerkissd. Kuvio 17B on vaihtosd&hk®-
tyyppisen PDP:n 300 poikkileikkauskuvanto, joka on otettu

viivaa 17B~17B' mydten.
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Kuten kuviossa 17A on kuvattu, pyyhkdisyelektrodit 301 ja
vllapitoelektrodit 302 on kukin jaettu useisiin alueisiin.
Vaihtosdhkoétyyppisen PDP:n 3000 rakenne on sama kuin vaih-
tosdhkotyyppisen PDP:n 200 rakenne toisessa esimerkiss3

tatd seikkaa lukuunottamatta.

Mitd yksityiskohtiin tulee, kukin ensimmidisen lasisubst-
raatin 303 sisdpuolisella pinnalla sijaitseva pyyhkdisy-
elektrodi 301 on jaettu ensimmdiseen alueeseen 301x ja
toiseen alueeseen 30ly. Ensimmdinen alue 301x ja toinen
alue 301y ovat kumpikin piikkimdisid ja ovat keskendin
lomittain ja niiden v#liin on muodostettu pieni rako.
Kukin ylldpitoelektrodi 302, joka pyyhkdisyelektrodin 301
vieressd, on jaettu ensimmdiseen alueeseen 302x ja toiseen
alueeseen 302y. Ensimmdinen alue 302x ja toinen alue 302y
ovat kumpikin piikkimdisia ja ovat keskenddn lomittain ja
niiden vdliin on muodostettu pieni rako. Kuhunkin ensim-
mdiseen alueeseen 301x ja 302x ja toiseen alueeseen 301y
ja 302y kytketty liitin on johdotettu ulkoisesti erikseen.

Kuvioissa 17A ja 17B viitenumero 304 tarkoittaa eristeker-
rosta, viitenumero 305 tarkoittaa suojakerrosta, viite-
numero 306 tarkoittaa purkaustilaa, viitenumero 307 tar-
koittaa dataelektrodia, ja viitenumero 308 tarkoittaa
toista lasisubstraattia.

Seuraavaksi on selitetty menetelmd wvaihtosdhkdtyyppisen
PDP:n 300 ohjaamiseksi.

Kirjoitustoiminnossa valitulle dataelektrodille 307 sydte-
tdaén positiivinen kirjoituspulssi, ja ennalta mdidridtylle
pyyhkdisyelektrodille 301 sydtetddn negatiivinen pyyhk&i-
sypulssi. T&11& ohjauksella purkaus tapahtuu siind riste-
ysalueessa, jossa valittu dataelektrodi 307 on mainittua
ennalta mddrattyd pyyhkdisyelektrodia 301 vastapididtid. Ris-
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teysaluetta vastaavaan suojakerroksen 305 pinnan alueeseen

varastoituu siten positiivinen varaus.

Kirjoitustoimintoa seuraavassa yllépitotoiminnossa yllapi-
toelektrodeille 302 ja pyyhk&isyelektrodeille 301 sydte-
tddn vuorotellen negatiivinen yll&pitopulssi ja yll&pito-
purkaus siis jatkuu. Tdllaisen yll&pitopurkauksen aikaan-
saaman valonsdteilyn avulla saadaan naytetyksi merkkeja ja

kuvia.

Tdllaisessa rakenteessa kunkin pyyhkdisyelektrodin 301
joko ensimmdisen alueen 30lx tai toisen alueen 30ly ja
suojakerroksen 305 vdlinen Kkapasitanssi on likim&idrin
puolet sekd8 ensimmdisen alueen 301lx ettd toisen alueen
301y ja suojakerroksen 305 valisestd kapasitanssista.
Kunkin yll&dpitoelektrodin 302 joko ensimmdisen alueen 302x
tai toisen alueen 302y ja suojakerroksen 305 vdlinen ka-
pasitanssi on likimd&rin puolet sekd ensimmiisen alueen
320x ettd toisen alueen 302y ja suojakerroksen 305 viali-
sestd kapasitanssista. N&din ollen valon, jonka emittoi
purkaus, joka aiheutetaan syottamdlla pulssi joko ensim-
mdiseen alueeseen 301x tai toiseen alueeseen 30ly ja joko
ensimmdiseen alueeseen 302x tai toiseen alueeseen 302y,
luminanssi on puolet luminanssista, jonka emittoi purkaus,
joka aiheutetaan sy®ttdmdlla pulssi seki ensimmidiseen alu-
eeseen 301x ettd toiseen alueeseen 30ly ja sekd ensimmii-

seen alueeseen 302x ettd toiseen alueeseen 302y.

Pulsgin sydttémisen pyyhkdisyelektrodin 301 joko ensimmii-
selle alueelle 301x tai toiselle alueelle 301y ja yllépi-
toelektrodien 302 sekd ensimmidiselle alueelle 302x etta
toiselle alueelle 302y aiheuttaman wvalon luminanssi on
pulssin sydttédmisen pyyhkdisyelektrodin 301 sekd ensimmii-
selle alueelle 301lx tai toiselle alueelle 301y ja yllapi-

toelektrodien 302 sekd ensimmiiselle alueelle 302x ettd
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toiselle alueelle 302y aiheuttaman valon luminanssin va-
1i118 oleva ja puoclet téstd luminanssista. Pulssin sydtta-
misen joko ensimmdiselle alueelle 302x tai toiselle alu-
eelle 302y ja sekd ensimmdiselle alueelle 301lx ettd toi-
selle alueelle 301y aiheuttaman valon luminanssi on my&s
pulssin sydttédmisen sekd ensimmdiselle alueelle 301x tai
toiselle alueelle 30ly ja sekd@ ensimmidiselle alueelle 302x
ettd toiselle alueelle 302y aiheuttaman valon luminanssin
vdlilld oleva ja puolet tdstd luminanssista.

Vaikka pyyhkdisyelektrodit 301 ja ylldpitoelektrodit 302
ovat kukin jaettu kahteen alueeseen, joilla edelld kuva-
tussa esimerkissd on sama koko, niin kukin elektrodi voi-
daan jakaa kolmeen tai useampaan alueeseen, ja alueiden
suhde voidaan mddr&td vapaasti. Alueilla 301x, 301y, 302x
ja 302y voi olla muita muotoja. Samanlainen tulos saadaan,
jos pyyhkaisyelektrodit 301 tai ylladpitoelektrodit 302

jaetaan useisiin alueisiin.

Vaihtos&hkétyyppinen PDP 300 on kuvattu saatavan tuloksek-
si vaihtosdhkdtyyppisen PDP:n muunnoksena. Samaa muunnosta
voidaan soveltaa vaihtosahkdtyyppiseen PDP:hen 250, 260,
270 ja 280. Samaa muunnosta voidaan soveltaa my®ds wvaih-
tosdhkdtyyppiseen PDP:hen 100, jossa pyyhkdisyvelektrodien
101 ulkonevat alueet ovat ylldpitoelektrodien 102 ulkone-
via alueita vastapaata.

Kuten tdhidn mennessd on selitetty, kolmannessa esimerkissi
ainakin yksi pyyhkidisyelektrodeista 301 ja ylldpitoelek-
trodeista 302 on jaettu useisiin alueisiin. Pyyhkdisyelek-
trodien 301 ja suojakerroksen 305 valistd kapasitanssia ja
yllapitoelektrodien 302 ja suojakerroksen 305 vdlistd ka-
pasitanssia voidaan muuttaa vapaasti kayttden jaettuja
elektrodeja ja jakamattomia elektrodeja erilaisina yhdis-

telming.
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Pyyhkdisyelektrodien 301 ja yll&pitoelektrodien 302 valil-
13 kulkeva purkausvirta on olennaisesti verranncollinen
edelld mainittuun kapasitanssiin. Purkauksen johdosta
emittoituneen valon luminanssi on olennaisesti verrannol-
linen edelld mainittuun kapasitanssiin. Purkauksen emit-
toiman valon luminanssia voidaan muuttaa riippuen siité,
syotetadnkd pulssi yhdelle alueelle vai useille alueille.
Tuloksena olevassa vaihtosdhkdtyyppisessd PDP:ssid valon
luminanssi voidaan asetella laajoissa rajoissa. Koska
kerran suoritettavan purkauksen emittoiman valon luminans-
sl voidaan valita vapaasti, niin kuvan luminanssi voidaan

valita ympdristdn tai muun sellaisen mukaan.

Esimerkki 4

Menetelmd vaihtosdhkdtyyppisen PDP:n ohjaamiseksi olevan
keksinntn mukaisessa neljdnnessd esimerkissd on selitetty

kuvioon 18 viitaten.

Neljdnnen esimerkin menetelmd 1liittyy pédasiallisesti
vlldpitojaksolla suoritettavaan ylldpitopulssin sy&ttémi-
seen. Kirjoituspulssin ja poistopulssin sy®ttdminen suori-
tetaan samalla tavoin kuin ensimmdisessd esimerkissd on

selitetty.

Kirjoitusjaksolla suoritettavassa kirjoitustoiminnossa
positiivinen kirjoituspulssi, jonka amplitudi on +Vw ja
joka on esitetty aaltomuodossa DATA kuviossa 18, sydtetddn
ainakin yhdelle dataelektrodille, joka on wvalittu kaikkien
dataelektrodien joukosta ja joka wvastaa Kkuvaelementtid
kuvan nayttdmiseksi yhden pyyhkdisyelektrodin (esim. pyyh-
kdisyelektrodin 102a kuviossa 9A) mukaan. Samanaikaisesti
pyyhkdisyelektrodille 102a sydtetddn negatiivinen pyyhk&di-
sypulssi, jonka amplitudi on -Vs ja joka on esitetty aal-
tomuodossa SCN1. Talla ohjauksella purkaus tapahtuu data-
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elektrodin ja pyyhkdisyelektrodin 102a risteyskohdassa, ja
mainittua risteyskohtaa asemallisesti vastaavaan suojaker-
roksen pinnan alueeseen varastoituu siten positiivinen va-

raus. Toisin sanoen tdmd alue toimii kirjoitussoluna.

Seuraavaksi positiivinen kirjoituspulssi, jonka amplitudi
on +Vw ja joka on esitetty aaltomuodossa DATA, sydtet&dn
ainakin yhdelle valitulle dataelektrodille, joka vastaa
kuvaelementtiid kuvan ndyttdmiseksi seuraavan pyyhkaisy-
elektrodin (esim. pyyhkdisyelektrodin 102b kuviossa 9A)
mukaan. Samanaikaisesti pyyhkédisyelektrodille 102b syote-
td4dn negatiivinen pyyhkd8isypulssi, jonka amplitudi on -Vs
ja joka on esitetty aaltomuodossa SCN2. T&lld ohjauksella
purkaus tapahtuu dataelektrodin ja pyyhkdisyelektrodin
102b risteyskohdassa. Mainittua risteyskohtaa asemallises-
ti vastaavaan suojakerroksen pinnan alueeseen varastoituu
siten positiivinen varaus. Toisin sanocen tamd alue toimii

kirjoitussoluna.

Sen vaiheen aikana, jolloin negatiiviset pyyhkdisypulssit,
joiden amplitudi on -Vs ja jotka on esitetty aaltomuodois-
gsa SCN1 - SCNn, sydtetddn vastaaville pyyhkdisyelektro-
deille, positiivinen kirjoituspulssi, jonka amplitudi on
+Vw, sydtetddn t&lla tavoin ainakin yhdelle valitulle
dataelektrodille, joka vastaa kuvaelementtid kuvan ndytta-
miseksi kulloinkin kyseess& olevan pyyhkédisyelektrodin
mukaan. Positiivinen varaus varastoituu siten suojakerrok-

sen pinnan ennalta maar&ttyyn alueeseen (kirjoitussoluun).

Kirjoitusjaksoa seuraavalla vyllapitojaksolla mainitut
useat pyyhkdisyelektrodit jaetaan neljddn ryhmdan A - D.
Kuten aaltomuodoissa SCN(A) - SCN(D) on esitetty, negatii-
viset ylldpitopulssit, joiden amplitudi on -Vs, sydtetddn
ryhmissd A - D oleville pyyhkidisyelektrodeille samanaikai-

sesti, mutta ajoitus, jolla pulssin amplitudi palaa nol-
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laksi wvoltiksi, on erilainen ryhmdstd toiseen. Toisin
sanoen eri ryhmissd oleville pyyhkdisyelektrodeille sy&te-

td8n pulssit erivaiheisina.

Yksityiskohtaisemmin tarkasteltaessa ajanhetkend tl nega-
tiivinen yll&pitopulssi, jonka amplitudi on -Vs, sydtet&éan
kaikille pyyhkdisyelektrodeille, jolloin n&illa pyyhkidisy-
elektrodeilla vaikuttava jannite alennetaan Q V:sta tasol-
le -Vs. Koska tdmidn yllapitopulssin napaisuus on sama kuin
kirjoitusjakson aikana sy®ttetyn pyyhkdisypulssin, niin
parin muodostavan pyyhkdisyelektrodin ja ylldpitoelektro-
din vdlille sydtetdin vain suojakerroksen pinnalle varas-
toidun wvarauksen tasoa vastaavan j8nnitteen ja ylléapito-
pulssin amplitudin -Vs erotusta vastaava jannite. Yll&pi-
topurkausta ei ndin ollen tapahdu ajanhetkelld tl. Kuten
tdstd ilmenee, aika tl1 ei ole se aika, jolloin yll&pito-
purkaus aiheutetaan, vaan se on aika, jolloin ryhmien A -
D pyyhkdisyelektrodeille sydtettdvien pulssien vaiheet
sovitetaan yhteen.

Ajanhetkelld t2 kaikille yllapitoelektrodeille sydtetdin
negatiivinen yllapitopulssi, jonka amplitudi on -Vs ja
joka on esitetty aaltomuodossa SUS kuviossa 18. Koska
kunkin parin muodostavan pyyhkaisyelektrodin ja yllapi-
toelektrodin vdlille sydtetdédn vain suojakerroksen pinnal-
le varastoidun wvarauksen tasoa vastaava jdnnite, niin

ylldpitopurkaus ei tapahdu vield.

Ajanhetkelld t3 ryhman A pyyhkdisyelektrodeilla vaikutta-
van jadnnitteen taso nostetaan -Vs:std 0 V:ksi, kuten aal-
tomuodossa SCN(A) on esitetty. Taman mnmnuutoksen wvuoksi
ryhmdn A kunkin pyyhkdisyelektrodin ja sen kanssa parin
muodostavan yllapitoelektrodin vdlille syttetddn positii-
visen jannitteen, joka vastaa suojakerrokseen varastoidun

varauksen tasoa, ja negatiivisen yll&pitopulssin amplitu~
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din -Vs summaa vastaava jdnnite. Tdll& ohjauksella nididen

parien vdlilla tapahtuu yllé&pitopurkaus.

Samalla tavoin ajanhetkelld t4, jolloin ryhmdn B pyyh-
kaisyelektrodeilla vaikuttavan jannitteen taso nostetaan
-Vs:std 0 V:ksi kuten aaltomuodossa SCN(B) on esitetty,
yllapitopurkaus tapahtuu ryhmédn B kunkin pyyhkaisyelektro-
din ja sen Kkanssa parin muodostavan ylldpitoelektrodin
vdlillsd. Vastaavasti ajanhetkilld t5 ja t6, jolloin kunkin
ryhmdn C ja D kullakin pyyhkadisyelektrodilla vaikuttavan
jadnnitteen taso nostetaan -Vs:std 0 V:ksi kuten aaltomuo-
doissa SCN(C) ja SCN(D) on esitetty, yllépitopurkaus ta-
pahtuu kunkin ryhmdn C ja D kunkin pyyhkdisyelektrodin ja

sen kanssa parin muodostavan ylldpitoelektrodin v&1illa.

Ajanhetkella t7, jolloin kaikilla yllapitoelektrodeilla
vaikuttavan jannitteen taso nostetaan -Vs:std 0 V:ksi,
kullakin pyyhkdisyelektrodilla vaikuttava jannite on jo
muuttunut 0 V:ksi. Ylldpitopurkausta ei siis tapahdu.

Ajanhetkelld t8 ryhmdn A pyyhkdisyelektrodeille sydtetddn
negatiivinen ylldpitopulssi kuten aaltomuodossa SCN(A) on
esitetty, ja n&8illd pyyhkdisyelektrodeilla wvaikuttavan
jénnitteen taso alenee siten 0 V:stad -Vs:ksi. Tam&n muu-
toksen vuoksi ryhm&n A kunkin pyyhkdisyelektrodin ja sen
kanssa parin muodostavan yll8pitoelektrodin vdlille sydte-
tdadn positiivisen jadnnitteen, joka wvastaa suojakerroksen
pinnalle varastoidun varauksen tasoa, ja negatiivisen
yllapitopulssin amplitudin -Vs summaa vastaava jannite.
Tdllaisen muutoksen tapahtuessa yllapitopurkausta ei taas-

kaan tapahdu naiden parien valilla.

Samalla tavoin ajanhetkilld t9, t10 ja t11, jolloin kunkin
vastaavan ryhman B, C ja D pyyhkdisyelektrodeilla vaikut-

tavan jdnnitteen taso alennetaan 0 V:i:sta -Vs:ksi kuten
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aaltomuodoissa SCN(B), SCN(C) ja SCN(D) on esitetty, ylla-
pitopurkaus tapahtuu kunkin ryhm&n B, C ja D kunkin pyyh-
kdisyelektrodin ja sen kanssa parin muodostavan yllé&pi-

toelektrodin valilla.

Ylldpitotoiminto wvdlillda t2 - tl1ll toistuu yllapitojakson

ajan.

Ajanhetkelld t12 viimeisessd ylldpitotoiminnossa yllapito-
jakson aikana kaikilla pyyhkdisyelektrodeilla vaikuttavan
jannitteen taso muutetaan 0 V:ksi valmisteluna poistojak-
soa varten. Koska kaikilla yllédpitoelektrodeilla vaikutta-
va jdnnite on jo muutettu 0 V:ksi ajanhetkeen tl12 mennes-

sd, niin tdssid kohdassa ei tapahdu yllapitopurkausta.

Poistotoiminnossa poistojakson aikana kaikille yllapi-
toelektrodeille sy6dtetddn kapea poistopulssi, jonka ampli-
tudi on ~Ve. Tdlld ohjauksella suojakerrokseen varastoitu-

nut varaus neutraloituu. Ylldpitopurkaus siis p&dttyy.

Kuten edelld neljannessd esimerkissa on selitetty, kaikki
pyyhkdisyelektrodit jaetaan neljdsn ryhmdsn A - D. Eri
ryhmien pyyhkdisyelektrodeille sydtetd&n neljaia tyyppié
olevia negatiivisia pulsseja erivaiheisina. T&llaisessa
jarjestelmédasss, jos pyyhkédisyelektrodille sydtettavan
pulssin taso muuttuu ja tulokseksi saadun tason ja sen
kanssa parin muodostavan yllapitoelektrodin vdlinen ero on
riittévan suuri, ndiden parien v&lilla tapahtuu yllépito-
purkaus. Yll&pitopurkaus tapahtuu nd3in ollen samanaikai-
sesti koko kuvapinnan kussakin nelj&nneksessd (25 %) mutta
viiveelld neljdnneksittdin. Koko kuvapinnan yll&pitopur-
kaus suoritetaan sen aikavalin kuluessa, jolloin yllépi-
toelektrodien jannite pidet&ddn samalla tasolla. T&lla
toimintatavalla purkausvirralla on kuviossa 18 esitetty

aaltomuoto. Keskiarvo Ia on olennaisesti yhtdsuuri kuin
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tavallisilla PDP:illd, mutta huippuarvo Ip on vain 25 %
siitd mikd huippuarvo on tavanomaisilla PDP:111a. Lis&ksi
vaikka ylléapitoelektrodeja ohjataan yhdelld ohjauspiiril-

13, ohjauspiirin maksimivirta pienenee 25 %:iin.

Edelld selitetyssd esimerkissd pyyhkédisyelektrodit jaetaan
nelj&dn ryhmd@dn. Pyyhkdisyelektrodit voidaan jakaa mihin

tahansa madrddn ryhmia.

Kuvioon 19 viitaten on selitetty menetelmd vaihtos&hko-
tyyppisen PDP:n ohjaamiseksi neljdnnen esimerkin muunnel-

mana.

Pyyhkdisyelektrodit jaetaan neljdan ryhmd@dn A - D ja ylla-
pitoelektrodit jaetaan myds neljddan ryhm&ian A - D. Nega-
tiiviset ylldpitopulssit, joiden amplitudi on -Vs ja jotka
on esitetty aaltomuodoissa SCN(A) - SCN(D), sydtetdidn vas-
taavasti ryhmissd A - D oleville pyyhkdisyelektrodeille.
Negatiiviset yllépitopulssit, joiden amplitudi on -Vs ja
jotka on esitetty aaltomuodoissa SUS(A) - SUS(D), syOte-
td&n vastaavasti ryhmissd A - D oleville yllapitoelektro-
deille.

Yksityiskohtaisemmin tarkasteltaessa ajanhetkend tl1 ylla-
pitopulssi, jonka amplitudi on -Vs, sydtetddn ryhm3n A
pyyhkédisyelektrodeille, jolloin n#&illd pyyhkdisyelektro-
deilla wvaikuttava ja&nnite alennetaan 0 V:sta tasolle -Vs.
Tdamdn muutoksen johdosta ryhmdn A kunkin yll&apitoelektro-
din ja sen kanssa parin muodostavan pyyhkdisyelektrodin
vdalille sy6tetddn suojakerroksen pinnalle varastoidun
varauksen tasoa vastaavan jannitteen ja negatiivisen ylla-
pitopulssin amplitudin ~-Vs erotusta vastaava jannite. N&di-

den parien valilla tapahtuu siis yllapitopurkaus.
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Samalla tavoin ajanhetkilla t2, t3 ja t4 vastaavasti, kun
kunkin ryhmé&n B, C ja D yllé&pitoelektrodeilla vaikuttavan
jannitteen taso alennetaan 0 Vista -Vs:ksi kuten aaltomuo-
doissa SUS(B), SUS(C) ja SUS(D) on esitetty, kunkin ryhmin
B, C ja D kunkin yllé@pitoelektrodin ja sen kanssa parin
muodostavan pyyhkdisyelektrodin vdlilla tapahtuu yllédpito-~

purkaus.

Ajanhetkella tb5 kaikilla yll&pitoelektrodeilla vaikuttavan
jannitteen taso nostetaan -Vs:std@ 0 V:ksi kuten aaltomuo-
doissa SUS(A) - SUS(D) on esitetty. Koska kaikilla pyyh-
kdisyelektrodeilla vaikuttava j&nnite on 0 V kuten aalto-
muodoissa SCN(A) - SCN(D) on esitetty ajanhetkelld t5,
niin yllapitopurkausta ei tapahdu tdssd kohdassa.

Ajanhetkelld t6 ryhmé&n A pyyhkdisyelektrodeille sydtetddn
yllapitopulssi, jonka amplitudi on -Vs, jolloin n&illa
pyyhkdisyelektrodeilla vaikuttava jdnnite alenee (0 V:sta
=Vs:ksgi. T&dllaisen muutoksen johdosta ryhmidn A kunkin
pyyhkdisyelektrodin ja sen kanssa parin muodostavan yllid-
pitoelektrodin vidlille sydtetddn suojakerroksen pinnalle
varastoidun varauksen tasoa vastaavan positiivisen j&nnit-
teen ja negatiivisen yllédpitopulssin amplitudin -Vs summaa
vastaava jédnnite. N&diden parien vdlillé& tapahtuu siis j&l-

leen yllapitopurkaus.

Samalla tavoin ajanhetkilla t7, t7 ja t9 vastaavasti, kun
Kunkin ryhm&n B, C ja D pyyhkaisyelektrodeilla vaikuttavan
jannitteen taso alennetaan 0 V:sta -Vs:ksi kuten aaltomuo-
doissa SCN(B), SCN(C) ja SCN(D) on esitetty, kunkin ryhmin
B, C ja D kunkin pyyhkdisyelektrcdin ja sen kanssa parin
muodostavan yllépitoelektrodin v&lilla tapahtuu yllipito-

purkaus.
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Ajanhetkelld t10 kaikilla pyyhkdisyelektrodeilla vaikutta-
van jannitteen taso muutetaan 0 V:ksi kuten aaltomuodoissa
SCN(A) - SCN(D) on esitetty. Koska kaikilla yllipitoelek-
trodeilla vaikuttava jédnnite on O V ajanhetkelld t10, niin

yllapitopurkausta ei tapahdu tdssd kohdassa.

Yll&pitotoiminto v&lilld t1 - t10 toistuu yllapitojakson
ajan. Poistotoiminto suoritetaan samalla tavalla kuin

kuvioon 18 viitaten on selitetty.

Edelld selitetyss8 muunnoksessa kaikki pyyhkdisyelektrodit
jaetaan neljdén ryhmdédn A - D ja kaikki ylldpitoelektrodit
jaetaan myts nelj&dsdn ryhm&&n A - D. Ryhmien A - D pyyhk&i-
syelektrodeille sydtetddn vastaavasti neljii tyyppid ole-
via negatiivisia pulsseja erivaiheisina kuten aaltomuo-
doissa SCN(A) - SCN(D) on esitetty. Ryhmien A - D yllapi-
toelektrodeille sybtetddn vastaavasti neljad tyyppia ole-
via negatiivisia pulsseja erivaiheisina kuten aaltomuo-
doissa SUS(A) - SUS(D) on esitetty. Tdllaisessa jarjestel-
mdssd, jos pyyhkédisyelektrodille sydtettdvin pulssin taso
muuttuu ja tulokseksi saadun tason ja sen kanssa parin
muodostavan yllépitoelektrodin valinen ero on riittédvin
suuri, ndiden parien v&l1illd tapahtuu yll&apitopurkaus.
Samalla tavoin, jos ylldpitoelektrodille sybtettdvin puls-
sin taso muuttuu ja tulokseksi saadun tason ja sen kanssa
parin muodostavan pyyhkdisyelektrodin vdlinen ero on riit-
tdvan suuri, ndiden parien v&dlilla tapahtuu yllépitopur-
kaus. Ylldpitopurkaus tapahtuu ndin ollen samanaikaisesti
koko kuvapinnan kussakin neljdnneksessd (25 %) mutta vii-
veelld neljédnneksittdin. Yll&pitopurkaus suoritetaan esi-
merkiksi aikavdlillad €5 - t10. T&lla toimintatavalla pur-
kausvirralla on kuviossa 19 esitetty aaltomuoto. Keskiarvo
Ia on olennaisesti yhtdsuuri kuin tavallisilla PDP:ill§,
mutta huippuarvo Ip on vain 25 % siitd mik& huippuarvo on
tavanomaisilla PDP:ill8. Lisdksi vaikka yllapitoelektrode-~
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ja ohjataan yhdelld ohjauspiirilla, niin ohjauspiirin

maksimivirta pienenee 25 %:iin.

Edelli selitetyssd esimerkissd pyyhkéisyelektrodit jaetaan
neljdsdn ryhmdin. Pyyhkdisyelektrodit voidaan jakaa mihin

tahansa madradn ryhmid.

Kuten tdhdn mennessd on selitetty, neljinnessd esimerkissi
pyyvhkdisyelektrodit ja tarvittaessa yll&dpitoelektrodit
jaetaan wuseisiin ryhmiin ja eri ryhmien elektrodeille
sybtetddn erivaiheiset pulssit (viiveelld). T&allaisessa
jarjestelmdssd, jos ylldpitoelektrodille sydtett&dvén puls-
sin taso muuttuu ja tulokseksi saadun tason ja sen kanssa
parin muodostavan pyyhkdisyelektrodin v&linen ero on riit-
tdvan suuri, niin ndiden parien v&lilld tapahtuu yllédpito-
purkaus. Jaettaessa kukin elektrodityyppi ryhmiin, joiden
Jukum&drd on "k", purkausvirran huippuarvo ylldpitojaksol-
la pienenee 1/k osaan siitd, mikd huippuarvo on tavanomai-
sella PDP:118. Tam&n johdosta virtaldhdepiirin kokoa ja

valmistuskustannuksia voidaan pienentda.

Toisen esimerkin menetelmd on sovellettavissa tavanomaisen
rakenteen omaavalle vaihtosdhkdtyyppiseen PDP:hen sekd
myds ensimmdisessd - kolmannessa esimerkissd esitettyihin

vaihtosdhkoétyyppisiin PDP:ihin.

Esimerkki 5

Menetelmd vaihtosdhkoétyyppisen PDP:n ohjaamiseksi olevan
keksinnén mukaisessa viidennessd esimerkissd on selitetty

kuvioon 20 wviitaten.

Viidennen esimerkin menetelmd8 1liittyy p&ddasiallisesti
poistojaksolla suoritettavaan poistopulssin sydttamiseen.

Kirjoituspulssin ja yll8pitopulssin sydttdminen suorite-
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taan samalla tavoin kuin ensimmdisessd esimerkissd on

selitetty.

Kirjoitusjaksolla suoritettavassa kirjoitustoiminnossa
positiivinen Kkirjoituspulssi, jonka amplitudi on +Vw ja
joka on esitetty aaltomuodossa DATA kuviossa 20, syOtetddn
ainakin yhdelle dataelektrodille, joka on valittu kaikkien
dataelektrodien joukosta ja joka wvastaa kuvaelementtia
kuvan nayttédmiseksi yhden pyyhkédisyelektrodin (esim. pyyh-
kdigyelektrodin 102a kuviossa 9A) mukaan. Samanaikaisesti
pyyhkdisyelektrodille 102a sydtetddn negatiivinen pyyhk&di-
sypulssi, jonka amplitudi on -Vs ja joka on esitetty aal-
tomuodossa SCN1l. Talld ohjauksella purkaus tapahtuu edelli
valitun dataelektrodin ja pyyhkdisyelektrodin 102a riste-
yskohdassa, ja mainittua risteyskohtaa asemallisesti vas-
taavaan suojakerroksen pinnan alueeseen varastoituu siten
positiivinen varaus. Toisin sanoen tdmid alue toimii kir-

joitussoluna.

Seuraavaksi positiivinen kirjoituspulssi, jonka amplitudi
on +Vw ja joka on esitetty aaltomuodossa DATA, sydtetdidn
ainakin yhdelle valitulle dataelektrodille, joka vastaa
kuvaelementtid kuvan ndyttdmiseksi seuraavan pyyhkdisy-
elektrodin (esim. pyyhkdisyelektrodin 102b kuviossa 9A)
mukaan. Samanaikaisesti pyyhkdisyelektrodille 102b sydte-
tdan negatiivinen pyyhkdisypulssi, jonka amplitudi on -Vs
ja joka on esitetty aaltomuodossa SCN2. T&lld ohjauksella
purkaus tapahtuu dataelektrodin ja pyyhkdisyelektrodin
102b risteyskohdassa. Mainittua risteyskohtaa asemallises-
ti vastaavaan suojakerroksen pinnan alueeseen varastoituu -
siten positiivinen varaus. Toisin sanoen tdmid alue toimii

kirjoitussoluna.

Sen vaiheen aikana, jolloin negatiiviset pyyhk3isypulssit,

joiden amplitudi on -Vs ja jotka on esitetty aaltomuodois-
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sa SCN1 - SCNn, sybdtetddn vastaaville pyyhkdisyelektro-
deille, positiivinen kirjoituspulssi, jonka amplitudi on
+Vw, sydtetddn talla tavoin ainakin yhdelle wvalitulle
dataelektrodille, joka vastaa kuvaelementtid kuvan ndyttad-
migeksi kulloinkin kyseessd olevan pyyhkdisyelektrodin
mukaan. Positiivinen varaus varastoituu siten suojakerrok-

sen pinnan ennalta mddrdttyyn alueeseen (kirjoitussoluun).

Kirjoitustoimintoa seuraa yllépitotoiminto. Yll&pitotoi-
minnossa kaikille yllapitoelektrodeille sydtetddn negatii-
vinen ylldpitopulssi, jonka amplitudi on -Vs ja joka on
egsitetty aaltomuodossa SUS, ja kaikille pyyhkdisyelektro-
deille syotetddn vastaavasti negatiiviset yllapitopulssit,
joiden amplitudi on -Vs ja jotka on esitetty aaltomuodois-
sa SCN1 - SCNn. Pulssien sydttd@minen yllapitoelektrodeille
ja pulssien sydttdaminen pyyhkdisyelektrodeille suoritetaan
vuorotellen. Ensimmdisen ylldpitopulssin sydttaminen kul-
lekin yllépitoelektrodille purkaa suojakerrokseen varas-
toidun positiivisen varauksen, ja yll&pitopurkaus tapahtuu
siis purkausalueessa, joka kuuluu samaan purkaussoluun
kuin kulloinkin kyseessd oleva risteyskohta. Negatiivisen
yllapitopulssin sydttédminen vuorotellen yllapitoelektro-
deille ja pyyhkdisyelektrodeille jatkaa ylldpitopurkausta
purkausalueessa. Tamdn yll&pitopurkauksen aiheuttaman

valonsdteilyn avulla saadaan naytetyksi merkkejd ja kuvia.

Kirjoitus-, yll&pito~ ja poistotoimintojen stabiloimiseksi
kukin kirjoitus-, pyyhkdisy- ja yllidpitopulssit sydtetdin
jyrkdn nousun ja laskun omaavana. Ja&nnitteen muutokselle
vaadittava nousu- ja laskuaika asetetaan yleensd niinkin

lyhyeksi kuin useita satoja nanosekunteja.

Poistojaksolla kaikille yll&pitoelektrodeille sydtetdsn
negatiivinen poistopulssi, jonka amplitudi on -Ve. Kuten

kuviossa 20 aaltomuodossa SUS on esitetty, muutosaika tc,
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joka vaaditaan hetkellisen jannitteen muutokseen 10 %:sta
90 %:ksi poistopulssin amplitudista, on pitempi kuin usei-
ta satoja nanosekunteja. Toisin sanoen tdllaisen pulssin
jédnnite muuttuu hitaammin. Vaikka jénnite kunkin parin
muodostavan pyyhkdisyelektrodin ja ylldpitoelektrodin va-
1lilld muuttuu hitaasti t&llaisen pitk&n muutosajan tc ku-
luessa, niin poistopurkaus koko suojakerrokseen varastoi-
tuneen varauksen neutraloimiseksi tapahtuu sopivalla ajoi-
tuksella kunkin purkaussolun ominaisuuksien mukaan. Suoja-
kerroksen pinnalle varastoitunut varaus poistetaan siten
ldhes tdysin. Edelld selitetyssd esimerkissd poistopulssin
amplitudi on -Ve, mutta se voi olla ~Vs, joka on sama kuin
yll3pitopulssin amplitudi. Sellaisessa tapauksessa ohjaus-

piirin laitekokoonpano yksinkertaistuu.

Seuraavassa on kuvattu parhaana pidetty alue muutosajalle
tc, joka vaaditaan poistopulssin hetkellisen jdnnitteen
muuttumiseen kuten edelld on selitetty.

Kuvio 21 on graafinen esitys, joka kuvaa purkaustilan
esimerkkid poistopulssin muutosajan tc ja poistopulssien
amplitudin vdlisen riippuvuussuhteen mukaan. Kuviossa 21
esitetty muutostila saavutetaan, kun poistopulssin ampli-
tudi on yhtdsuuri kuin ylldpitopulssin amplitudi (so. -Vs)
kuviossa 20 esitetylld ohjauksen ajoituksella. Kuten kuvi-
osta 21 ilmenee, normaalin toiminnan saavuttamiseksi vaa-
dittavan muutosajan tc alaraja on 10 ps. Poistopulssin
muutosajan tc ja poistopulssien amplitudin védlinen riippu-
vuussuhde ei m&8r&d3 normaalin toiminnan saavuttamiseksi
vaadittavan muutosajan tc yldrajaa. Otettaessa kuitenkin
huomioon, ettd kuvapinnan virkistysjakson (kirjoitus-,
yllédpito- ja poistojaksojen summan) yldraja yleensd on
noin 17 ms, muutosajan yldraja on kdytdnndssd noin 10 ms.
Muutosajan tc parhaana pidetty kayttdkelpoinen alue on
10 us - 10 ms.
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Edelld mainittu virkistysjakso on 1/60 sekuntia mustaval-
kondytdn tapauksessa. VArindytdn tapauksessa virkistysjak-
s0 on lyhyempi, koska kaytetddn osakenttimenetelmi8i. Esi-
merkiksi 256 véarisdvyn ndytdn tapauksessa 1/60 sekuntiin
sisdltyy kahdeksan virkistysjaksoa, koska yksi kuvapinta
sisaltad kahdeksan osakenttdad (2° = 256). (Kutakin virkis-
tysjaksoa ei vialttamdttd saada jakamalla 1/60 sekuntia
samalla tavoin kahdeksalla).

Kuvio 22 on kaavio, joka esittdad poistopiirid 500 kuviossa

20 esitetyn poistopulssin kehittadmiseksi.

Kuten kuviossa 22 on esitetty, poistopiiri 500 on kytketty
suurjdnnitteen Kkestdvdn janniteohjaimen 509 ulostuloon
kaikkien yllédpitoelektrodien SUS1 - SUSn ohjaamiseksi.
(Seuraavassa jadnniteohjainta 509 on kutsuttu "suurjénnit-
teen kestdvdksi jdnniteohjaimeksi" 509.) Poistopiiri 500
sisdltdd vastuksen 510 ja kanavatransistorin (FET, field
effect transistor) 511, jotka on kytketty keskendidn sar-
jaan. Ennen poistotoimintoa suurjdnnitteen kestdvdn janni-

teohjaimen 509 ulostulo asetetaan suuri-impedanssiseksi.

Poistosignaalin Kytkiessd FET:in 511 virralliseksi saadaan
poistopulssi, jonka muutosajan tc pituus on 10 pus - 10 ms
yvllapitoelektrodien (SUS1 - SUSn) hajakapasitanssikompo-
nentin ja vastuksen 510 aikavakion vuoksi. Sen jdlkeen FET
511 Kkytketdsdn virrattomaksi ja suurjannitteen Kestévan
janniteohjaimen 509 1l3dhtdtaso menee ylh#dlle. Ylldpito-

elektrodien jdnnite palaa siis O V:iksi.

Suurjénnitteen kestidvd jdnniteohjain 509 voi ohjata sen
ulostuloa muuttamalla kahdentyyppisid yllépitosignaaleja,
jotka sydbtetddn siihen (signaalit ylosvetosisddnmenoon ja

alasvetosisddnmenoon). Tdlla ohjauksella voidaan suorittaa
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valmistelu yllapitopulssin ja poistopulssin ja muiden

prosessien muodostamista varten.

Kuten tdhidn mennessa on selitetty, viidennessid esimerkisséa
ylldpitoelektrodeille sydtetddn poistopulssi, jonka muu-
tosaika tc (joka vaaditaan hetkellisen jédnnitteen muuttu-
miseen 10 %:sta 90 %:iin poistopulssin amplitudista) on
10 pus - 10 ms. TE1l1ld ohjauksella, vaikka jannite pyyhk&i-
syelektrodien ja yllépitoelektrodien wv&dlilld muuttuu hi-
taasti, poistopurkaus koko suojakerrokseen varastoidun
varauksen neutraloimiseksi tapahtuu sopivalla ajoituksella
purkaussolun ominaisuuksien mukaan. Suojakerroksen pin-
nalle varastoitunut varaus poistetaan siis melkein taysin.
Tdmé&n johdosta poistopulssin leveyden ja amplitudin vaih-
telun toleranssia voidaan suurentaa. Poistotoiminnolle
saadaan siten riitt8vd marginaali, vaikka eri purkaussolu-

jen kesken on ominaisuuksien hajontaa.

Kuviot 23A, 23B ja 23C esittdvat eri menetelmid poisto-
pulssin sydttémiseksi viidennen esimerkin eri muunnoksis-

sal

Kuviossa 23A esitetyssé& tapauksessa, kuten aaltomuoto SUS
esittaa, poistopulssi sydtetddn ylldpitoelektrodeille
siten, ettd ylldpitoelektrodien jannite ensin alenee jyr-
kdsti O V:sta -Ve:ksi (tai -Vs:ksi) ja suurenee sen jal-
keen hitaasti 0 V:ksi. Muutosajan tc, joka vaaditaan pois-
topulssin hetkellisen jannitteen muuttamiseen -Ve:std (tai
-Vs:std) 0 V:ksi, pituus on edelld Kkuvatulla alueella.

Poistopurkaus tapahtuu tdmidn hitaan muutoksen aikana.

Kuten aaltomuodoissa SCN on esitetty, pyyhkdisyelektrodien
jannite alenee jyrkdsti 0 V:ista -Ve:ksi (tai -Vs:ksi) sen
jdlkeen kun poistopulssi on pienentynyt -Ve:ksi (tai -Vs)

mutta ennenkuin jdnnite on alkanut suurentua kohti Q V:ia.
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Tdssd kohdassa yllapitoelektrodeilla wvaikuttava j&nnite
ohjataan palaamaan 0 V:ksi ennenkuin pyyhk&isyelektrodilla
vaikuttava jannite palaa 0 V:ksi, jotta estetddn purkauk-
sen +tapahtuminen, kun pyyhkdisyelektrodilla wvaikuttava
jannite muuttuu 0 V:ksi. Muiden vaiheiden ajoitus on sama
kuin kuviossa 20 esitetty. Tdlla toimintatavalla pyyhkdi-
syelektrodien ja yllé&pitoelektrodien vdlinen jédnnite suu-
renee hitaasti. T&mdn johdosta vaihtosahkOtyyppinen PDP

toimii samalla tavoin kuin kuviossa 20 on mdaritelty.

Kuvio 23B kuvaa pulssien sydttédmistd tapauksessa, jossa

kaikkien pulssien napaisuudet kuviossa 20 on kaannetty.

Kuvio 23C kuvaa pulssien sydttadmistd tapauksessa, jossa

kaikkien pulssien napaisuudet kuviossa 23A on kddnnetty.

Kuvioissa 23A - 23C kuvatuissa menetelmissd vaihtosihko-
tyyppisen PDP:n ohjaamiseksi peistopulssin muutosaika tc,
joka vaaditaan siihen, kun poistopulssin amplitudi muuttuu
90 %:sta 10 %:iin tai 10 %:sta 90 %:iin, on v&lilla 10 us
- 10 ms, kuten kuvion 20 yhteydessd on selitetty. Syodtet-
tdessd tdllainen poistopulssi poistopurkaus koko suojaker-
rokseen varastoituneen varauksen neutraloimiseksi tapahtuu
sopivalla ajoituksella kunkin purkaussolun ominaisuuksien
mukaan pyyhkdisyelektrodin ja yllépitoelektrodin vidlisen
jannitteen muuttuessa hitaasti. Suojakerrokseen varastoi-
tunut varaus siis poistetaan olennaisesti kokonaan. Pois-
topulssin leveyden ja amplitudin wvaihtelun toleranssia
voidaan siis suurentaa. Poistotoiminnolle saadaan siten
riittavd marginaali, wvaikka eri purkaussolujen kesken on

ominaisuuksien hajontaa.

Viidennessd esimerkissd poistopulssi syOtetdan yllépito-
elektrodeille. Sama tulos saadaan, jos poistopulssi sydte-

taan pyyhkdisyelektrodeille. Edells selitetyssd esimerkis-
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sd poistopulssi sydtetddn kaikille ylldpitoelektrodeille
samanaikaisesti. Sama tulos saadaan, jos yllapitoelektro-
dit tai pyyhkdisyelektrodit jaetaan useisiin ryhmiin ja
jos poistopulssi sydtetdsn eri ryhmiin kuuluville elektro-

deille viiveellAa.

Kuten viidennessd esimerkissd on selitetty, pyyhkdisyelek-
trodeille tai yll&dpitoelektrodeille sydtetadn poistopuls-
si, jonka hetkellinen jannite suurenee tai pienenee hi-
taasti ja joka siten suurentaa pyyhkdisyelektrodien ja
yvllidpitoelektrodien valistad ja&nnitettd hitaasti. Poisto-
pulssin leveyden ja amplitudin vaihtelun toleranssia voi-
daan siis suurentaa. Poistotoiminnolle saadaan siten riit-
tdvad marginaali, vaikka eri purkaussolujen kesken on omi-

naisuuksien hajontaa.

Viidennen esimerkin menetelmdt ovat sovellettavissa vaih-
tosdhk6tyyppiselle PDP:1le, jonka rakenne on tavancomainen,
sekd myds ensimmdisen - kolmannen esimerkin wvaihtosdhké-
tyyppisille PDP:ille. Viidennen esimerkin menetelmdt voi-

daan myds yhdistdid neljannen esimerkin menetelmdin.

Egimerkki 6

Seuraavassa on selitetty kuvioon 24 viitaten vaihtosidhkd-
tyyppisen PDP:n ohjauspiiri kuudennessa esilld olevan
keksinndén mukaisessa esimerkissd. Kuvio 24 on pyyhkdisy-
elektrodien ohjauspiirin 600 piirikaavio kuudennessa esi-

merkissa.

Pyyhkaisyelektrodien ohjauspiiri 600 kdsittdd suurjidnnit-
teen LkRestdvdat n-kanavaiset MOSFET:it 621 (seuraavassa
niistd kdytetddn yksinkertaisesti nimitystd "MOSFET:it
621") ja jotka on vastaavasti kytketty pyyhkdisyelektro-
deihin SCN1 - SCNn. T&ten on muodostunut suurjinnitteen
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kestdvd l&ahtdaste avonielujirjestelmdnd (open drain sys-
tem). Kaikki MOSFET:it 621 on kytketty pyyhkédisylogiikka-
piiriin 623 niiden hilaelektrodilla. Pyyhkdisylogiikkapii-
riin 623 kuuluu pyyhk&isysignaalin kehityspiiri 624. Pyyh-
kdisylogiikkapiirin 623 yhteisjohdin on siind signaali-
tason vertailupohjana ja on kytketty suurjannitteen kesti-
vaan vuorovaihepiiriin 622 sen ulostulon SCCOM kautta.
Ulostulo SCCOM on kytketty myds kunkin MOSFET:in 621 1l&ah-
de-elektrodiin.

Yksityiskohtaisemmin sanoen Kkukin pyyhkédisyelektrodeista
SCN1 - SCNn on kytketty vastaavan MOSFET:in 621 nieluelek-
trodiin (ensimmd@iseen pddelektrodiin) ja siten on muodos-
tunut suurjédnnitteen kestédva ldhtdaste avonielujarjestel-
mand. MOSFET:in 621 l&ahde-elektrodi (toinen p&didelektrodi)
on kytketty wvuorovaihepiirin 622 ulostuloon SCCOM kuten
edelld on selitetty. MOSFET:in 621 hilaelektrodi (ohjaus-
elektrodi) on kytketty pyyhkdisyvlogiikkapiirin 623 ulostu-

loon.

Pyyhkdisylogiikkapiiriin 623 kuuluu pyyhkd3isysignaalin ke-
hityspiiri 624 pyyhk#disydatasignaalin SI, kellosignaalin
CLK, sammutussignaalin BLK ja yll&pitosignaalin SU kehit-
tamiseksi, siirtorekisteri 625, ensimmdinen wverijid 626,
toinen verdjd 627 ja invertteri 628. Kuten edelld on seli-
tetty, pyyhkdisylogiikkapiirin yhteisjohdin, joka signaa-
litason vertailupohjana, on kytketty vuorovaihepiirin 622
ulostuloon SCCOM signaalitason muuttamiseksi pyyhk&isylo-
giikkapiirissd 623, kun MOSFET:ien 621 l&hde-elektrodin
potentiaali muuttuu vuorovaihepiirin 622 ulostulon SCCOM
muutoksen mukaan. Muutettaessa signaalitasoa td4lla tavoin
MOSFET:in 621 hilaelektrodin ja 1l8hde-elektrodin v3linen
jannite pidet&adn tietylla valilla, esimerkiksi 5 Vv:n ta-
solla (0 V - +5 V) ulostuloon SCCOM sydtetyn jannitteen
muutoksen (0 V - -200 V) vaikutuksen vidlttidmiseksi.
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Vuorovaihepiiriin 622 kuuluu suurjannitteen kestdvd n-ka-
navainen MOSFET 629 (josta seuraavassa on kdytetty nimi-
tystd "MOSFET 629"), jonka nieluelektrodi on maatettu,
sekd suurjdnnitteen kestidvd n-kanavainen MOSFET 630 (josta
seuraavassa on kédytetty nimitystd "MOSFET 630"), jonka
ldhde-elektrodi on kytketty virtaldhteeseen, jonka jdnnite
on niinkin korkea kuin -200 V. MOSFET:in 629 l&hde-elek-
trodin ja MOSFET:in 630 nieluelektrodin Kkytkentdpiste on
vuorovaihepiirin 622 ulostulo SCCOM. Kellosignaali SC
sybtetddn MOSFET:in 629 hilaelektrodille tasonsiirtopiirin
(L/S, level shift circuit) 631 kautta ja kellosignaali sc
sybtetddn MOSFET:in 630 hilaelektrodille invertterin 632
kautta. Pyyhk#disyn/ylldpidon valintasignaali SEL sy&tetéddn
pyyhkdisylogiikkapiirille 623 tasonsiirtopiirin (L/S) 633
kautta ja kellosignaali SC syotet&ddn tasonsiirtopiirin 631
kautta.

Menetelmd pyyhkdisyelektrodien ohjauspiirin 600, jolla on
edelld selitetty rakenne, ohjaamiseksi on seuraavassa se-
litetty kuvioon 25 viitaten. Edelld ja jaljempdnd kuvatut
pulssin amplitudiarvot ovat vain esimerkkej& ja muita ar-

voja voidaan kaytt&a.

Kirjoitusjaksolla pyyhkdisyn/yll&pidon valintasignaalin
SEL menee ylhdille ja vuorovaihepiiriin 622 sydtet&ddn
kellosignaali SC. Signaalit SEL ja SC syotetiin pyyh-
kdisysignaalin kehityspiiriin 624 vastaavasti tasonsiirto-
piirien 633 ja 631 kautta. Kun pyyhkdisyn/ylldpidon valin-
tasignaalin SEL taso on ylh&&alla, pyyhkdisysignaalin kehi-
tyspiiri 624 siirtyy KkKirjoitusjakson toimintatavalle ja
antaa siten pyyhk#isydatasignaalin SI, kellosignaalin CLK

ja sammutussignaalin BLK.
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Kun pyyhkdisydatasignaali SI ja kellosignaali CLK sy&te-
t34n siirtorekisteriin 625, pyyhkdisydatasignaali SI lue-
taan kellosignaalin CLK laskevalla reunalla. Siirtorekis-
terin 625 ulostulojen tasot menevdt alhaalle yksi kerral-
laan ja ulostuloon saadaan pyyhkdisysignaali. Pyyhkaisy-
signaali pddsee ensimmdisen verdjdn 626, toisen verdjan
627 sekd invertterin 628 kautta ja sydtetddn kunkin MOS-
FET:in 621 hilaelektrodille vain sammutussignaalin BLK

tason ollessa alhaalla.

Yksi pyyhké@isysignaalin valitsema (valittua pyyhkdisyelek-
trodia vastaava) MOSFET 621 kytketddn virralliseksi, mutta
muut MOSFET:it 621 pidetddn virrattomina. T&dssd& tilassa,
kun negatiivinen pulssi, jonka amplitudi on -200 V, l&he-
tetddn vuorovaihepiirin 622 ulostuloon SCCOM kellosignaa-
lilla SC, negatiivinen pyyhkdisypulssi, jonka amplitudi on
-200 V, sydtetdadn vain pyyhkdisyelektrodille, joka on kyt-
ketty siihen MOSFET:iin 621, joka on kytketty virrallisek-
si. Muihin MOSFET:eihin 621, jotka on pidetty virrattomi-
na, kytketyt pyyhkdisyelektrodit s&ilyttdvat j&nnitteen
ennallaan sen kelluvan jadnnitteen johdosta, eikd muihin
MOSFET:eihin 621 kytketyille pyyhkdisyelektrodeille sybte-
t3d pyyhkdisypulssia. Sydtetty jé&nnite pidet&ddn ndin ollen
0 V:na.

Kun vuorovaihepiirin 622 ulostulo SCCOM palaa -200 V:sta
O V:ksi, virralliseksi kytkettyyn MOSFET:iin 621 kytketyl-
13 pyyhkdisyelektrodilla vaikuttava ja&nnite lukitaan ulos-
tulon SCCOM jannitteeseen MOSFET:in 621 l&hde-elektrodin
ja nieluelektrodin védlisen loisdiodin avulla. T&llaisen

pyyhkdisyelektrodin j&nnite palaa siis 0 V:ksi.

Pyyhkdisypulssi sydtetddn pyyhkdisyelektrodeille yksi ker-
rallaan toistamalla kirjoitusoperaatio t&lla tavoin.
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Kirjoitusjakson jdlkeen seuraavalla yllapitojaksolla pyyh-
kadisyn/ylldpidon valintasignaalin SEL taso menee alhaalle,
ja vuorovaihepiiriin 622 sydtetddn kellosignaali SC. Sig-
naalit SEL ja SC syotet&dsn pyyhkdisysignaalin kehityspii-
riin 624 vastaavien tasonsiirtopiirien 633 ja 631 kautta.
Kun pyvhkdisyn/yll&pidon valintasignaali SEL on alhaalla,
niin pyyhkdisysignaalin kehityspiiri 624 menee yll&pito-
jakson toimintatilaan ja antaa siten ylldpitosignaalin SU.
Yllapitosignaali SU sybtetddn kunkin MOSFET:in 621 hila-
elektrodille toisen verdjdn 627 ja invertterin 628 kautta.
Kaikki MOSFET:it 621 kytketddn siis samanaikaisesti vir-

rallisiksi.

Tdssd tilassa, kun negatiivinen pulssi, jonka amplitudi on
-200 V, ldhetetddn vuorovaihepiirin 622 ulostuloon SCCOM,
kaikille wvirralliseksi kytkettyihin MOSFET:eihin 621 kyt-
ketyille pyyhkdisyelektrodeille sydtetd8n negatiivinen
pyyhkédisypulssi, jonka amplitudi on -200 V.

Kun vuorovaihepiirin 622 ulostulo SCCOM palaa -200 V:sta
O V:ksi, kaikkiin virralliseksi kytkettyihin MOSFET:eihin
621 kytketyilla pyyhk&isyelektrodeilla vaikuttava jannite
lukitaan ulostulon SCCOM jannitteeseen MOSFET:in 621 1l&h-
de-elektrodin ja nieluelektrodin vdlisen loisdiodin avul-
la. T&llaisen pyyhkdisyelektrodin jé@nnite palaa siten
0 v:ksi.

Yll&pitopulssi sydtetddn pyyhkdisyelektrodeille yksi ker-
rallaan toistamalla ylldpitotoiminto tdlla tavoin.

Kun yllapitopulssi sydtetdsdn yllapitoelektrodille yllapi-
tojakson aikana, l&hdevirran taytyy kulkea pyyhkdisyelek-
trodien ohjauspiiristada 600 pyyhkdisyelektrodeille. T&m&

virta sydtetddn loisdiodin kautta.
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Kuviossa 24 esitetyssd pyyhkidisyelektrodien ohjauspiirissi
600 MOSFET:it 621 ja pyyhkdisylogiikkapiiri 623 voidaan
jakaa esimerkiksi sopivaan mddaraan lohkoja monoliittisen
IC:n aikaansaamiseksi. Koska ldhtdaste on avonielujidrjes-
telmd, niin IC voidaan muodostaa helposti pienempdd pii-
ripalakokoa kdyttden ja siten sen hintaa pienentden. Ta-
sonsiirtopiiri 633 ja vuorovaihepiiri 622 ovat kaikille
pyyhkédisyelektrodeille yhteiset. Siind tapauksessa, ettid
jonkin piireistd ohjauskapasiteetti on rajoitettu, taytyy
valmistaa pienin valttdmdtdon madrad piireja. Tdllaisten
piirien hinnan suhde kokonaishintaan on pieni. Suurjénnit-
teen Kkestdvan lahtdasteen avonielujdrjestelmidn johdosta
pyyhkédisyelektrodien ohjauspiiri 600 ei wvikaannu, wvaikka
pyyhkdisyelektrodien v&lilla tapahtuisi oikosulku.

Pyyvhkdisylogiikkapiirin 623 virtaldhde voidaan valmistaa
helposti tavanomaisen pyyhkdisylogiikkapiirin pohjalta

esimerkiksi varauspumppujdrjestelmdn avulla.

Kuten edelld on selitetty, pyyhkdisyelektrodien ohjauspii-
ri 600 kédsittdd useita suurjannitteen kestdvia n-kanavai-
sia MOSFET:eja 621, jotka on vastaavasti kytketty useisiin
pyyhkdisyelektrodeihin niiden nieluelektrodien awvulla,
pyyhkédisylogiikkapiirin 623, joka on kytketty kunkin MOS-
FET:in 621 hilaelektrodiin, sekd vuorovaihepiirin 622,
jonka ulostulo on kytketty kunkin MOSFET:in 621 l&hde-
elektrodiin ja pyyhk8isylogiikkapiirin 623 yhteisjohti-
meen, joka on signaalitason vertailupohjana pyyhkdisylo-
giikkapiirissd 623. Suurjannitteen kestidva ldhtdaste on
siis avonielujdrjestelmd, ja sen piirin laitekokoonpano on
merkitsevdsti yksinkertaistunut. Tdllaisen yksinkertaisen
laitekokoonpanon johdosta pyyhkdisyelektrodien ohjauspiiri
600 voidaan helposti muodostaa IC:ksi, mik3 alentaa val-

mistuskustannuksia. Pyyhkdisyelektrodien ohjauspiiri 600
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ei vikaannu, vaikka pyyhkdisyelektrodien vdlilla tapahtui-

si oikosulku.

Kuudennen esimerkin menetelmdt ovat sovellettavissa vaih-
tosdhkttyyppiselle PDP:1le, jonka rakenne on tavanomainen,
sekd myds ensimmidisen - kolmannen esimerkin vaihtos&hké-
tyyppisille PDP:ille. Kuudennen esimerkin menetelmdt voi-
daan myds yhdistdd neljdnnessi ja viidennessd esimerkissgd

selitettyihin menetelmiin.

Tdssd esimerkissd ohjauspiirid kaytetddn vaihtosdhkdtyyp-
pisellada PDP:11&a, jossa purkaus tapahtuu kaksiulotteisesti
samalle tasolle muodostettujen pyyhkdisyelektrodien ja
vllapitoelektrodien wvalilla. Tdssd esimerkissd kuvattua
ohjauspiirid voidaan kayttda sellaisella vaihtos&hkdtyyp-
piselld PDP:1134, johon kuuluu useita dataelektrodeja ja
useita pyyhkdisyelektrodeja, jotka ovat toisiaan vastapda-
td kolmiulotteisesti ja ristedvdt toisensa kohtisuorasti,
ja Jjossa purkaus tapahtuu tdllaisten dataelektrodien ja
pyyhkdisyelektrodien v&lilla, sekd myds tasasidhkotyyppi-
selld PDP:11&. Saadaan sama tulos.

Edelld olevassa selityksessd MOSFET:1id 621, joka sisdltéaa
estosuunnassa johtavan loisdiodin, kaytetddn kytkentdlait-
teena sen ensimmdisen pddelektrodin kytkemiseksi kuhunkin
useista pyyhkdisyelektrodeista SCN1 - SCNn erikseen. Voi-
daan myds kdyttdd kytkentalaitetta, josta puuttuu esto-
suunnassa johtavana diodina toimiva loisdiodi, jos esto-

suunnassa johtava diodi on asetettu sen rinnalle.

Kuvio 26 on tdllaisen piirin kaavio. Suurjdnnitteen kesta-
vad bipolaarista npn-transistoria 634 ja estosuunnassa
johtavaa diodia 635, jotka on kytketty keskenddn rinnan,
kdytetddn n-kanavaisen MOSFET:in 621 asemesta. Bipolaari-
sen transistorin 634 kollektorielektrodi on kytketty ku-
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hunkin pyyhkdisyelektrodiin SCN1 - SCNn, ja sen kanta-
elektrodi on kytketty pyyhkéisylogiikkapiiriin 623. Bipo-
laarisen transistorin 634 emitterielektrodi on kytketty
vuorovaihepiirin 622 ulostuloon SCCOM. N&aita seikkoja
lukuunottamatta kuviossa 26 esitetyn piirin laitekokoonpa-

no on sama kuin kuviossa 24 esitetyn piirin.

Joissakin tapauksissa myos bipolaariselle transistorille
saadaan loisdiodi sen valmistusprosessin yhteydessid samal-
la tavoin kuin MOSFET:ille. Tdllaisessa tapauksessa, koska
loisdiodi toimii estosuunnassa johtavana diodina, erilli-
sen estosuunnassa johtavan diodin kdyttdminen el ole vdlt-

tamdtdnta.

MOSFET 621 tai bipolaarisen transistorin 634 ja estosuun-
nassa johtavan diodin 635 yhdistelmd voidaan sisdllyttdi
monoliittiseen IC:hen yhdess& pyyhkdisylogiikkapiirin 623
ja muiden sellaisten kanssa. Vaihtoehtoisesti MOSFET 621
tai bipolaarisen transistorin 634 ja estosuunnassa johta-
van diodin 635 yhdistelm& wvoidaan sovittaa substraatille
diskreettejad komponentteja kayttden piirin laitekokoonpa-

non mukaan.

Kuten kuudennessa esimerkissd on selitetty, kdytetdidn
suurjdnnitteen Kkestd8vd3 vuorovaihepiirid, jota kiytetdidn
useille pyyhkdisyelektrodeille yhteisenad. Pyyhk&isyelek-
trodit on kukin kytketty ldhtdasteen muodostavan, suurjin-
nitteen kestdvdn kytkentdlaitteen (esimerkiksi n-kanavai-
sen MOSFET:in tai bipolaarisen npn-transistorin) ensimm&i-
seen pddelektrodiin (esimerkiksi nieluelektrodiin tai
kollektorielektrodiin). Kytkentdlaitteen ohjauselektrodi
(esimerkiksi hilaelektrodi tai kantaelektrodi) on kytketty
pyyhkdisylogiikkapiiriin. Vuorovaihepiirin ulostulo on
kytketty kytkentadlaitteen toiseen pidielektrodiin (esimer-
kiksi ldhde-elektrodiin tai emitterielektrodiin) sekd myds
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pyyhk&isylogiikkapiirin yhteisjohtimeen, joka on siinia

signaalitason vertailupchjana.

Tadllaisen laitekokoonpanon ansiosta ei ole vidlttdmatonta
kayttadd suurjannitteen kestadvad vuorovaihetyyppistd l1lidhto-
astetta ja suurjadnnitteen kestdvdd tasonsiirtopiiri& joka
pyyhkdisyelektrodia kohti, kuten tavanomaisesti on valtta-
mitdéntsi. Useiden pyyhkdisyelektrodien ohjaus on toteutettu
kdyttam&dlld yksinkertaisesti suurjdnnitteen kestdviai vuo-
rovaihepiirid, jota on kiytetty useille pyyhkdisyelektro-
deille yhteisend, ja suurjannitteen kestdvdid Kytkentdlai-
tetta, jota on Kdytetty kutakin useista mainituista pyyh-
kdisyelektrodeista kohti. Tdm&n johdosta pyyhk&disyelektro-
dien ohjauspiirin laitekokoonpano on riittdvdn yksinker-
tainen IC:nd muodostettavaksi. Valmistuskustannukset siis
alenevat. Lis&dksi kytkentdlaitteena kdytettdvin ja kuhun-
kin useista pyyhkdisyelektrodeista kytketyn n-kanavaisen
MOSFET:in avonielujdrjestelm&n tai bipolaarisen npn-tran-
sistorin avokollektorijdrjestelmdn johdosta pyyhkaisy-
elektrodien ohjauspiiri ei vikaannu, vaikka pyyhkdisyelek-
trodien v&1illad tapahtuisi oikosulku.

Esimerkki 7

Seuraavassa on selitetty menetelmd vaihtosidhkétyyppisen
PDP:n ohjaamiseksi seitsemé@nnessd esilld olevan keksinnén
mukaisessa esimerkissd viitaten kuvioon 27. Seitsemdnnen
esimerkin menetelmd kidsittdd aloitusjakson kirjoitus-,
yllédpito- ja poistojaksojen lisdksi. Kuvio 27 on ajoitus-

kaavio, joka kuvaa toimintaa seitsemé@nnessi esimerkissa.

Ensin aloitusjaksolla pyyhkédisyelektrodeille ja kaikille
ylldpitoelektrodeille sydtetddn samanaikaisesti positiivi-
nen aloituspulssi, jonka amplitudi on +Vr (V), kuten aal-
tomuodoissa SCN1 - SCNn ja SUS on esitetty. T&11l3d ohjauk-
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sella dataelektrodien ja pyyhkdisyelektrodien vdlilla sekd
dataelektrodien ja yllédpitoelektrodien v&lilld tapahtuu

aloituspurkaus.

Aloitusjaksoa seuraavalla kirjoitusjaksolla ennalta m&&ra-
tyille dataelektrodeille sydtetddn aaltomuodossa DATA
esitetty positiivinen kirjoituspulssi, jonka amplitudi on
+Vw (V). Samanaikaisesti ensimmiiselle pyyhkdisyelektro-
dille (esimerkiksi pyyhk&isyelektrodille 102a kuviossa 9A)
syOtetddn aaltomuodossa SCN1 esitetty negatiivinen pyyh-
kdisypulssi, jonka amplitudi on -Vs (V). Tdlla ohjauksella
mainitun ennalta madrdtyn dataelektrodin ja ensimmdisen
pyyvhkéadisyelektrodin risteyskohdassa tapahtuu kirjoituspur-
kaus. Seuraavaksi ennalta mddradtylle dataelektrodille
sybtetddn aaltomuodossa DATA esitetty positiivinen kirjoi-
tuspulssi, jonka amplitudi on +Vw (V). Samanaikaisesti
toiselle pyyhkdisyelektrodille (esimerkiksi pyyhkédisyelek-
trodille 102b kuviossa 9A) syOtetddn aaltomuodossa SCN2
esitetty negatiivinen pyyhk&isypulssi, jonka amplitudi on
~-Vs (V). Tallad ohjauksella mainitun ennalta maaratyn data-
elektrodin ja toisen pyyhkdisyelektrodin risteyskohdassa

tapahtuu kirjoituspurkaus.

Tdllainen toiminta toistuu, ja lopuksi ennalta madridtylle
dataelektrodille sydtetddn aaltomuodossa DATA esitetty
positiivinen kirjoituspulssi, jonka amplitudi on +Vw (V).
Samanaikaisesti "n":nnelle pyyhkadisyelektrodille (esimer-
kiksi pyyhkdisyelektrodille 102n kuviossa 9A) sydtetdin
aaltomuodossa SCNn esitetty negatiivinen pyyhkédisypulssi,
jonka amplitudi on -Vs (V). T&llad ohjauksella mainitun
ennalta mddratyn dataelektrodin ja "n":nnen pyyhkdisyelek-

trodin risteyskohdassa tapahtuu kirjoituspurkaus.

Kirjoitusjaksoa seuraavalla yllapitojaksolla kaikille

yvllipitoelektrodeille ja kaikille pyyhkdisyelektrodeille
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syOtetddn aaltomuodoissa SCN1 - SCN2 ja SUS esitetty nega-
tiivinen yllapitopulssi, jonka amplitudi on -Vs (V). T&lla
ohjauksella yllapitopurkaus alkaa purkaussolussa, johon
kuuluu se risteys, jossa KkKirjoituspurkaus tapahtui, ja
yvlldpitopurkaus jatkuu niin kauan kun yllapitopulssin

syottdminen jatkuu.

Ylldpitojaksoa seuraavalla poistojaksolla kaikille yllapi-
toelektrodeille sydtetddn aaltomuodossa SUS esitetty nega-
tiivinen kapea poistopulssi, jonka amplitudi on -Vs (V).
T&alld ohjauksella tapahtuu poistopurkaus, jolloin yllédpi-
topurkaus padttyy.

Taman esimerkin menetelmissd pyyhkadisyelektrodeille ja
yvllapitoelektrodeille sybtetddn aloituspulssi, jonka na-
paisuus on p#invastainen kuin pyyhk#isyelektrodeille syd-
tetyn pyyhkdisypulssin. Seuraavassa on selitetty aloitus-

pulssin avulla aikaansaadut tulokset viitaten seindmiva-

rausten siirtymiseen kuvioissa 28A -~ 28G kuvatussa pur-
kaussolussa.
Kuviot 28A - 28G ovat esilld olevan keksinnédn mukaisen

vaihtosdhkoétyyppisen PDP:n poikkileikkauskuvantoja, jotka
esittavit seindmdvarausten siirtymistd kuviossa 27 esite-

tyn toiminnan kussakin vaiheessa.

Kuvio 28A esittdd alkutilaa ennen vaihtos&hkotyyppisen
PDP:n kytkemistd virralliseksi. Purkaussolulla wvaihtosdh-

kotyyppisessd PDP:ssd el ole seindmdvarausta.

Kuten kuviossa 28B on esitetty, aloitusjaksolla ennen
vaihtosdhkdtyyppisen PDP:n Kytkemistd virralliseksi, pyyh-
kdisyelektrodeille 701 ja ylldpitoelektrodeille 702 sydte-
t&&n aloituspulssi, jonka amplitudi on +Vr (V). Koska pur-
kaussoluun ei ole varastoitunut seindmdvarausta, niin
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eristekerroksen 709 dataelektrodeja 707 vastaavien pinnan
alueiden ja suojakerroksen 705 pyyhkdisyelektrodeja 701
vastaavien pinnan alueiden vdlille sekd eristekerroksen
709 dataelektrodeja 707 wvastaavien pinnan alueiden ja
suojakerroksen 705 vyllapitoelektrodeja 702 wvastaavien
pinnan alueiden vé&lille ei sydtetd jannitettd, joka on
riittdvad aiheuttamaan purkauksen. Aloituspurkausta ei siis

tapahdu.

Kuten kuviossa 28C on esitetty, seuraavalla kirjoitusjak-
s2o0lla dataelektrodille 707 sydtetddn kirjoituspulssi,
jonka amplitudi on +Vw (V), ja pyyhkdisyelektrodille 701
sydtetddn negatiivinen pyyhkdisypulssi, jonka amplitudi on
-Vs (V). Silloin dataelektrodin 707 ja pyyhkdisyelektrodin
701 risteyskohdassa tapahtuu kirjoituspurkaus. Eristeker-
roksen 709 dataelektrodia 701 vastaavaan pinnan alueeseen
varastoituu negatiivinen seindmidvaraus, ja suojakerroksen
705 dataelektrodia 707 vastaavaan pinnan alueeseen varas-

toituu positiivinen seindmidvaraus.

Kuten kuviossa 28D on esitetty, seuraavalla yll&pitojak-
solla yllapitoelektrodille 702 sydtetddn negatiivinen
yllapitopulssi, jonka amplitudi on -Vs (V). Silloin suoja-
kerroksen 705 pyyhkéisyelektrodia 701 wvastaavaan pinnan
alueeseen varastoituneen positiivisen seindmdvarauksen
kehittdmd jdnnite superponoituu yllédpitopulssin jannittee-
seen ja sydtetddn suojakerroksen 705 pyyhkéisyelektrodia
701 vastaavan pinnan alueen ja suojakerroksen 705 yll&pi-
toelektrodia 702 vastaavan pinnan alueen v3lille. Edell#
mainittujen Kkahden alueen v&lilld tapahtuu ndin ollen
ylldpitopurkaus. T&md&n johdosta suojakerroksen 705 pyyh-
kdisyelektrodia 701 vastaavaan alueeseen varastoituu nega-
tiivinen seind3mdvaraus, ja suojakerroksen 705 yllépito-
elektrodia 702 vastaavaan alueeseen varastoituu positii-

vinen seindmidvaraus.
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Edelleen yll8pitojaksolla, kuten kuviossa 2BE on esitetty,
pyyhkédisyelektrodille 701 sybtetddn negatiivinen yll&pito-
pulssi, jonka amplitudi on -Vs (V). Silloin suojakerroksen
705 pyyhkdisyelektrodia 701 vastaavaan alueeseen varastoi-
tuneen negatiivisen seindmdvarauksen yllépitopurkauksella
kehittdmd jannite ja suojakerroksen 705 yll&pitoelektrodia
702 vastaavaan alueeseen varastoituneen positiivisen sei-
ndmdvarauksen kehittédmd jannite superponoituvat yll&pito-
pulssin jé&nnitteeseen ja sydtetddn suojakerroksen 705
pyyhkdisyelektrodia 701 vastaavan alueen ja suojakerroksen
705 yllédpitoelektrodia 702 vastaavan alueen vdlille. Edel-
134 mainittujen kahden alueen vililld tapahtuu siten j&l-
leen yll&pitopurkaus. Tédmdn johdosta suojakerroksen 705
yllapitoelektrodia 702 wvastaavaan alueeseen varastoituu
negatiivinen seindmidvaraus, ja suojakerroksen 705 pyyh-
kdisyelektrodia 701 vastaavaan alueeseen varastoituu posi-

tiivinen seindmidvaraus.

Yhd vield ylldpitojaksolla, kuten kuviossa 28D edelleen on
esitetty, ylldpitoelektrodille 702 sydtetddn ylldpitopuls-
si, jonka amplitudi on -Vs (V). Silloin suojakerroksen 705
ylldpitoelektrodia 702 vastaavaan alueeseen varastoituneen
negatiivisen seindmdvarauksen yllapitopurkauksella kehit-
tdmd jannite ja suojakerroksen 705 pyyhkdisyelektrodia 701
vastaavaan alueeseen varastoituneen positiivisen seindmé-
varauksen Kehittd8mid ja&nnite superponoituvat yll&pitopuls-
sin jannitteeseen ja syOtetddn suojakerroksen 705 pyyh-
kdisyelektrodia 701 vastaavan alueen ja suojakerroksen 705
vllapitoelektrodia 702 vastaavan alueen valille. Edelli
mainittujen kahden alueen vdlilld tapahtuu siten jdlleen
yllapitopurkaus. Tdmdn johdosta suojakerroksen 705 pyyh-
kdisyelektrodia 701 vastaavaan alueeseen varastoituu nega-
tiivinen seinamédvaraus, ja suojakerroksen 705 yllapito-
elektrodia 702 vastaavaan alueeseen varastoituu positii-

vinen seindmivaraus.
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Kaikille yll&apitoelektrodeille 702 ja kaikille pyyhkdisy-
elektrodeille 701 sydtetddn tdlla tavoin yllédpitopulssi,
jonka amplitudi on -Vs (V). Tdlld ohjauksella yllépitopur-
kaus tapahtuu yllapitojaksolla toistuvasti, kuten kuviois-
sa 28D ja 28E on esitetty, ja fosforikerrokset 710 herédte-
t&d4n toistuvan yllédpitopurkauksen kehitt&mdlld ultravio-

lettivaleolla, milld tavoin ndyttd saadaan suoritetuksi.

Kuten kuviossa 28F on esitetty, seuraavalla poistojaksolla
yllapitoelektrodille 702 sydtetdd8n negatiivinen kapea
poistopulssi, jonka amplitudi on -Vs (V). Silloin suoja-
kerroksen 705 yllédpitoelektrodia 702 vastaavaan alueeseen
varastoituneen negatiivisen seindmidvarauksen ylléapitopur-
kauksella kehittam& jannite ja suojakerroksen 705 pyyh-
kaisyelektrodia 701 vastaavaan alueeseen varastoituneen
positiivisen seindmidvarauksen kehittdm&@ j&nnite superpo-
noituvat negatiivisen kapean poistopulssin ja&nnitteeseen
ja sydtetdsn suojakerroksen 705 pyyhkdisyelektrodia 701
vastaavan alueen ja suojakerroksen 705 ylldapitoelektrodia
702 vastaavan alueen v&lille. Edelld mainittujen Kkahden
alueen v&lilld tapahtuu siten j8lleen ylldpitopurkaus.
Koska kapean pulssin wvuoksi t&dllaista poistopurkausta
yll&8pidetddn vain lyhyen aikaa, niin purkaus keskeytyy
puolitiehen. N&in ollen asettamalla kapean poistopulssin
leveys optimiksi seindmd@varaus suojakerroksen 705 aluees-
sa, joka vastaa yllépitoelektrodia 702, ja seindmdvaraus
suojakerroksen 705 alueessa, joka vastaa pyyhkdisyelektro-
dia 701, voidaan neutraloida. Sen jdlkeen yll&pitopurkaus-
ta ei tapahdu, wvaikka yllapitopulssi sy®tetddn, ellei kir-~
joituspulssia jdlleen sydtetd. Ndin ollen purkauksessa pi-
detddn tauko. Seindmdvarauksen jadanndstaso kuviossa 28F on
pienempi kuin seind@mdvarauksen jaannostaso kuviossa 28C,
koska seindmdvaraus on osittain havitetty ylldpitopurkauk-

sen aikana.
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Kuten kuviossa 28B on esitetty, aloitusjaksolla pyyhkdisy-
elektrodeille 701 ja yll&pitoelektrodeille 702 sydtetdin
positiivinen pulssi, jonka amplitudi on +Vr (V). T&lls
ohjauksella, Kkuten kuviossa 28F on esitetty, eristeker-
roksen 709 dataelektrodia 707 vastaavassa alueessa jaljel-
18 olevan varauksen kehittdmd jannite ja suojakerroksen
705 pyyhkdisyelektrodia 701 vastaavassa alueessa ja suoja-
kerroksen 705 ylldpitoelektrodia 702 vastaavassa alueessa
jédljelld olevan varauksen kehitt&md jdnnite superponoitu-
vat aloituspulssin jdnnitteeseen ja sydtetdin eristeker-
roksen 709 dataelektrodia 702 wvastaavan alueen ja suoja-
kerroksen 705 pyyhkdisyelektrodia 701 wvastaavan alueen
vdlille sekd eristekerroksen 709 dataelektrodia 707 vas-
taavan alueen ja suojakerroksen 705 yllapitoelektrodia 702
vastaavan alueen vdlille. Talld ohjauksella edelld mainit-
tujen kahden alueen v&dlilld tapahtuu aloituspurkaus. T&m3n
johdosta purkaussolussa poistotoiminnon jédlkeen jdljelléd
olevat seindmdvaraukset neutraloituvat eikd purkaussolulla

ole mitddn seindmdvarausta.

Kuva saadaan naytetyksi toistamalla kuvioissa 28B - 28F

kuvattua toimintaa tdll3a tavoin.

Kuten edelld on selitetty, vaikka poistotoiminnon j&ilkeen
jokin seindmdvaraus olisikin j&ljelld purkaussolussa, tdl-
laiset jdljelld olevat seindmdvaraukset neutraloituvat
tédysin, Lkoska aloituspurkaus tapahtuu sydtettiessd aloi-
tuspulssi. T&mdn johdosta purkaussolussa ei taaskaan ole
seindmavarausta, ja seuraava kirjoituspurkaus tapahtuu
siten helpommin. Suojakerroksen 705 pyyhkidisyelektrodia
710 vastaavaan alueeseen varastoituneen seinidmidvarauksen
ja suojakerroksen 705 yllépitoelektrodia 702 vastaavaan
alueeseen varastoituneen seiné@mdvarauksen kehittdmi jénni-
te, jotka kummatkin varaukset on varastoitu poistotoimin-

non jalkeen suoritetun kirjoituspurkauksen avulla, on
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suurempi kuin sellainen jédnnite, joka saadaan, kun aloi-
tuspulssia ei sydtetd. Suurempi jannite aiheuttaa yllapi-
topurkauksen helpommin. Purkaus on ndin ollen stabiilimpi
ja wvaihtosd8hkdisessd PDP:ss8d ei siten esiinny sellaista
purkaussolua, jossa valonséteilyd ei tapahdu.

Siind tapauksessa, ettd vaihtosdhkotyyppinen PDP kytket#dsn
virralliseksi toiminnan aloittamiseksi +tilassa, jossa
seindmdvaraus on jo jakautunut kuten Kuviossa 28G on esi-
tetty, toisin sanocen tilassa, jossa eristekerroksen 709
dataelektrodeja 707 vastaavaan alueeseen on varastoitunut
negatiivinen seindmdvaraus ja jossa suojakerroksen 705
pyyhkdisyelektrodeja 701 ja ylldpitoelektrodeja 702 vas-
taavaan alueeseen on varastoitunut positiivinen seinimiva-
raus, seindmdvaraukset vaikuttavat sellaisessa suunnassa,
jossa ne vaikuttavat kirjoituspulssin jdnnitettd vastaan.
Kirjoituspurkaus ja yllapitopurkaus ovat ndin ollen kum-
matkin vaikeat toteuttaa. Kuitenkin kun aloituspulssi syd-
tetddn, aloituspulssin jadnnite superponoituu edelld maini-
tun varauksenjakautumistilan kehitt&mdidn jénnitteeseen
johtuen aloituspulssin napaisuudesta ja syotetddn eriste-
kerroksen 709 dataelektrodia 707 vastaavan alueen ja suo-
jakerrcksen 705 pyyhkiisyelektrodia 701 vastaavan alueen
v8lille sekd eristekerroksen 709 dataelektrodia 707 vas-
taavan alueen ja suojakerroksen 705 yllapitoelektrodia 702
vastaavan alueen vdlille. T&11l4 ohjauksella tapahtuu aloi-
tuspurkaus, jolloin kuviossa 28G esitetylla tavalla jakau-
tuneet seindmdvaraukset taysin neutraloituvat. Tamén joh-
dosta purkaussolu palaa kuviossa 28B esitettyyn tilaan,
jossa mitdan seindmdvarausta el ole olemassa. Koska seu-
raava kirjoituspurkaus ja yll&pitopurkaus tapahtuvat hel-
pommin, niin ndytdn nousuaika vaihtosdhkdéisen PDP:n vir-
ralliseksi kytkemisen jdlkeen, toisin sanoen aika siiti

kun vaihtosdhkoétyyppinen PDP on kytketty wvirralliseksi
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siihen asti, kunnes ndyttd suoritetaan normaalisti, lyhe-

nee merkitsevasti.

Edelld kuvatussa esimerkissd aloituspulssi sydtetdadn sekd
pyvhkdisyelektrodeille 701 ettd ylldpitoelektrodeille 702.
Siind tapauksessa, ettd suojakerroksen 705 pyyhkdisyelek-
trodeja 701 vastaavassa alueessa ja suojakerroksen 705
ylldpitoelektrodeja 702 vastaavassa alueessa jaljelld ole-
vat seindmdvaraukset ovat olemassa balansoimattomina,
toisin sanoen jommallakummalla alueella on olemassa enem-
mdn seindmdvarauksia, aloituspulssi voidaan sydttda vain
joko pyyhkdisyelektrodeille 701 tai yllépitoelektrodeille
702.

Seuraavassa on kuvioihin 29A ja 29B viitaten selitetty
menetelmd vaihtosdhkOtyyppisen PDP:n ohjaamiseksi seitse-
mannen esimerkin muunnoksessa. Kuvio 29A on ajoituskaavio,
joka kuvaa ylldpitopulssin sydtté@mistd. Tamdn muunnoksen
menetelmd on sama kuin kuvion 27 yhteydessd selitetty

menetelmd aloituspulssin sydttdmistd lukuunottamatta.

Kuten kuviossa 29A on esitetty, aloitusjaksolla dataelek-
trodeille 707 sybtetddn aloituspulssi. Té@md&n aloituspuls-
sin napaisuus on pdinvastainen kuin dataelektrodeille 707
kirjoitusjaksolla sy6ttetyn kirjoituspulssin napaisuus,
kuten aaltomuodossa DATA on esitetty. Kuvio 29B esittdi
kaaviollisesti pyyhkdisy-, ylldpito- ja dataelektrodeilla
vaikuttavia jdnnitteitd aloituspulssin sydttdmisen jal-
keen. Kullakin elektrodilla vaikuttavan jédnnitteen taso ja
napaisuus ovat kuvioissa 28A - 28G esitetyn tapauksen jan-
nitteen tasosta ja napaisuudesta eridvat, mutta aloitus-
pulssin kehittdmidn dataelektrodin 707 ja pyyhkédisyelek-
trodin 701 sekd dataelektrodin 707 ja yllapitoelektrodin
702 vdlille sydtetyn jénnitteen napaisuus on sama kuin

kuviossa 28A - 28G esitetyssd tapauksessa. Ndin ollen
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vaihtosahkbtyyppinen PDP toimii samalla tavalla ja saa

aikaan saman tuloksen.

Kuviot 30A ja 30B ovat ajoituskaaviot, jotka kuvaavat
menetelmd&88 aloituspulssin sydttamiseksi erilaiset muodot
omaavana. Kuviossa 30A aloituspulssilla on erilainen muoto
kuin kuviossa 27 esitetylld pulssilla. Kuviossa 30B aloi-
tuspulssilla on erilainen muoto kuin kuviossa 29A esite-
tylld pulssilla. Toiminta muilla jaksoilla on sama kuin
edellsd kuvattu.

Kaytdnndssd aloituspulssin optimij&nnite on kullakin pur-
kaussolulla erilainen useiden tekijdiden vuoksi. 8iini
tapauksessa, ettd aloituspulssin aaltomuoto on sakaramai-
nen, kullekin purkaussolulle ei sydtetd optimijdnnitetti,
vaan kaikille purkaussoluille sydtetd&dn aina maksimij&nni-
te. Tdllaisella syottdtavalla aloituspurkaus suoritetaan
joissakin purkaussoluissa riitt&md&ttémdnd tai liiallisena.
Tdllaisissa purkaussoluissa ei tapahdu valonsateilyd tai
valonsdteily on epastabiilia. Kuten téstd voidaan p3ddtel-
1d, on vaikeata asettaa aloituspulssin jdnnite siten, etta
seindmdvaraukset neutraloituisivat tdysin kaikissa purka-

ussoluissa normaalin aloitustoiminnon aikaansaamiseksi.

$iind tapauksessa, ettd sydtetd8dn aloituspulssi, jonka
amplitudi muuttuu asteittain, aloituspurkaus tapahtuu
kussakin purkaussolussa, kun aloituspulssin jdnnite saa-
vuttaa purkaussolun optimitason, johtuen j&nnitteen hi-
taasta pienenemisestd. Seindmidvaraus voidaan siis neutra-
loida tdysin kaikissa purkaussoluissa aloitusjaksolla.
Aloitustoiminto suoritetaan siten luotettavammin. Lis&dksi
normaalia toimintaa voidaan suorittaa laajemmalla aloitus-
pulssin j&nnitealueella.
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Seuraavassa on selitetty sen muutosajan tc¢ optimiarvo,
joka vaaditaan aloituspulssin (esitetty kuviossa 30A ja
30B) muuttumiseen 10 %:sta 90 $:iin sen amplitudista.
Kuvio 31 kuvaa valonsdteilyn tilaa, mit3d tulee aloitus-
pulssin jdnnitteen +Vr ja aloituspulssin muutosajan tc

vdliseen riippuvuussuhteeseen.

Kuten kuviosta 31 ilmenee, jos aloituspulssin amplitudi on
liian pieni, niin valonsdteilya ei tapahdu; jos taas aloi-
tuspulssin amplitudi on liian suuri, niin tapahtuu epista-
biilia valonsdteilyd, kumpikin huolimatta muutosajasta tc.
Tédllainen ilmid asettaa aloituspulssin j&nniterajat nor-

maalin aloitustoiminnon aikaansaamiseksi.

Jos muutosaika on 1 pus tai pienempi, niin normaalin toi-
minnan suorittamisen kannalta ei ole olennaisesti mit&&n
aloituspulssin amplitudialuetta. Jos muutosaika on 5 us
tai suurempi, niin normaalin toiminnan suorittamisen kan-
nalta aloituspulssin amplitudialue on riittédvan laaja.
Muutosaika tc on siten mieluummin 5 ps tai tdtd suurempi.
Normaalin toiminnan aikaansaamiseksi vaadittavan muutos-
ajan tc yldrajaa ei Kuviossa 31 ole mdadritetty. Otettaessa
kuitenkin huomioon, ettd kuvapinnan virkistysjakson (Kir-
joitus-, yll&pito- ja poistojaksojen summan) ylaraja on
yleensd noin 17 ms (1/60 sekuntia), muutosajan yliraja
kdytdnndssd noin 10 ms. Kiyttdkelpoisen muutosajan tc
parhaana pidetty alue on kaytanndssad 5 us - 10 ms.

Kuten edelld esitetystd selityksestd ilmenee, seindmdva-
raukset kaikissa purkaussoluissa neutraloituvat tdysin
aloitusjaksolla aloitustoiminnon suorittamiseksi luotetta-
vammin asetettaessa muutosaika tc, joka vaaditaan aloitus-
pulssin jadnnitteen muuttumiseen 10 %:sta 90 %$:iin sen
amplitudista, vélille 5 ps - 10 ms. Tulos on sama.
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Kuviossa 30A aloituspulssi syOtetddn sekd pyyhkdisyelek-
trodeille 701 ettd yllapitoelektrodeille 702. Siinia ta-
pauksessa, ettd suojakerroksen 705 pyyhkdisyelektrodeja
701 wvastaavassa alueessa ja suojakerroksen 705 yllépi-
toelektrodeja 702 vastaavassa alueessa jdljelld olevat
seindmidvaraukset ovat olemassa balansoimattomina, toisin
sanoen ettd jommassakummassa alueessa on olemassa enemmin
seindmidvarauksia, aloituspulssi voidaan syottdd vain joko
pyyhkédisyelektrodeille 701 tai yll&pitoelektrodeille 702.

Seuraavassa on kuvioihin 32A ja 32B viitaten selitetty
menetelmdt vaihtosadhkdtyyppisen PDP:n muuttamiseksi seit-

semdnnen esimerkin muissa muunnoksissa.

Kuvio 32A on ajoituskaavio, joka kuvaa aloituspulssin
sybttdmistd. Tdmdn muunnoksen menetelmd on sama kuin kuvi-
on 27 yhteydessd selitetty menetelmd aloituspulssin ja

apupulssin sydttdmistd lukuunottamatta.

Kuten kuviossa 32A on esitetty, aloitusjaksolla dataelek-
trodeille sydtetddn positiivinen aloituspulssi, jonka amp-
litudi on +VR (V). Samanaikaisesti pyyhkdisyelektrodeille
ja yllédpitoelektrodeille sydtetddn apupulssi, jolla on
sama amplitudi +Vr (V) ja sama napaisuus. Aloituspulssi

pddttyy ennen apupulssin padttymista.

Seuraavassa on selitetty aloitustoiminto t3ssd muunnokses-

sa.

Ensin, kuten kuviossa 32A on esitetty, kaikille pyyhkidisy-
elektrodeille, kaikille ylléapitoelektrodeille ja kaikille
dataelektrodeille sydtetddn samanaikaisesti positiivinen
apupulssi ja positiivinen aloituspulssi, joiden kummankin
amplitudi on +Vr (V). Silloin kaikilla pyyhk#&isyelektro-
deilla, kaikilla yllapitoelektrodeilla ja kaikilla data-
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elektrodeilla wvaikuttava jannite muuttuu +Vr:ksi. Data-
elektrodien ja pyyvhkdisyelektrodien vidlinen jénnite sekd
dataelektrodien ja yll&pitoelektrodien wvalinen jéannite
pysyy kuitenkin O V:na. Kun aloituspulssi pddttyy apupuls-
sin ollessa vield sy®dtettynd, dataelektrodien ja pyyhkai-
syelektrodien v&lille sekd dataelektrodien ja ylldpito-
elektrodien vidlille sy&tetddn jadnnite +Vr. Suunta, jonka
omaavana tdmd jdnnite sydtetdidn, on sama Kuin dataelektro-
dien 707 ja pyyhkdisyelektrodien 701 vdlille sekd data-
elektrodien 707 ja ylldpitoelektrodien 702 vidlille aloi-
tusjaksolla sydtettdvidn jadnnitteen suunta kuviossa 28B.
Toiminta on sama kuin kuvion 27 yhteydessd selitetty ja

saadaan aikaan sama tulos.

Kuviossa 32A apupulssi sydOtetddn sekd pyyhkdisyelektro-
deille 701 ettd ylldpitoelektrodeille 702, Siin& tapauk-
sessa, ettd suojakerroksen 705 pyyhkdisyelektrodeja 701
vastaavassa alueessa ja suojakerroksen 705 ylliapitoelek-
trodeja 702 vastaavassa alueessa jdljelld olevat sein&ma-
varaukset ovat olemassa balansoimattomina, toisin sanoen
ettd jommassakummassa alueessa on olemassa enemmin seind-
mévarauksia, apupulssi voidaan sy®ttdd vain joko pyyhkdi-
syelektrodeille 701 tai ylldpitoelektrodeille 702.

Kuvio 32B on ajoituskaavio, joka kuvaa aloituspulssin
sydttidmistd. T&m&n muunnoksen menetelmd on sama kuin kuvi-
on 27 yhteydessd selitetty menetelmd aloituspulssin ja
apupulssin sybttamistd lukuunottamatta.

Kuten kuviossa 28B on esitetty, aloitusjaksolla dataelek-
trodeille sydtetddn negatiivinen apupulssi, jonka amplitu-
di on ~Vr (V). Samanaikaisesti pyyhkdisyelektrodeille ja
yllé&pitoelektrodeille sydtetddn aloituspulssi, jolla on
sama amplitudi -Vr (V) ja sama napaisuus. Aloituspulssi

pddttyy ennen apupulssin padttymista.
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Seuraavassa on selitetty aloitustoiminto tédssd muunnokses-

sa.

Ensin, kuten kuviossa 32B on esitetty, kaikille pyyhkéisy-
elektrodeille, kaikille ylldpitoelektrodeille ja kaikille
dataelektrodeille sydtetddn samanaikaisesti negatiivinen
apupulssi ja negatiivinen aloituspulssi, joiden kummankin
amplitudi on -Vr (V). Silloin kaikilla pyyhkdisyelektro-
deilla, kaikilla yllapitoelektrodeilla ja kaikilla data-
elektrodeilla wvaikuttava jannite muuttuu -Vr:ksi. Data-
elektrodien ja pyyhkéisyelektrodien védlinen jdnnite sekad
dataelektrodien ja yllapitoelektrodien wv&linen jénnite
pysyy kuitenkin O V:na. Kun aloituspulssi pddttyy apupuls-
sin ollessa vield syOtettynd, dataelektrodien ja pyyhk&i-
syelektrodien vdlille sekd dataelektrodien ja ylldpito-
elektrodien valille sy®tetddn jdnnite -Vr. Suunta, jonka
omaavana tamé& jannite sydtetddn, on sama kuin dataelektro-
dien 707 ja pyyhkdisyelektrodien 701 vadlille sekd data-
elektrodien 707 ja yllépitoelektrodien 702 vidlille aloi-
tusjaksolla syodtettdvdn ja&nnitteen suunta kuviossa 28B.
Toiminta on sama kuin kuvion 27 yhteydessd selitetty ja

saadaan aikaan sama tulos.

Kuviot 33A ja 33B ovat ajoituskaaviot, jotka kuvaavat
aloituspulssin sydttédmistd erilaiset muodot omaavana.
Kuviossa 33A aloituspulssilla on eri muoto kuin kuviossa
30A esitetylld pulssilla. Kuviossa 33B aloituspulssilla on
eri muoto kuin kuviossa 30A esitetylld pulssilla. Muilla

jaksoilla toiminta on sama Kuin edell& on selitetty.

Kuviossa 33A apupulssi sydtetddn sekd@ pyyhkdisyelektro-
deille 701 ettd yllapitoelektrodeille 702. Siind tapauk-
sessa, ettd suojakerroksen 705 pyyhkdisyelektrodeja 701
vastaavassa alueessa ja suojakerroksen 705 yllépitoelek-

trodeja 702 vastaavassa alueessa jdljelld olevat seindmi-
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varaukset ovat olemassa balansoimattomina, toisin sanoen
ettd jommassakummassa alueessa on olemassa enemmdn seind-~
mdvarauksia, apupulssi voidaan sydttdd vain joko pyyhkai-
syelektrodeille 701 tai ylldpitoelektrodeille 702.

Kuvioissa 32A, 32B, 33A ja 33B apupulssi sydtetddn saman-
aikaisesti aloituspulssin kanssa. Aloituspulssi wvoidaan

syottad ennen apupulssia.

Kaikissa edelld selitetyissd tapauksissa seitsemidnnessa
esimerkissd aloitustoiminto suoritetaan samanaikaisesti
pyyhkdisy-, yllédpito- ja dataelektrodeille. Sama tulos
saadaan suorittamalla aloitustoiminnon useita ryhmia sa-
moille useilla pyyhkdisy-, ylldpito- ja dataelektrodien

ryhmille viiveella.

Kaikissa edellad kuvatuissa tapauksissa seitsemdnnessd
esimerkissd Kkirjoitusjaksolla ennalta madrdtylle data-
elektrodille sydtetddn kirjoituspulssi ja pyyhkdisyelek-
trodeille sydtetddn pyyhkdisypulssi yksi kerrallaan. Sama
tulos saadaan syOttdmdlla kirjoituspulssi kaikille data-
elektrodeille ja sy0ttdmdlla pyyhkdisypulssi kaikille
pyyhkdisyelektrodeille, milld tavoin kirjoitustoiminto

suoritetaan kaikissa purkaussoluissa samanaikaisesti.

Kaikissa edelld selitetyissd tapauksissa seitsemdnnessia
esimerkissd kirjoituspulssi on positiivinen ja pyyhkdi-
sypulssi on negatiivinen. Sama tulos saadaan, vaikka na-
paisuudet olisivat painvastaiset. Siin# tapauksessa, ettd
kirjoituspulssi on negatiivinen ja pyyhkdisypulssi on
positiivinen, aloituspulssin ja apupulssin napaisuudet
ovat myds pdinvastaiset.

Kaikissa edelld selitetyissd tapauksissa seitsemdnnessi

esimerkissd pyyhkdisypulssilla ja yllépitopulssilla on
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sama napaisuus. Sama tulos saadaan, vaikka yll&pitopulssi

on negatiivinen (-Vs) kuten kuviossa 34 on esitetty.

Kaikissa edelld selitetyissd ensimmidisessd - seitsemdnnes-
sd esimerkissad poistopulssi on kapea pulssi, jonka napai-
suus on sama kuin yll&pitopulssin napaisuus. Sama tulos
saadaan, vaikka poistopulssin napaisuus on pédinvastainen
kuin yllépitoelektrodin napaisuus, Kuten kuviossa 35 bn
esitetty, tai wvaikka poistopulssin leveys on suurempi

mutta amplitudi on pienempi kuten kuviossa 36 on esitetty.

Kaikissa edelld selitetyissd ensimméiisessd - seitsemdnnes-
s8 esimerkissa poistopulssi sydtetddn ylldpitoelektrodeil-
le. Sama tulos saadaan sydttémdll8 poistopulssi pyyhkédisy-
elektrodeille.

Kaikissa edelld selitetyissd ensimmdisessd - seitseminnes-
sd esimerkissd on kdytetty yhtd aloitusjaksoa yhdessd toi-
mintakentdssd, toisin sanoen kirjoitusjakson ja poistojak-
son vdlissd. Sama tulos saadaan, vaikka yksi aloitusjakso

suoritetaan useiden kenttien vidlein.

Sejitsemidnnessd esimerkissd kdytetyssd vaihtosahkotyyppi-
sessa PDP:ssa dataelektrodit 707 on peitetty toisella
eristekerroksella 709, ja toisen eristekerroksen 709 p&il-
le on muodostettu fosforikerros 710. Samaa menetelmid
voidaan k&yttdd sellaisen vaihtosadhkétyyppisen PDP:n oh-
Jjaamiseksi, jossa ndyttd suoritetaan suoraan kayttiden
purkauksen emittoimaa valoa ja jossa siten ei ole fosfori-
kerrosta 710. Samaa menetelmdd voidaan kdyttadid myds sel-
laisen vaihtosidhkdétyyppisen PDP:n ohjaamiseksi, jossa
dataelektrodit on suoraan peitetty fosforikerroksella 710
ilman toista eristekerrosta 709. T&ssd tapauksessa fosfo-
rikerros toimii samalla tavoin kuin toinen eristekerros

709. Samaa menetelmdd voidaan kdyttda vield sellaisen



10

15

20

25

30

35

88

vaihtosdhkdtyyppisen PDP:n ohjaamiseksi, jossa dataelek-
trodit 707 ovat paljaina purkaustilaan 706 pé&ain ilman
toista eristekerrosta 709, ilman fosforikerrosta 710 tai
ilman toista eristekerrosta 709 ja fosforikerrosta 710.
Tdssd tapauksessa, vaikka toisen eristekerroksen 709 data-
elektrodeja 707 vastaavaan alueeseen ei ole varastoitunut
mitddn seindmavarausta, vastaava seindmdvaraus on varas-
toitunut suojakerroksen 705 pyyhkdisyelektrodia 701 vas-

taavaan alueeseen.

Substraattipari, jolle elektrodit on sijoitettu, on muo-
dostettu lasista tai keraamista. Toisen substraateista
tulee olla 1l&apindkyvd substraatti purkauksen emittoiman

valon sallimiseksi siirtyd sen lapi.

Kuten t&h&n mennessi on selitetty, seitsemd3nnen esimerkin
ohjausmenetelmdlld aloitusjakso suoritetaan ennen kirjoi-
tus-, yllédpito- ja poistojaksoja. Aloitusjaksolla ainakin
vyhdelle useista pyyhkdisyelektrodeista ja ainakin yhdelle
useista ylldpitoelektrodeista syotetddn aloituspulssi,
jonka napaisuus on péinvastainen kuin kirjoitusjaksolla
sybtetyn pyvhkdisypulssin napaisuus. Sydtettiessid aloitus-
pulssi ennen kirjoitusjaksoa purkaussolussa poistojakson
Jjaélkeen jdljella olevat seina&midvaraukset voidaan neutra-
loida tdysin. Koska purkaussolu palaa aloituspurkauksella
tilaan, jossa silla ei ole seindmdvarausta, niin virheel-
listd kirjoituspurkausta tai virheellistd yll&pitopurkaus-
ta ei tapahdu. Siksi sarja toimintoja kirjoitus-, ylldpi-
to- ja poistojaksoilla suoritetaan luotettavasti ja siten
valoa emittoituu kaikista purkaussoluista. Vaikka seinimi-
varaukset ovat jco jakautuneet alkutilassa ennenkuin vaih-
tosdhkdtyyppinen PDP on kytketty virralliseksi, tdllaiset
seindmdvaraukset neutraloituvat aloitusjaksolla suoritet-
tavalla aloituspulssin sydttdmiselld tdysin, jolloin pur-
kaussolu palautuu tilaan, jossa mitd4n seinsmidvarausta ei
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ole varastoitunut. Nousuaika wvaihtosd8hk&tyyppisen PDP:n
virralliseksi kytkemisen j&lkeen ndin ollen 1lyhenee, ja

edelld mainittu toimintosarja suoritetaan luotettavasti.

Esimerkki 8

Seuraavassa on kuvioon 37 viitaten selitetty kuvanndytto-
laite kahdeksannessa esilld olevan keksinndn mukaisessa

esimerkissa.

Kahdeksannen esimerkin kuvanndyttélaite kasittdid useita
vaihtosdahkOtyyppisid PDP:itd, joita kdytetdan ristikkoon,
toisin sanoen useisiin vaakariveihin ja useisiin pystyri-
veihin sovitettuna kuvanndyttdpaneelina. Kukin Kkuvanndyt-
topaneeli kiasitt83 useita nayttoyksikditd (esimerkiksi
821, 820a, 820b ja 820c), jotka toimivat kuvaelementtini
(pixel). Mainitut useat ndyttdyksikodt on myds sovitettu
useisiin wvaakariveihin ja useisiin pystyriveihin. Kuten
kuviossa 37 on esitetty, nayttoyksikdt kunkin Kuvanndyt-
tblaitteen reuna-alueessa ovat lyhyemm&t kuin muut nédyt-
tOyksikdt ainakin joko vaakarivien M suunnassa tai pysty-

rivien N suunnassa.

Yksityiskohtaisemmin sanoen nidyttdyksikot kunkin kuvan-
ndyttdpaneelin ylimmdlld vaakarivilld ja alimmalla vaaka-
rivillad ovat lyhyemmdt kuin muun kuvanndyttdpaneelit pys-
tyrivien suunnassa N. Nayttdyksikét kunkin KkKuvannidyttod-
paneelin oikeanpuoleisimmalla vaakarivillid ja vasemmanpuo-
leisimmalla vaakarivilld ovat lyhyemmdt kuin toinen kuvan-
ndyttopaneeli vaakarivisuunnassa M. Kunkin kuvanndytté-
paneelin nayttdaluetta rajoittaa ei-n8yttdalue, joka k&a-
sittdd nayttoépaneelia ympérdivan suorakulmaisen Kkehyksen
ja kehyksen pddtypintaan muodostetun lasikerroksen, jonka
sulamispiste on alhainen.
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Tassd esimerkissd ndyttdyksikot 820a, 820b ja 820c ovat
pienempi& kuin muut n3dyttdyksikdét. Vastaavasti kunkin
ndyttdyksikdén 820a, 820b ja 820c se alue, joka sisdltia
alueen, joka varsinaisesti mydtdvaikuttaa ndyttH- ja ei-
ndyttdalueeseen, on olennaisesti vyhtdsuuri kuin yhden
kuvaelementin alue. Koska ndyttoyksikoét 820a, 820b ja 820c
ovat pienemmidt, niin muita ndyttdyksikodéitd 821 wvoidaan

suurentaa.

Tdllaisen rakenteen ansiosta tdllaisen pienemmdn nayttdyk-
sikén ja kuvanndyttdpaneelien vdlisen liitdntiosan sisial-
tdvd kuvaelementtialue on yhtdsuuri kuin muut kuvaelement-
tialueet. Tamidn johdosta kuvaelementtien jakovadli (pitch)
tulee yhtenédiseksi kuvanndyttélaitteen koko kuvapinnalla.
Kuvanndyttdpaneelien valiset valoa emittoimattomat liitadn-
tdosat eivit siksi ole silminndhtavét, ja kuvan viidristy-
minen entisestd&n on siten estetty. Koska kuvaelementtien
vdlisen raon ei tarvitse olla yhtd leved kuin liitdnt3dosan
leveys, kunkin kuvaelementin aluetta voidaan suurentaa, ja
siten pystytddn ndyttdméddn suuren pintakirkkauden omaava

kuva.

Tyypillisesti t&dllaisessa kuvannayttdlaitteessa ulkoinen
koko on 224 mm x 112 mm, kuvaelementtien jakovdli on 7 mm
ja Kkuvaelementtien lukumddrd on 32 x 16. Koska kunkin
kuvanndyttdpaneelin reuna-alueessa kuvaelementin alue on
pienempi, niin tdllaisen alueen emittoiman valon luminans-
si on hieman pienempi kuin muiden alueiden luminanssi.
Visuaalisesti havaittava n3ytén laadun huononeminen on
merkitsevédsti vdhdisempi kuin tavanomaisessa Kuvanndyttd-
laitteessa, jonka kuvaelementtisovitelma ei ole yhtendi-
nen. Mikdli on vadlttamidtontid, reuna-alueen luminanssi
voidaan korjauspiirin tai muun sellaisen avulla saada

yvyhtdsuureksi kuin muiden alueiden luminassi.
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Edella selitetyssd esimerkissd KkKukin kuvaelementtialue
kdasittdd kolme purkaustilaa. Jos varindyttdHa ei tarvita,
niin kukin kuvaelementtialue k#sittdd vain yhden purkaus-
tilan. Kuvanndyttdpaneeli voi wvaihtosdhkdétyyppisen PDP:n
asemesta olla muuntyyppinen PDP. Yksividrielementtid kuten
LED:id, EL-lamppua tai nestekidendyttdd kdyttdviad paneelia

voidaan myds Kkayttaa.

Kuten edelld +tédssi esimerkissd on selitetty, suuressa
ndyttdruudussa, joka kdsittdd suuren médrdn kuvanndyttd-
paneeleja sovitettuina kaksiulotteisesti, kuvaelementtien
jakovdli wvoidaan saada yhtendiseksi koko kuvapinnalla,
vaikka kuvanndyttdpaneelien vadliset 1liitdantdosat eivat
mydtdvaikuta varsinaiseen nayttdion. Valoa emittoimattomat
liitadntdosat eivdt ole silminndhtédvid, ja siten voidaan
saada aikaan suuren luminanssin omaava, vddristymidtotn

kuva.

Esimerkki 9

Yhdeks8nnessd esimerkissd kuvanndyttdpaneelin littedn ul-
kokuoren suorakulmaisen etuseindn ulkopinnalle on sijoi-
tettu suorakulmainen l&pindkyvd levy. Lisdksi l&pindkyvién
levyn se reuna-alue, joka vastaa kuvanndytt®paneelin ei-
ndyttdaluetta, on muodostettu sellaiseksi, ettd se toimii
linssind. Reuna-alueen toimiessa t&lld tavoin linssini ei-
ndyttdalueet ndkyvdt ldpindkyvidn levyn lédpi pienempini.
Tamén johdosta mosaiikkimaisella suurella kuvapinnalla,
joka Kk&sittdda suuren médrdn kuvannayttOpaneeleja ristik-
koon sovitettuina, se missd mddrin ei-ndyttdalueet nikyvit
tummina viivoina, pienenee. Suurella kuvapinnalla voidaan

siten ndyttdd suuri kuvan pienemmdllad h&airidlli.

Kuten kuvioissa 38 ja 39 on esitetty, litted kuvanniytto-
laite 900 k&sittdad kuvanndyttopaneelin 904 ja suorakulmai-
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sen ldpindkyvidn levyn 905. Kuvanndyttdpaneeli 904 sis&dltda
PDP:n. Kuvanndyttdlaite 900 kasittdd myds ulkokuoren 906,
jossa on suorakulmainen valoa ldpdisevd etuseind 907, joka
sulkee ulkokuoren 906 sisdpuolella olevat elektrodit.
Etuseind 907 on muodostettu tasaisesta lasilevystd, joka
on peitetty heijastumisia estdvdlld kerroksella 908. Ulko-
kuoren 906 sivuseind ja tiivistemateriaali kuten sulate-
lasite voidaan n8hdid etuseindn 907 l&pi. Toisin sanoen ei-
nayttdalue 909, joka on suorakulmaisen kehyksen muotoinen
ja joka on nahtdvissd etuseindn 907 l&pi, ympardi etusei-
ndalle 907 muodostettua kuvanndyttbaluetta a visuaalisesti.
Kuvanndyttodlaite 900 késittdad lisdksi vidrisuotimen 910 ja
kehyksen 911.

Lapindkyvd levy 905 on muodostettu lasista ja on laminoitu
heijastusta estdvdn kerroksen 908 peittédmidlle etuseindn
907 wulkopinnalle. Kuten myds kuviossa 40 on esitetty,
lapindkyvidn levyn 905 ei-nidyttdaluetta 909 vastaava reu-
na-alue on muodostettu siten, ettd siind on linssialue
912, jonka muoto on sellainen, ettd se toimii linssina.
Linssialueen 912 poikkileikkauksen muoto on neljdnnesympy-
rd, jonka sade on r, joka on ldpindkyvdn levyn 905 pak-

suus. Tdten on muodostunut kupera linssi.

Kuviossa 40 l&pindkyvd levy 905 kollimoi kuvanndyttédpanee-
lin 40 pisteistd b, ¢ ja 4 emittoidun valon yhdensuuntai-
siksi valonsdteiksi b', c<¢' ja d'. Kun katselija katsoo
kuvanndyttépaneelin 904 etuseindd 907 ldpindkyvin levyn
905 18pi, niin pisteiden b ja c védlinen etdisyys ndyttai
ndin ollen suurentuneen yhdensuuntaisten valosdteiden b'
ja ¢' vdliseksi etdisyydeksi, ja pisteiden c ja d védlinen
etdaisyys ndyttéd pienentyneen yhdensuuntaisten valonsdtei-
den c' ja d' valiseksi etdisyydeksi. Asetettaessa lapina-
kyvan levyn 905 paksuus yksinkertaisesti sellaiseksi, ettid

pisteiden ¢ ja 4 védlinen etdisyys on yhtdsuuri kuin ei-
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ndyttdalueen 909 leveys, ei-ndyttbalue 909 pienenee. Jos
ldpindkyvdn levyn 905 paksuus asetetaan likim&drin kolme
kertaa ei-nayttdalueen 909 leveyden suuruiseksi tai vield
suuremmaksi, niin ei-ndyttdalueen 909 muodostama visuaali-
nen este eliminoituu olennaisen tdysin kaikissa kaytdnndn

tarkoituksissa.

Kuvio 41 esittdd rakennetta yhdeksédnnen esimerkin muunnok-
sessa. Rakenne kuviossa 41 on sama kuin rakenne kuviossa
40 lipindkyvin levyn 905 ulomman reuna-alueen kaarevuussi-
dettd lukuunottamatta. Lapindkyvén levyn 905 poikkileik-
kauksen muoto on ellipsin neljdnnes, jonka isoakseli on
yht&suuri kuin l&pindkyvdn levyn 905 paksuus ja pikkuakse-
l1i on 0,8 kertaa isoakselin pituus. L&pinakyvén levyn 905
tasomainen muoto on sama kuin etuseindn 907 tasomainen

muoto.

Kuviossa 41 esitetyssd rakenteessa lédpindkyvd levy 905
kollimoi pisteistd b, ¢ ja d emittoituneen wvalon yhden-
suuntaisiksi valonsadteiksi b", c¢" ja d". Kun katselija
katsoo kuvannayttdpaneelin 904 etuseindd 907 lapindkyvin
levyn 905 1l8pi, niin pisteiden b ja ¢ valinen etdisyys
ndyttdd ndin ollen suurentuneen yhdensuuntaisten valon-
sdteiden b" ja c" vidliseksi etdisyydeksi, ja pisteiden c
ja d vdlinen etdisyys ndyttdd pienentyneen yhdensuuntais-
ten valonsdteiden c" ja d" vdliseksi etdisyydeksi. Asetet-
taessa ldpindkyvan levyn 905 paksuus yksinkertaisesti sel-
laiseksi, ettd pisteiden c¢ ja d vdlinen etdisyys on yhtd-
suuri kuin ei-ndyttdalueen 909 leveys, ei-ndyttdalue 909
pPienenee vield enemmidn. Jos l&pindkyvdn levyn 905 paksuus
asetetaan likim8#rin kaksi kertaa ei-ndyttdalueen 909 le-
veyden suuruiseksi tai vield suuremmaksi, niin ei-ndytto-

alue 909 ndyttdad pienentyneen 1/5:aan tai pienemmiksi.
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Mosaiikkimaisella suurella ndyttdruudulla, joka kdsittda
suuren mddrdn tdllaisia litteitd Kuvanndyttdpaneeleja
ristikkoon sovitettuina, kuten kuviossa 42 on esitetty,
ei-ndyttoalue 909 kuvannidyttdpaneelien vdlisissd liitoso-
sissa ndyttdd pienentyneen kunkin KkKuvanndyttdpaneelin
ldpindkyvidn levyn 905 reuna-alueen toimiessa 1linssing.
Tam&n johdosta suurella kuvapinnalla ristikossa ndkyvien
hdiritsevien tummien viivojen muodostama visuaalinen este
eliminoituu ja siten saadaan naytetyksi korkealaatuinen

suuri kuva.

Linssi voi olla muodoltaan monikulmiomainen tai muun muo-
toinen Kunhan linssitoiminto, toisin sanoen suurennus tai
pienennys saadaan aikaan. Kuvanndyttdpaneeli voi olla
LCD:ta tai EL-lamppua PDP:n asemesta kayttdva.

Kuten edelld on selitetty, yhdeksénnessid esimerkissd li-
pindkyvdn levyn reuna-alue, joka on muodostettu kuvannidyt-
tépaneelin etuseinddn, on tehty muodoltaan sellaiseksi,
ettd siind on linssind toimiva linssivyShyke. Tédmdn lins-
sitoiminnon avulla ei-ndyttdaluetta on visuaalisesti pie-
nennetty ja kuvannayttdaluetta on siten visuaalisesti
laajennettu. N&in ollen se laajuus, missd ei-nayttbdalue
esiintyy h8iritsevind mustina viivoina suurella kuvapin-
nalla, joka k&dsittd3 suuren mddrdn kuvanndyttOpaneeleja
ristikossa, on pienentynyt. Tamdn johdosta TV-kuva tai
mainoskuva voidaan nayttdd suurella kuvapinnalla vdhdisel-
14 h&iriolls.

Erilaiset muut muunnokset ovat alan asiantuntijoille il-
meisid ja he voivat helposti tehdd sellaisia t&midn keksin-
non piiristd ja hengestd poikkeamatta. N&in ollen tarkoi-
tuksena ei ole, ettd oheisten patenttivaatimusten suoja-
piiri olisi rajoitettu edelld esitettyyn selitykseen, vaan
ettd patenttivaatimukset tulee tulkita laajasti.
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Patenttivaatimukset

1. Menetelmd kaasupurkausndyttdlaitteen ohjaamiseksi, joka
kaasupurkausndyttdlaite kisittdd ensimmidisen substraatin
ja toisen  substraatin, jotka on asetettu toisiaan
vastapddtd ja joiden védlissd on purkaustila ja jotka muo-
dostavat ulkokuoren, ensimmidisen elektrodiryhmin, johon
kuuluu useita pyyhkdisyelektrodeja ja useita yllépitoelek-
trodeja, Jjotka on asetettu keskenddn yhdensuuntaisina en-
simmidisen substraatin sisdpuoliselle pinnalle, missd kukin
mainituista useista pyyhkdisyelektrodeista ja kukin maini-
tuista wuseista vylldpitoelektrodeista muodostavat parin,
eristekerroksen, joka peittdd ensimmiisen elektrodiryhmén,
sekd toisen elektrodiryhmén, johon kuuluu useita dataelek-
trodeja, jotka on asetettu keskenddn yhdensuuntaisina toi-
sen substraatin sisdpuoliselle pinnalle ensimmdiseen elek-

trodiryhmddn ndhden kohtisuorassa suunnassa,

tunne¢ttu silitd, ettd menetelmid kisittda:

kirjoitusvaiheen, jossa mainituille useille dataelektro-
deille sydtetddn kirjoituspulssi ja mainituille useille
pyvhkdisyelektrodeille sydtetddn pyyhkdisypulssi, jonka
napaisuus on pédinvastainen kuin kirjoituspulssin napai-

suus,

vlldpitovaiheen, Jjossa mainituille useille vyll&pitoelek-
trodeille ja mainituille useille pyyhkdisyelektrodeille

sydtetddn yllédpitopulssi, ja

poistovaiheen, jossa sydtetdidn poistopulssi,

missd ennen kirjoitusvaihetta suoritetaan aloitusvaihe,
jossa ennalta mddrdtyille, mainittujen useiden dataelek-
trodien, mainittujen useiden ylldpitoelektrodien ja mai-
nittujen useiden pyyhkéisvelektrodien muodostamasta rvh-
midstd wvalituille elektrodeille sgydtetddn ennalta mddrityn
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napaisuuden omaava aloituspulssi.

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmd kaasupurkaus-
nayvttélaitteen ohjaamiseksi, tunnet tu siitd, ettd
aloitusvaihe kédsittdd wvaiheen, jossa ainakin vhdelle
mainituista useista pyyhkédisyelektrodeista ja mailnituista
useista vyllédpitoelektrodeista sydtetddn aloituspulssi,
jonka napaisuus on pdinvastainen kuin kirjoitusvaiheessa

sydtetyn pyyhkéisypulssin napaisuus.

3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmi kaasupurkaus-
nayttdlaitteen ohjaamiseksi, tunnet tu giitd, ettd
aloitusvaihe kdsitt8dd vaiheen, Jjossa mainituille useille
dataelektrodeille sydtetddn aloituspulssi, jonka napaisuus
on pdinvastainen kuin kirjoitusvaiheessa sydtetyn kirjoi-

tuspulssin napaisuus.

4. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmid kaasupurkaus-
nidvttdlaitteen ohjaamiseksi, tunnet tu siitd, ettd
aikavali, joka vaaditaan aloituspulssin hetkellisen
jénnitteen muuttumiseen 10 %:n ja 90 %:n vdlilld sen amp-
litudista, on asetettu olemaan 5 ps:n ja 10 ms:n v&lilla

rajat mukaanlukien.

5. Patenttivaatimuksen 3 mukainen menetelmid kaasupurkaus-
nayttdlaitteen ohjaamiseksi, tunnet tu sgiitd, ettd
aloitusvaihe kdsittdd vaiheen, jossa mainituille useille
pyyhkédisyelektrodeille ja mainituille wuseille yllépi~
toelektrodeille sy®tetddn apupulssi, jonka napaisuus on
sama ja amplitudi on sama kuin mainituille useille data-
elektrodeille sydtetyn aloituspulssin napaisuus ja

amplitudi.

6. Patenttivaatimuksen 2 mukainen menetelmd kaasupurkaus-
nayttdlaitteen ohjaamiseksi, tunnet tu siitd, ettd
aloitusvaihe k&sittdd wvaiheen, joissa mainituille useille

dataelektrodeille sydtetddn apupulssi, Jjonka napaisuus on
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sama ja amplitudi on sama kuin mainituille useille pyyh-
kdisyelektrodeille ja mainituille useille yllédpitoelektro-

deille sydtetyn aloituspulssin napaisuus ja amplitudi.

7. Patenttivaatimuksen 5 mukainen menetelmd kaasupurkaus-
naytcdlaitteen ohjaamiseksi, tunnettu siitd, etta
alkavali, Joka wvaaditaan aloituspulssiﬁ hetkellisen jén-
nitteen muuttumiseen 10 %:n ja 90 %:n vdlilld sen amplitu-
dista, on asetettu 5 us:n ja 10 ms:n vdlille rajat mukaan-

lukien.

8. Patenttivaatimuksen 6 mukainen menetelmd kaasupurkaus-
ndyttdlaitteen ohjaamiseksi, tunnettu siitd, ettad
aikavdli, joka vaaditaan aloituspulssin hetkellisen j&n-
nitteen muuttumiseen 10 %:n ja 90 %:n valilld sen amplitu-
dista, on asetettu 5 pus:n ja 10 ms:n vdlille rajat mukaan-

lukien.

Patentkrav

1. Foérfarande fOr att styra en gasurladdningsprovanord-
ning, wvilken gasurladdningsprovanordning innefattar ett
férsta substrat och ett andra substrat anordnade motsatt
varandra och mellan vilka det finns ett urladdningsutrym-
me och vilka bildar ett yttre hélje, en férsta elektrod-
grupp, innefattande flera strykelektroder och flera
underhd&llselektroder, som &r anordnade inbdrdes paral-
lellt pa den inre ytan av det f6rsta substratet, wvarvid
var och en av ndmnda flera strykelektroder och var och en
av nédmnda flera underhallselektroder bildar ett par, ett
isoleringsskikt, som tédcker den férsta elektrodgruppen,
samt en andra elektrodgrupp, innefattande flera data-
elektroder, anordnade inbdrdes parallellt p& den inre
vtan av det andra substratet lodradtt i férhadllande till

den fdérsta elektrodgruppen,

kdnnetecknat av att féorfarandet innefattar:
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ett skrivskede, vid vilket en skrivpuls matas till nédmnda
flera dataelektroder och en strykpuls matas till nédmnda
flera strvkelektroder, varvid strykpulsens polaritet A&r

motsatt skrivpulsens polaritet,

ett underh&llsskede, varvid en underh&llspuls matas till
ndamnda flera underhallselektroder och till ndmnda flera

strykelektroder, och

ett avledningsskede, vid vilket en avledningspuls matas,

varvid ett startskede utfdrs fore skrivskedet, varvid en
startpuls med en p& férhand bestdmd polaritet matas till
elektroder valda ur en grupp bestdende av ndmnda flera
dataelektroder, ndmnda flera underhdllselektroder och

nédmnda flera strykelektroder.

2. Forfarande £fé6r att styra en gasurladdningsprovanord-
ning enligt patentkrav 1, k @&nnetecknat av att
startgskedet innefattar ett skede, varvid en startpuls
matas till atminstone en av namnda flera stryvkelektroder
och namnda flera underhdllselektroder, vilken startpuls
har en polaritet motsatt polariteten hos strykpulsen som

matats 1 skrivskedet.

3. Foérfarande £f6r att styra en gasurladdningsprovanord-
ning enligt patentkrav 1, k &nnetecknat av att
startskedet innefattar ett skede, wvarvid en startpuls
matas till ndmnda flera dataelektroder, vilken startpuls
har en polaritet motsatt polariteten hos skrivpulsen som

matats i skrivskedet.

4. Forfarande £6r att styra en gasurladdningsprovanord-
ning enligt patentkrav 1, k & nnetecknat av att

den tidsintervall som krdvs £o6r att é&ndra startpulsens
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momentana spdnning mellan 10 % och 90 % av dess amplitud
instdllts mellan 5 us och 10 ms, grénserna medrdknade.

5. Fdrfarande fé6r att styra en gasurladdningsprovanord-
ning enligt patentkrav 2, k dnnetecknat av att
startskedet innefattar ett skede, vid vilket en hjdlppuls
matas till ndmnda flera strykelektroder och ndmnda flera
underhadllselektroder, vars polaritet &r den samma och
amplitud &dr den samma som polariteten och amplituden hos
startpulsen som matats till ndmnda flera dataelektroder.

6. Foérfarande fér att styra en gasurladdningsprovanord-
ning enligt patentkrav 2, k &nnetecknat av att
startskedet innefattar ett skede, vid vilket en hjdlppuls
matas till namnda flera dataelektroder, vars polaritet &r
den samma och amplitud &r den samma som polariteten och
amplituden hos startpulsen som matats till namnda flera
strykelektroder och ndmnda flera underhallselektroder.

7. Foérfarande fér att styra en gasurladdningsprovanord-
ning enligt patentkrav 5, k 4 nnetecknat av att
den tidsintervall som krdvs f&r att &ndra startpulsens
momentana spdnning mellan 10 % och 90 % av dess amplitud

instédllts mellan 5 us och 10 ms, grdnserna medrdknade.

8. Forfarande foér att styra en gasurladdningsprovanord-
ning enligt patentkrav 6, k @& nnetecknat av att
den tidsintervall som krdvs fér att &ndra startpulsens
momentana spadnning mellan 10 % och 90 % av dess amplitud

instdllts mellan 5 us och 10 ms, grédnserna medridknade.
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